
 

1 

 

Организаторы: 

АО «НИИМЭ» 

АО «НИИМА «Прогресс» 

 

При поддержке: 

Российская академия наук 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Генеральные партнёры: 

Госкорпорация «Росатом» 

Фонд перспективных исследований 

НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Генеральный информационный партнёр: 

АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА» 

 

 
ПРОГРАММА 

Российского форума «Микроэлектроника 2026» 

 

 

 

 

 

 

27 сентября – 3 октября 2026 года                                            ФТ «Сириус» 

Научно-технологический 

университет «Сириус» 



 

2 

 

Архитектура Российского форума «Микроэлектроника 2026» 

27 сентября – 3 октября, ФТ «Сириус» 

Научно-технологический Университет «Сириус» 

 

Проект от 08.09.2026 

 

07.09.2026 – 11.09.2026 

09:00-19:00 
Предконференция №1 

«Доверенная и экстремальная электроника» 

НИЯУ 

МИФИ –  

АО «ЭНПО 

СПЭЛС» 

Москва 

17.09.2026 – 18.09.2026 

09:00-18:00 

Предконференция №2 

«Электронная компонентная база  

и радиоэлектронные системы» 

НИУ МИЭТ, 

Зеленоград 

27.09.2026 

09:00-18:00 Регистрация участников 
ФТ 

«Сириус» 

17:00-22:00 Торжественное открытие Форума 
ФТ 

«Сириус» 

28.09.2026 

10:00-13:00 
Пленарное заседание с участием руководителей 

Федеральных органов исполнительной власти 

Зал 

пленарных 

заседаний 

13:00-15:00 Обед 2 этаж 

15:00-16:30 

Тематическое пленарное заседание 

№1«Интегральная электроника России в условиях 

меняющегося мира. Новые приоритеты 

государства» 

Зал 

пленарных 

заседаний 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

Зона 

питания, 

2 этаж 

17:00-18:30 

Тематическое пленарное заседание №1 

«Интегральная электроника России в условиях 

меняющегося мира. Новые приоритеты 

государства» 

Зал 

пленарных 

заседаний 
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29.09.2026 

10:00-11:30 
Тематическое пленарное заседание №2 

«Перспективы развития микроэлектроники» 

Зал 

пленарных 

заседаний 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

Зона 

питания, 

2 этаж 

12:00-13:30 
Тематическое пленарное заседание №2 

«Перспективы развития микроэлектроники» 

Зал 

пленарных 

заседаний 

13:30-15:00 Обед 

Зона 

питания, 

2 этаж 

15:00-16:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

Зона 

питания, 

2 этаж 

17:00-18:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

30.09.2026 

09:00-11:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

10:00-11:30 Трек обзорно-дискуссионных заседаний  

 
Зал №5 

11:00-12:00 Кофе-брейк Зона 

питания, 

2 этаж 

11:30-13:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

12:00-13:30 
Трек обзорно-дискуссионных заседаний  

 
Зал №5 

13:00-15:00 

Обед 

Зона 

питания, 

2 этаж 

15:00-17:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

14:00-15:00 Сессия стендовых докладов Фойе залов  

№1–11 

15:00-16:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

16:30-17:00 
Кофе-брейк 

Зона 

питания, 
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2 этаж 

17:00-18:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

День Курчатовского института 

01.10.2026 

09:00-11:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

10:00-11:30 Трек обзорно-дискуссионных заседаний  Зал №5 

11:00-12:00 Кофе-брейк 

Зона 

питания, 

2 этаж 

11:30-13:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

12:00-13:30 Трек обзорно-дискуссионных заседаний  Зал №5 

13:00-15:00 Обед 

Зона 

питания, 

2 этаж 

14:00-15:00 Сессия стендовых докладов 
Фойе залов  

№1–11 

15:00-16:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

Зона 

питания, 

2 этаж 

17:00-18:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

02.10.2026 

09:00-11:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

10:00-11:30 Трек обзорно-дискуссионных заседаний  Зал №5 

11:00-12:00 Кофе-брейк 

Зона 

питания, 

2 этаж 

11:30-13:00 Заседания секций Научной конференции Залы №1–14 

12:00-13:30 Трек обзорно-дискуссионных заседаний  Зал №5 

13:00-15:00 Обед 

Зона 

питания, 

2 этаж 

14:00-15:00 Сессия стендовых докладов 
Фойе залов  

№1–11 

15:00-16:30 Деловая программа Форума Залы №1–17 

16:30-17:00 Деловая программа Форума Залы №1–17 

18:00-23:00 Торжественное закрытие Форума  
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Предконференция №1 

ДОВЕРЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС» 

Москва 

7–11 сентября 2026 

 

Координаторы предконференции: 

д.т.н., проф.Никифоров Александр Юрьевич, ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич, АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

07.09.2026 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-09:10 

Приветствие. Открытие Предконференции №1 

академик РАН, д.т.н., проф. Красников Геннадий Яковлевич 

Председатель Программного комитета Российского форума 

«Микроэлектроника 2026», руководитель приоритетного 

технологического направления «Электронные технологии» РФ  

09:10-09:15 

Порядок работы и программа Предконференции №1 

д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич,  

ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 

 

09:15-13:30 

Блок «Экстремальная электроника» 

 

Модератор: 

к.т.н. Чуков Георгий Викторович, 

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

1 09:15-09:30 

Рациональный методический подход к радиационным испытаниям 

ЭКБ: состояние дел и ближайшие задачи 

к.т.н. Чуков Георгий Викторович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

2 09:30-09:45 

Хронология развития отечественного испытательного 

оборудования для определения стойкости ЭКБ к воздействию 

тяжёлых заряженных частиц космического пространства  

в XXI веке 

Ватуев Александр Сергеевич, АО «НИИП» 

3 09:45-10:00 

Аппроксимация профиля рассеяния ионизирующего излучения 

при оценке локальных дозовых нагрузок 

Шарапов Артем Алексеевич, АО «НИИП» 

4 10:00-10:15 

Выявление признаков контрафактной продукции на этапе 

подготовки и проведения радиационных испытаний 

к.т.н. Яньков Андрей Ильич, ООО «НПП «Детектор» 
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5 10:15-10:30 

Компактные методы C–V-диагностики радиационной деградации 

MOП-транзисторов 

Ph.D. Метревели Алексей Александрович, НИЯУ МИФИ 

6 10:30-10:45 

Закономерности распределения результатов контроля 

радиационной стойкости производственных партий пластин 

Московская Юлия Марковна,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

7 10:45-11:00 

Специализированные электрические соединители и кабельные 

сборки для экстремальных условий эксплуатации: конструктивные 

решения, условия эксплуатации, методы испытаний и контроля 

Вохминцев Георгий Георгиевич, АО «Соединитель» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

8 11:30-11:45 

Обеспечение достоверности и повторяемости определения 

показателей стойкости изделий ЭКБ к воздействию импульсов 

напряжения по критерию выявления скрытых дефектов  

в полупроводниковых структурах и процессов деградации 

Шемонаев Александр Николаевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

9 11:45-12:00 

Модели и методы оценки влияния радиационных воздействий на 

электростатическую стойкость мощных кремниевых МОП 

транзисторов  

Бакеренкова Диана Максимовна, АО «НИИП» / НИЯУ МИФИ 

10 12:00-12:15 

Экспериментальное исследование дозовой деградации мощных 

SiС МОП транзисторов 

Сашников Денис Сергеевич, АО «Арсенал» КрЗПП» 

11 12:15-12:30 
Эксплозиметр водорода с высокой долговременной стабильностью 

Образцов Иван Сергеевич, НИЯУ МИФИ 

12 12:30-12:45 

Газовые сенсоры на основе МДП-конденсаторов  

для определения малых концентраций вредных и опасных газов 

Этрекова Майя Оразгельдыевна, НИЯУ МИФИ 

13 12:45-13:00 

Методические особенности контроля одиночных сбоев  

при воздействии ТЗЧ в твердотельных накопителях с включенной 

системой коррекции 

Бердо Матвей Сергеевич, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

14 13:00-13:10 

Конструктивная адаптация оптопар при радиационных испытаниях 

Колегов Леонид Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 



 

7 

 

15 13:10-13:20 

Особенности адаптации модульных изделий для проведения 

исследований стойкости к воздействию тяжелых заряженных 

частиц 

Шаповалова Евгения Дмитриевна, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО 

СПЭЛС» 

 13:20-13:30 Дискуссия, выводы 

13:30-14:30 Обед 

14:30-19:00 

Блок «Технологическое и контрольно-измерительное 

оборудование» 

Модератор: 

к.т.н. Уланова Анастасия Владиславовна,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

1 14:35-15:05 
Развитие отечественного электронного машиностроения  

от прошлого к будущему 

к.ф.-м.н. Веретенников Александр Владимирович, АО «ЭЗАН»  

2 15:05-15:25 
Развитие технологического оборудования в парадигме 

Комплексной программы развития электронного машиностроения 

Петренко Яков Игоревич, ФГУП «ЦРП» 

3 15:25-15:45 

Развитие функциональных материалов для микроэлектроники  

в парадигме Комплексной программы развития электронного 

машиностроения (тема на уточнении) 

к.ф.-м.н. Ежлов Вадим Сергеевич, АО «МНТЦ МИЭТ» 

4 15:45-16:00 
Особенности технологий производства особо чистых веществ  

и материалов в организациях АО «Росатом Наука» 

к.т.н. Мазилин Иван Владимирович, АО «Росатом Наука» 

5 16:00 -16:15 

Актуальные вопросы контроля привнесенных загрязнений на 

поверхность полупроводниковых пластин при испытаниях 

разработанных в рамках ОКР установок 

Кузнецова Вероника Александровна, АО «ЭНПО СПЭЛС» 

6 16:15 -16:30 
Российские ПЛК с применением отечественной ЭКБ 

Казаков Артем Евгеньевич, НИЦ «Курчатовский институт» - 

НИИСИ 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

7 17:00 -17:15 
ОНЛАЙН 

Периферийное оборудование, транспортно-загрузочные узлы  

и системы идентификации и ориентации пластин: мировой рынок 
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и тенденции развития. Продуктовые предложения отечественных 

производителей в контексте отраслевых трендов  

Борисова Любовь Владимировна, ООО «Джиэнтех» 

8 17:15-17:30 

Современные высокоразрешающие оптические инструменты для 

оценки качества заготовок и готовых изделий полупроводникового 

производства 

к.ф.-м.н. Трусов Михаил Александрович,  

ООО «Активная фотоника» 

9 17:30-17:45 

Разработка модульной платформы систем прецизионного 

перемещения для линейки инспекционного и метрологического 

оборудования 

Василевкин Евгений Владимирович, АО «Нанотроника» 

10 17:45-18:00 

Разработка программно-управляемого источника микросекундных 

высокоамперных импульсов для испытаний полупроводниковых 

приборов 

Златин Сергей Андреевич, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

11 18:00-18:15 

Снижение паразитной ёмкости коммутационной системы 

слаботочных сигналов для автоматизации функциональных 

испытаний 

Шевлягин Михаил Сергеевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

12 18:15-18:30 

Аппаратно-программный комплекс для измерения времени 

обратного восстановления и заряда восстановления 

полупроводниковых диодов 

Михайлов Денис Андреевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

13 18:30-18:45 
Разработка автоматизированного программно-аппаратного 

комплекса тестирования фотонных интегральных схем 

Бараковский Федор Алексеевич, АО «Акметрон» 

 18:45-19:00 Дискуссия, выводы 

08.09.2026 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-19:00 

Блок «Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, 

фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники» 

Модератор: 

к.т.н. Усачёв Николай Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 



 

9 

 

 09:00-9:05 
Приветственно слово модератора блока 

к.т.н. Усачёв Николай Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

1 09:05-9:25 

Открытая платформа сверхоперативной разработки и выпуска 

доверенных аналоговых микросхем на основе унифицированных 

АБМК и сервисов MPW и MPC 

к.т.н. Попов Алексей Эдуардович,  

Донской государственный технический университет 

2 09:25-9:40 

Подходы к созданию радиочастотных библиотек базовых 

элементов для КМОП технологических процессов 

Котов Владислав Николаевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

3 09:40-9:55 
Физический и эмпирический подход к восстановлению параметров 

моделей GaN HEMT 

Метёлкин Игорь Олегович, АО «Микроволновые системы» 

4 09:55-10:15 

Опытная версия подсистемы определения параметров SPICE 

моделей электронных компонентов для САПР РЭА гражданского и 

специального назначений 

д.т.н. Петросянц Константин Орестович, НИУ ВШЭ - МИЭМ 

5 10:15-10:30 

ОНЛАЙН 

Оптимизация процесса плазмохимического осаждения плёнок 

нитрида кремния для применения в технологии силовых GaN E-

HEMT 

Гребенников Василий Антонович, АО «ОКБ Планета» 

6 10:30-10:45 

Разработка поведенческой модели лазер-тиристора с анодным 

управлением 

Шульгин Михаил Андреевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

7 10:45-11:00 
Автоматизация расчёта системных параметров модульных СВЧ-

трактов на платформе СВЧ КИТ 

Григорьев Олег Викторович, ООО «СВЧ КИТ» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

8 11:30-11:45 

Разработка сигма-дельта модулятора с использованием  

КМОП технологических процессов 250 и 180 нм  

Соколов Тимофей Сергеевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

9 11:45-12:00 

Метрика интегрального показателя различимости  

для количественной оценки эффективности нормировки 

потребления питания цифровых интегральных схем 

к.т.н. Тишин Александр Сергеевич, АО «НИИМЭ» 
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10 12:00-12:30 

Отечественные процессы серии Эльбрус: текущее состояние  

и перспективы развития 

Трушкин Константин Александрович, АО «МЦСТ» 

11 12:30-13:00 
Системы квантового распределения ключей: состояние и 

перспективы 

к.ф.-м.н. Криштоп Владимир Григорьевич, ИПТМ РАН 

12 13:00-13:15 
Разработка бортовой электроники космических аппаратов  

на отечественной элементной базе: схемотехнические решения 

к.т.н. Бакеренков Александр Сергеевич, АО «НИИ КП» 

13 13:15-13:30 

Разработка кварцевого генератора с быстрым запуском по 

технологии КМОП 250нм 

Волкова Анастасия Антоновна,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

13:30-14:30 Обед 

14 14:30-14:15 

Методологические рекомендации к калибровке 

сверхпроводникового гелиевого уровнемера 

Таймасханов Магомед Магомедхабибович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

15 14:45-15:30 

Доверенная СВЧ ЭКБ: специфика, состояние, перспективы 

к.т.н., доцент Миннебаев Вадим Минхатович,  

АО «Микроволновые системы» 

16 15:30-16:00 

Инструментарий для успешной разработки КМОП 

приемопередатчиков: технологические процессы и библиотеки, 

САПР, маршруты, схемно-топологические решения. Подведение 

итогов заседания 

к.т.н. Усачёв Николай Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

17 16:00-16:30 

Презентация книги «Устройства приема и обработки сигналов: 

микроэлектронные высокочастотные устройства 

радиоприемников, систем связи»  

Авторы: 

д.т.н. Коротков Александр Станиславович,  

Головань Ольга Андреевна, Издательство «Техносфера» 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

18 17:00-17:30 
Презентация книги «Технология КМОП интегральных микросхем» 

Автор – д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, Издательство 

«Техносфера». 

19 17:30-19:00 

Интерактивный мастер-класс «Разработка GaAs pHEMT СВЧ 

усилителя в САПР Keysight ADS» 

Чернышев Глеб Олегович, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 
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09.09.2026  

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-19:00 

Блок «Доверенная электроника» 

Модератор: 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ  

1 09:00-09:05 

Приветственное слово модератора блока 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

2 
09:05-09:40 

 

Подход к формированию требований, обеспечению  

и подтверждению доверенности (качества и безопасности) 

электроники (расширенный обзорный доклад) 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

ПК3 «Доверенная ЭКБ» ТК 167,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

3 09:40-10:00 

Прослеживаемость в процессах жизненного цикла критических 

электронных компонентов, комплексах и систем  

Сидорин Юрий Юрьевич, АНО «Доверенная платформа» 

4 10:00-10:20 

Интеграционные модели доверенных СФ-блоков на ранних 

стадиях разработки: требования, валидация и верификация  

Косарев Иван Михайлович,  

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ 

5 10:20-10:40 
Владение исходным кодом не значит владение продуктом 

Мухин Алексей Анатольевич, АО «МЦСТ» 

6 10:40-11:00 

Оценка способов реализации угроз внедрения аппаратных 

закладок  

к.ф.-м.н. Лачинов Алексей Алексеевич,  

«Росатом. Квантовые технологии» 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:45 

От угроз к требованиям: аппаратно обеспечиваемая безопасность 

памяти в доверенных компонентах безопасности 

к.т.н. Карантаев Владимир Геннадьевич,  

«Лаборатория Касперского» 

8 11:45-12:00 

Исследование временной изоляции доверенных многоядерных 

архитектур средствами покомандного моделирования 

к.т.н. Гревцев Никита Артемович,  

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ 
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9 12:00-12:30 

Исследование архитектурных методов балансировки 

энергопотребления для повышения устойчивости аппаратной 

реализации алгоритма Кузнечик к анализу энергопотребления 

Алексеев Валерий Дмитриевич, АО «НИИМЭ» 

10 12:30-12:45 

Особенности применения метрики TVLA к аппаратным 

реализациям алгоритмов шифрования AES и «Кузнечик» 

Михайлов Виктор Юрьевич, АО «НИИМЭ» 

11 12:45-13:00 

ISO/IEC 17825: анализ изменений в методологии оценки побочных 

каналов 

Михайлов Виктор Юрьевич, АО «НИИМЭ» 

12 13:00-13:15 

Использование аппаратных счетчиков производительности  

для распознавания поведения пользовательского программного 

обеспечения 

Земков Савва Игоревич,  

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ 

13 13:15-13:30 

ОНЛАЙН  

Анализ энергопотребления легковесного криптографического 

алгоритма SPECK 64/128 

к.т.н. Маро Екатерина Александровна,  

Южный федеральный университет 

13:30-14:30 Обед 

14 14:30-15:00 

Синергия доверенной микроэлектроники и искусственного 

интеллекта 

Пончаков Михаил Юрьевич, ЭАГ ПК3 ТК 167 

15 15:00-15:15 

Цифровой паспорт и децентрализованные идентификаторы  

в системах идентификации с поддержкой доверия 

к.т.н. Семёнов Антон Валерьевич, ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ 

16 15:15-15:30 

Построение доверенной сетевой топологии ПАК под управлением 

отечественных встраиваемых систем на основе теории 

кристаллографии 

к.т.н. Иванов Денис Вадимович,  

Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого 

17 15:30-15:45 

Доверенная ЭКБ как инструмент обеспечения резильентности  

в условиях непосредственной угрозы производственным 

мощностям и цепочкам поставок 

Харченко Максим Эдуардович, АО «ВЗПП-С» 

18 15:45-16:00 
Задание критериев доверенности при поставке ЭКБ для ПАК КИИ 

Каретко Леонид Игоревич, АО «РАСУ» 
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19 16:00-16:15 
Экспериментальное подтверждение критериев доверенности ЭКБ 

Ткачук Михаил Викторович, ООО «ИРЗ-Тест» 

20 16:15-16:30 

Автоматизация рентгеновской верификации кристаллов 

доверенных микросхем, 

Горбась Андрей Витальевич, 

 АО «Российские космические системы» 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

21 17:00-17:15 

Проблемные вопросы построения систем тестирования малых 

космических аппаратов на примере испытаний бортового 

компьютера 

Леухин Иван Борисович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

22 17:15-17:30 

Повышение стабильности физически неклонируемых функций  

на основе ПЛИС Xilinx 

Козин Дмитрий Андреевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

23 17:30-17:45 

Оптимизация алгоритма перевода чисел в модульной арифметике 

с использованием ПЛИС 

Турбин Денис Сергеевич, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

24 17:45-18:45 Обсуждение докладов, дискуссия 

25 18:45-19:00 Подведение итогов 

26 19:00-20:00 

Заседание клуба In Vino Veritas  

Презентация книги «История виноторговли в России» 

Автор Ставцев Александр Владимирович, издательство «АСТ» 

10.09.2026 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-19:00 

Блок «Развитие стандартизации в доверенной электронике» 

Модераторы блока: 

Гребенников Иван Сергеевич, АО «НПО «КИС» 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

к.т.н. Левин Роман Григорьевич,  

АО «РНИИ «Электронстандарт» 

 09:00-9:15 Вводное слово модераторов 

09:15-11:00 
Обсуждение технических аспектов Перспективной программы 

стандартизации в области доверенной ЭКБ 

1 09:15-9:40 
Общее представление базовых идей перспективной программы 

стандартизации в области доверенной ЭКБ 
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к.т.н. Левин Роман Григорьевич,  

ТК 303, АО «РНИИ «Электронстандарт» 

 09:40-10:00 Обсуждение  

2 10:00-10:20 

Доверенный компонент безопасности: разработка и ключевые 

положения проекта национального стандарта ГОСТ Р  

«Защита информации. Доверенный компонент безопасности.  

Часть 1. Общие положения» 

к.т.н. Карантаев Владимир Геннадьевич,  

ТК 362, АО «Лаборатория Касперского» 

 10:20-10:40 Обсуждение 

 10:40-11:00 Подведение промежуточных итогов 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

 11:30-13:30 Обсуждение основных положений из проектов стандартов  

на доверенные интегральные микросхемы 

3 11:30-12:00 Общее представление базовых идей и проектов стандартов 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

ПК3 «Доверенная ЭКБ» ТК 167, НИЯУ МИФИ 

4 12:00-12:20 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Общие 

требования к разработке»  

5 12:20-13:10 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Общие 

требования к поставке» 

6 13:10-13:30 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Типовые 

факторы нарушения доверенности» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:30 
Обсуждение основных положений из проектов стандартов  

на доверенные программно-аппаратные комплексы 

7 14:30 -14:50 

Общее представление базовых идей и проектов стандартов 

Гребенников Иван Сергеевич,  

ПК1 «Доверенные ПАК» ТК 167, АО «НПО КИС» 

8 14:50-15:10 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы доверенные. 

Критерии доверия. Термины и определения» 

9 15:10-16:10 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы доверенные. 

Общие технические требования» 
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10 16:10-16:30 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы доверенные. 

Жизненный цикл. Общие положения» 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

 17:00-18:00 

Результаты обсуждения проектов: 

− ГОСТ Р «Критическая информационная инфраструктура. 

Микросхемы интегральные доверенные. Общие положения»; 

− ГОСТ Р «Критическая информационная инфраструктура. 

Микросхемы интегральные доверенные. Общие технические 

условия»; 

− ГОСТ Р «Критическая информационная инфраструктура. 

Микросхемы интегральные доверенные. Общие требования к 

жизненному циклу». 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

ПК3 «Доверенная ЭКБ» ТК 167,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

 18:00-18:30 Свободная дискуссия  

 18:30-19:00 Общая дискуссия. Подведение итогов Предконференции №1 
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Предконференция №2 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА  

И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

НИУ МИЭТ 

Зеленоград 

17–18 сентября 2026 

 

Координаторы предконференции: 

академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ 

член-корреспондент РАН Светухин Вячеслав Викторович 

д.т.н., проф. РАНПереверзев Алексей Леонидович, НИУ МИЭТ 

 

17.09.2026 

Состав оргкомитета Предконференции №2: 

• академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ 

• д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович, НИУ МИЭТ 

• к.т.н. Бирюков Михаил Георгиевич, АО «НИИТМ» 

• д.ф.-м.н.Богданов Юрий Иванович, ФТИАН 

• д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, АО «НИИМЭ» 

• д.т.н. Бычков Игнат Николаевич, ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» 

• д.ф.-м.н. Павлов Александр Александрович, ИНМЭ РАН 

• член-корреспондент РАН Светухин Вячеслав Викторович,  

НПК «Технологический центр» 

• д.т.н. Тимошенков Сергей Петрович, НИУ МИЭТ 

• к.ф.-м.н.Шипицин Дмитрий Святославович, АО «НИИМЭ» 

• д.т.н. Якунин Алексей Николаевич, НИУ МИЭТ 

 

Аннотация: 

Рассматриваются вопросы проектирования и технологии изготовления электронной 

компонентной базы, микросистемной техники, анализ квантовых эффектов, 

исследование материалов, технологических процессов, технологического оборудования. 

 

Обсуждаются вопросы проектирования, анализа и экспериментального исследования 

информационно-управляющих и радиотехнических систем, включая исследование  

и разработку сложно-функциональных блоков, структурных и архитектурных решений, 

алгоритмов цифровой обработки сигналов и способов их технической реализации. 

 

В работе Предконференции №2 участие примут следующие секции: 

−  Информационно-управляющие и радиотехнические системы 

−  Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники 

−  Системы проектирования и моделирования электронных компонентов и систем 
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−  Микросистемы. Сенсоры и актюаторы 

−  Специальное технологическое оборудование 

−  Квантовые технологии 

− Материалы микро- и наноэлектроники 

 09:00-10:00 Регистрация участников 

1 10:00-10:05 Открытие Предконференции №2 

академик РАНЧаплыгин Юрий Александрович, 

президент НИУ МИЭТ 

2 10:05-10:10 Приветственное обращение (видео) 

Шпак Василий Викторович, заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

3 10:10-10:50 Квантовые эффекты и топологические состояния в современной 

молекулярной электронике 

академик РАНГорбацевич Александр Алексеевич, 

ФИАН, НИУ МИЭТ 

4 10:50-11:30 Эволюция систем искусственного интеллекта: мировая повестка, 

национальные приоритеты РФ и междисциплинарные аспекты 

член-корреспондент РАНХрамов Александр Евгеньевич, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

5 11:30-12:10 Спинтронные устройства для 5G технологий  

д.ф.-м.н., проф. РАН Сафин Ансар Ризаевич,  

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

12:10-12:30 Кофе-брейк, стендовые доклады участников 

6 12:30-13:10 Микроэлектроника для специальной техники: основные 

направления развития 

к.т.н. Янко Денис Викторович, гл. эксперт НТК 

7 13:10-13:50 Новый метод оценки радиационной стойкости микроэлектроники  

д.ф-м.нСазонов Василий Викторович, МГУ 

8 13:50-14:20 К технологическому лидерству в микроэлектронных 

имплантируемых нейроинтерфейсах 

к.т.н. Пожар Кирилл Витольдович,НИУ МИЭТ 

14:20-15:00 Обед 

1 15:00-15:15 Разработка технологических процессов создания ФИС  

с использованием гетерогенной интеграции пассивных  

и активных компонентов 

Тимошенков Андрей Сергеевич, НИУ МИЭТ 

2 15:15-15:30 Технология роста интерфейсных материалов системы металл-

кремний с использованием физического осаждения и ТФЭ: 

история разработки, принципы и применение 
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д.ф.-м.н.Плюснин Николай Инокентьевич, ИНМЭ РАН 

3 15:30-15:45 Управляемый газонаполненный разрядник-обостритель высокого 

давления 

к.т.н. Маханько Дмитрий Сергеевич, АО «Плазма» 

4 15:45-16:00 Использование методики 2D-масштабирования для упрощения 

процедуры определения Spice-параметров биполярных 

транзисторов с различной топологией 

Дюканов Павел Алексеевич, АО «ДЦ Кристал» 

5 16:00-16:15 Физическое моделирование статических вольтамперных 

характеристик мощных SIC МОП транзисторов при разных 

температурах 

д.т.н. Зебрев Геннадий Иванович, НИЯУ МИФИ 

6 16:15-16:30 Ввод излучения в волноводный слой из двуокиси титана  

с помощью полимерной копии пилообразной дифракционной 

решётки 

Соловьёв Владимир Степанович, НИУ МИЭТ 

7 16:30-16:45 Инфраструктурные решения гетерогенных массово-параллельных 

и конвейерных систем 

Дуксина Илона Ильинична, РТУ МИРЭА 

8 16:45-17:00 Новые резистивные материалы для процессов литографии  

на основе комплексов металлов с алифатическими полиэфирами 

Зубов Дмитрий Николаевич, ИНМЭ РАН 

9 17:00-17:15 Построение моделей ионных квантовых операций с 

учётомкалибровочной неоднозначности 

Дмитриев Илья Алексеевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

10 17:15-17:30 Способ переноса проектов электронных модулей между 

различными САПР 

Васютин Александр Олегович, МФТИ 

17:30-18:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников 

11 18:00-18:15 Разработка комплекса программ для автоматизации 

проектирования цифровых схем в базисе отечественных ПЛИС 

Чочаев Рустам Жамболатович, НИУ МИЭТ 

12 18:15-18:30 Реализация элементов визуального маршрута обработки 

топологических данных ИС 

Швец Илья Игоревич, НИУ МИЭТ 

13 18:30-18:45 Алгоритм взаимодействия распределённых инерциальных 

навигационных систем на основе двухкритериального 

информационного фильтра 

Савчиц Александр Сергеевич, НИУ МИЭТ 
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14 18:45-19:00 Минимизация коробления органической мультизаготовки 

многовыводных микросхем после проведения операции 

корпусирования методом высокотемпературного литья под 

давлением 

Рабцевич Вадим Александрович, НИУ МИЭТ 

15 19:00-19:15 Особенности проектирования быстродействующих SiGe 

операционных усилителей с минимальным саморазогревом 

транзисторов входного дифференциального каскада 

Клейменкин Дмитрий Владимирович, Донской 

государственный технический университет 

18.09.2026 

1 10:00-10:15 Расчёт выходных амплитуд квантовых состояний фотонного чипа 

методом производящих функций 

Кокшаров Кирилл Борисович, НИУ МИЭТ 

2 10:15-10:30 Наблюдение фотозарядного эффекта при воздействии видимого 

импульсного излучения 

Кобзев Владимир Михайлович, НИУ МИЭТ 

3 10:30-10:45 Особенности настройки двойного конденсора в электронно-

лучевом литографе с форматным лучом 

Кубраков Роман Владимирович, НИУ МИЭТ 

4 10:45-11:00 Квантовая телепортация многоуровневых квантовых состояний  

в условиях влияния квантовых шумов 

Голышев Иван Константинович,  

НИУ МИЭТ, НИЦ «Курчатовский институт» 

5 11:00-11:15 Решение задачи конвертации топологической информации  

в формат данных экспонирования для установки электронно-

лучевой литографии 

Климушкин Даниил Александрович, НИУ МИЭТ 

6 11:15-11:30 Модели символьной синхронизации в системах связи с прямым 

расширением спектра 

Аришин Илья Васильевич, НИУ МИЭТ 

11:30-12:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников 

7 12:00-12:15 Особенности проектирования (выбора) операционных усилителей 

для дискретно-аналоговых фильтров на переключаемых 

конденсаторах 

Кузнецов Дмитрий Владимирович, Донской государственный 

технический университет 

8 12:15-12:30 Частотно-модулированный приёмопередатчик 868 МГц  

на отечественной ЭКБ 
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Стародубов Владислав Дмитриевич,  

ООО «ИПК «Электрон-Маш» 

9 12:30-12:45 Исследование влияния частоты импульсов волоконного лазера  

на тепловые процессы селективного лазерного плавления сплава 

Al-Mg-Sc 

Волков Сергей Владиславович, НИУ МИЭТ 

10 12:45-13:00 Автоматизация распределения вычислительных задач  

в гетерогенных вычислительных системах 

Щепухин Денис Олегович, РТУ МИРЭА 

11 13:00-13:15 Экспериментальные исследования универсального дискретно-

аналогового фильтра второго порядка на современной ЭКБ 

Кузнецов Дмитрий Владимирович, Донской государственный 

технический университет 

12 13:15-13:30 Разработка схем управления питанием GaN СВЧ-усилителей 

мощности на основе отечественных технологических процессов 

Сидоров Денис Николаевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш» 

13 13:30-13:45 Разработка предварительного усилителя мощности  

СВЧ-диапазона для базовых станций 5G на отечественной 

электронной компонентной базе 

Евлампьев Андрей Юрьевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш» 

14 13:45-14:00 Математическая модель электростатического крепёжного 

устройства для оборудования по производству электронной 

компонентной базы 

Трактирщиков Виктор Сергеевич, НИУ МИЭТ 

14:00-15:00 Обед 

1 15:00-15:15 Разработка КМОП преобразователя сигнала для безметочного 

детектирования маркеров заболеваний на основе 

импедансометрии 

Лазарев Артём Андреевич, ИНМЭ РАН 

2 15:15-15:30 Использование фемтосекундного лазера для скрайбирования 

кристаллов β-Ga2O3 с последующим скалыванием 

Кузьмин Роман Александрович, Университет ИТМО 

3 

15:30-15:45 

Исследование процессов формирования медной коммутации  

на поверхности заготовок из различных высоконаполненных 

формовочных компаундов посредством микрообработки 

инфракрасным наносекундным лазером 

Беляков Игорь Андреевич, НИУ МИЭТ 

4 

15:45-16:00 

Обзор основных конструктивных решений, применяемых  

в производственном оборудовании для групповой технологии 

установки шариков припоя 
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Кухарь Максим Вадимович, НИУ МИЭТ 

5 

16:00-16:15 

Разработка алгоритма верификации конфигурации ПЛИС 

Журавлёв Владислав Анатольевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

6 

16:15-16:30 

Исследование возможностей создания прототипа геофона  

на основе микромеханических датчиков 

Усов Михаил Игоревич, НИУ МИЭТ 

16:30-17:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников 

7 17:00-17:15 Компенсация дрейфа ионно-чувствительных сенсоров в реальном 

времени методами машинного обучения для задач экспресс-

диагностики 

Головков Максим Вячеславович, ИНМЭ РАН 

8 17:15-17:30 Проектирование HART-модема на основе восстановления 

векторной диаграммы сигнала 

Тарасов Антон Ильич, РТУ МИРЭА 

9 17:30-17:45 Интеграция открытого инструмента статического временного 

анализа в программу логического ресинтеза цифровых СБИС 

Пахомов Леонид Алексеевич, НИУ МИЭТ 

10 17:45-18:00 Особенности контроля перекрёстных помех в мультикристальных 

сборках и микроэлектронных системах в корпусе 

Семёнов Сергей Петрович, НИУ МИЭТ 

11 18:00-18:15 Модулятор Маха-Цендера на TFLN с золотым основанием 

Егоров Павел Александрович, НИУ МИЭТ 

12 18:15-18:30 Блок управления питанием для контроллера PCI Express 

Зайцева Екатерина Сергеевна,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

13 18:30-18:45 Сравнительный анализ методик измерения радиочастотных 

характеристик транзисторов методом переменной нагрузки  

(Load Pull) с учётом импеданса нагрузки и генератора на второй 

гармонике 

Аришина Кристина Николаевна, НИУ МИЭТ 

14 18:45-19:00 Моделирование чувствительных элементов микромеханических 

датчиков  

Зо Йе Хтет, НИУ МИЭТ 

15 19:15 Закрытие Предконференции 

Заочные доклады 

1 Контактное термическое сопротивление 

к.т.н. Криворучко Марк Муратович, НИУ МИЭТ 
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Секция №1 

НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ 

 

Руководитель секции: 

к.т.н. Корнеев Игорь Леонидович 

 

Заместитель руководителя секции: 

к.т.н. Стешенко Владимир Борисович 

 

30.09.2026 

1 
09:00-09:20 

Состояние и перспективы развития системы ГЛОНАСС 

д.т.н. Карутин Сергей Николаевич, АО «ЦНИИмаш» 

2 

09:20-09:40 

Развитие проекта КОНСУЛ в части использования локальной 

системы навигации для позиционирования БПЛА 

к.т.н. Корнеев Игорь Леонидович, АО «НИИМА «Прогресс» 

3 

09:40-10:00 

Развитие проекта КОНСУЛ в части использования локальной 

системы навигации для позиционирования БПЛА 

к.ф.-м.н. Бойко Сергей Николаевич, АО «НИИ КП» 

4 

10:00-10:20 

ОНЛАЙН 

Выбор угла среза для резонаторов высокостабильных 

термостатированных кварцевых генераторов 

к.т.н. Ложников Алексей Олегович, ОНИИП 

5 

10:20-10:40 

Сравнительный анализ и применение современной ЭКБ в модулях 

нейросетевой навигации БПЛА: архитектуры Raspberry Pi 5, RK3588 

и Hi3559 

Терехов Станислав Игорьевич, Золотой Лотос 

6 

10:40-11:00 

Разработка СБИС и модулей фазовых мультисистемных 

приёмников ГНСС 

Якубович Павел Рышардович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 

11:30-11:50 

Исследование надёжности работы процессора с поддержкой 

искусственного интеллекта в орбитальных условиях 

Канкулов Кирилл Жанатович, ООО «СДС» 

8 

11:50-12:10 

Метод цифровой обработки сигналов для точной регистрации 

момента пересечения контрольной отметки по корреляционным 

признакам амплитудно-фазовых параметров сигнала транспондера 

Лобанов Дмитрий Сергеевич, НИЯУ МИФИ 

9 12:10-12:30 Демонстратор однолучевой активной фазированной антенной 

решётки s-диапазона для отработки концепции построения систем 

связи нового поколения 
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к.т.н.Костелецкий Валерий Павлович, ТУСУР 

  Вопросы и обсуждения 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 

09:00-09:20 

Оценка эффективности применения изделий электронной 

компонентной базы в радиоэлектронной аппаратуре космического 

применения 

к.т.н. Стешенко Владимир Борисович,  

АО «Российские космические системы» 

2 

09:20-09:40 

Развитие технологии массового производства квантовых сенсоров и 

перспективы их применения в радиотехнике и навигации 

к.т.н. Гусев Станислав Валентинович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

3 

09:40-10:00 

Проблемы разработки и внесения в реестр ПП РФ № 719  

от 17.07.2015 новых разрабатываемых модулей навигации и связи 

Чикваркин Иван Борисович, АО «НИИМА «Прогресс» 

4 

10:00-10:20 

ОНЛАЙН 

Принципы построения бортового навигационно-управляющего 

вычислителя беспилотной авиационной системы на базе российских 

микропроцессорных и микроконтроллерных платформ 

к.т.н. Трефилов Пётр Михайлович, ИПУ РАН 

5 

10:20-10:40 

Обеспечение испытаний навигационной аппаратуры потребителя  

с антенными решётками: многоканальные имитаторы 

сигналов/помех и испытательные площадки 

к.т.н. Савкин Константин Борисович, 

ГК «Научное оборудование» 

6 

10:40-11:00 

Отечественные СИМ-карты: сложность реализации и перспективы 

развития 

Лебедев Александр Владимирович, НМ-Тех 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 

11:30-11:50 

Подавление ложных целей, обусловленных неоднозначностью  

по дальности, в forward-looking гео-радаре непрерывного 

излучения со ступенчатой перестройкой частоты 

Шлыков Владимир Вячеславович, МФТИ, Физтех 

8 11:50-12:10  Вопросы и обсуждения 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 
09:00-09:20 

Вопросы создания отечественной электронной компонентной базы 

Фефилов Иван Иванович, АО «НИИЭТ» 
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2 

09:20-09:40 

Разработка библиотеки элементов для перспективных бортовых 

ЭВМ 

к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, НИЦ «Курчатовский институт» – 

НИИСИ 

3 

09:40-10:00 

ОНЛАЙН 

Специализированные Системы на кристалл(СнК) для обработки 

данных сенсоров в системах интеллектуальной навигации 

автономного транспорта 

Александров Алексей Валерьевич, АО «НИИМА «Прогресс» 

4 
10:00-10:20 

Компактная всенаправленная сверхширокополосная антенна 

к.т.н. Корышев Олег Владимирович, АО «НИИ КП» 

5 

10:20-10:40 

Приоритезация V2X сообщений в составе модема сотовой связи  

на основе многосенсорной оценки положения и прогнозирования 

пути транспортного средства 

Клоков Владимир Александрович, НИЯУ МИФИ 

 10:40-11:00 Вопросы и обсуждения 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 

11:30-11:50 

Возможности построения перспективного поколения 

навигационных модулей, работающих по сигналам импульсно-

фазовых радионавигационных систем 

д.т.н. Куликов Роман Сергеевич, НИУ МЭИ 

8 

11:50-12:10  

Использование стратосферных и высотных беспилотных 

летательных аппаратов для обеспечения локальной навигации 

Балагурак Анастасия Викторовна, АО «СТРАТОЛИНК» 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №2 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Руководитель секции: 

д.ф.-м.н. Хренов Григорий Юрьевич 

 

Заместители руководителя секции: 

д.т.н. Бычков Игнат Николаевич 

к.т.н. Гаращенко Антон Витальевич 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 

Особенности ассоциативной памяти ППВС «БУРАН» и методы  

её реализации 

д.т.н.Бобков Сергей Геннадьевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

2 09:20-09:40 

Методика сквозного проектирования программно-аппаратных 

комплексов в составе гетерогенных вычислительных систем 

д.т.н. Тарасов Илья Евгеньевич, РТУ МИРЭА 

3 09:40-10:00 

Синтез промежуточных представлений программ  

для проектирования специализированных вычислителей 

к.т.н. Советов Пётр Николаевич, РТУ МИРЭА 

4 10:00-10:20 

Управление топологией массово-параллельных многоядерных 

специализированных вычислителей на ПЛИС на уровне 

регистровых передач 

Дуксин Никита Александрович, РТУ МИРЭА 

5 10:20-10:40 

Использование ИИ в программировании для FPGA на примере 

разработки прототипа инференса LLM 

Сторожилов Илья Владимирович, ООО ОКТ 

6 10:40-11:00 
Эффективная реализация ассоциативной памяти ППВС «БУРАН» 

Климов Аркадий Валентинович, НИЦ «Курчатовский институт» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Текущие результаты и дорожная карта развития процессорных ядер 

на архитектуре RISC-V 

Козлов Александр Владимирович, ООО «Клаудбеар» 

8 11:50-12:10 Система автоматизированного тестирования встроенного 

программного обеспечения на микроконтроллерах 

Рыбкин Сергей Владимирович, ЭРЕМЕКС 

9 12:10-12:30 Особенности системного программного обеспечения  

для высокопроизводительных бортовых вычислительных систем 

роботов на платформе Эльбрус 

д.т.н. Бочаров Никита Алексеевич, АО «МЦСТ» 
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10 12:30-12:50 Аппаратные продукты платформы Эльбрус 

к.т.н. Юрлин Сергей Владимирович, АО «МЦСТ» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Высокоскоростные цифровые и оптические каналы передачи 

данных в высокопроизводительных вычислительных системах: 

задачи тестирования и валидации 

Епифанов Виктор Борисович, АО «Акметрон» 

2 09:20-09:40 SOM-модули как стратегический выбор: как разрабатывать быстрее, 

дешевле, устойчивее к рискам 

Слепов Артём Эдуардович, ИНМИС 

3 09:40-10:00 Прототипирование ASIC DDR-контроллера на FPGA: опыт  

и подходы 

Рассказов Егор Александрович, YADRO 

4 10:00-10:20 Модернизированная микросхема коммутации 

высокопроизводительной системы межпроцессорных обменов 

к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, 

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

5 10:20-10:40 Коммутатор сети для высокопроизводительных вычислений как 

фактор технологической независимости 

Авдеев Максим Петрович, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

6 10:40-11:00 Механизмы обработки ошибок на аппаратном уровне сетевого 

контроллера RDMA RoCEv2 

Кирюшкин Сергей Борисович, СБЕР 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Применение методов машинного обучения с подкреплением  

в функциональной верификации на блочном уровне 

Манеркин Алексей Дмитриевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

– НИИСИ 

8 11:50-12:10  Разработка модулей для высокопроизводительных коммутационных 

СБИС 

Глазунов Егор Владимирович,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

9 12:10-12:30  Применение коммутатора доступа Ethernet для построения 

детерминированных сетей TSN 

Земков Савва Игоревич,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

10 12:30-12:50  Ко-симуляция с использованием FPGA 

Огурцов Александр Андреевич, YADRO 
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13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 ОНЛАЙН 

Оптимизация подсистемы памяти процессоров Эльбрус седьмого 

поколения 

к.т.н. Недбайло Юрий Александрович, АО «МЦСТ» 

2 09:20-09:40 Разработка метода программной диагностики и контроля 

безопасного выполнения критически важных функций  

в высокопроизводительных встраиваемых вычислительных 

системах 

Митяков Илья Анатольевич, НИЯУ МИФИ 

3 09:40-10:00 Структурно-топологическое 

проектированиевысокопроизводительных элементов нейронной 

сети на базе конвейерных матричных умножителей 

к.т.н. Миронов Сергей Эльмарович, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

4 10:00-10:20 Испытания серверов в Лаборатории R&D «РТК-ЦОД» 

Власов Александр Владимирович, РТК-ЦОД 

5 10:20-10:40 Разработка отечественного энергоэффективного микроконтроллера 

К1879ВГ1Т и пользовательского программного обеспечения 

Биконов Дмитрий Владиленович, АО «НТЦ «МОДУЛЬ» 

6 10:40-11:00 ОНЛАЙН 

Выполнение проверки технологических ограничений  

на графических ускорителях с применением библиотеки OpenCL 

Лобанов Игорь Николаевич, МФТИ 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 ОНЛАЙН 

Оптический контроль качества пайки электронных компонентов 

вычислительного модуля при мелкосерийном производстве  

Лобанова Анна Григорьевна, МФТИ 

8 11:50-12:10  Обзор эталонных моделей и моделей покрытия для верификации 

арифметики с плавающей точкой  

к.т.н.Скрипниченко Максим Николаевич, СБЕР 

9 12:10-12:30  Сквозная валидация моделей производительности 

высокопроизводительных вычислительных систем  

к.т.н.Гаращенко Антон Витальевич, СБЕР 

10 12:30-12:50 Поддержка симуляции гетерогенных многопроцессорных систем  

в функциональном симуляторе QEMU 

Сергеев Александр Юрьевич, YADRO 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №3 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ 

 И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

Руководитель секции: 

д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович 

 

Заместители руководителя секции: 

д.т.н., доц., проф. Якунин Алексей Николаевич 

Еремеев Пётр Михайлович 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Принципы построения конвергентных спутниковых радиосистем 

к.ф.-м.н. Лялин Константин Сергеевич, НИУ МИЭТ 

2 09:20-09:40 Оценка требований к сегнетоэлектрическим фазовращателям  

для ФАР абонентских терминалов спутниковой связи 

к.т.н. Мелёшин Юрий Михайлович, НИУ МИЭТ 

3 09:40-10:00 Полосовой СВЧ-фильтр на диэлектрических резонаторах  

с расширенной полосой заграждения 

к.ф.-м.н. Бальва Ярослав Фёдорович, ФИЦ КНЦ СО РАН 

4 10:00-10:20 Разработка и использование российской ЭКБ  

для телекоммуникации и связи применительно к роботизированной 

технике 

д.т.н. Янакова Елена Сергеевна, АО «НПЦ «ЭЛВИС» 

5 10:20-10:40 Обеспечение гарантированной точности навигации ГНСС  

в условиях сложной помеховой обстановки 

Потапов Иван Владимирович, ООО «Микроэлектроника» 

6 10:40-11:00 Интегральные и модульные диаграммообразующие схемы 

многоканальных радиосистем, ключевые характеристики  

и технологии 

к.т.н. Цветков Вадим Константинович, НИУ МИЭТ 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Варианты развития беспроводных сетей SpaceWire 

Гришин Вячеслав Юрьевич, АО «НИИ «Субмикрон» 

8 11:50-12:10 Статистический анализ информационно-управляющих комплексов 

передачи данных в широкой полосе частот 

Орлов Алексей Валерьевич, АО «НИИ «Субмикрон» 

9 12:10-12:30 Цифровая обработка сигналов в микроболометрических  

оптико-электронных системах 

к.т.н. Ракитин Алексей Валерьевич, АО «НИИ «Субмикрон» 
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10 12:30-12:50 Обзор цифровых компонентов и SDR трансиверов китайского 

производства 

Неяскин Константин Вячеславович, АО «Эпсилон» 

11 12:50-13:10 Применение технологий магистральной связи для радиофотоники  

Старых Димитрий Дмитриевич, ООО «Т8» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Проектирование специализированной ЭКБ для управления 

генерацией импульсов в имплантируемых нейростимуляторах 

Силантьев Александр Михайлович, НИУ МИЭТ 

2 09:20-09:40 Проектирование встраиваемых вычислительных систем 

формирования электроимпульсных терапевтических воздействий 

Нестеренко Игорь Валерьевич, НИУ МИЭТ 

3 09:40-10:00 Разработка высокоэффективной системы индуктивной перезарядки 

имплантируемого нейростимулятора с регулируемым напряжением 

питания 

к.т.н. Гуров Константин Олегович, НИУ МИЭТ 

4 10:00-10:20 Разработка и изготовление антенн для радиоэлектронных систем  

с высокой излучаемой мощностью 

Коротаев Никита Александрович, 

АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

5 10:20-10:40 Кластеризованное и разреженное антенное полотно  

для использования в составе малогабаритных АФАР 

к.т.н. Демшевский Валерий Витальевич,  

АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

6 10:40-11:00 Синтез технического облика блока адаптивной маршрутизации для 

узлов сетей воздушной радиосвязи с функцией оценки технических 

рисков 

Печкарев Валентин Алексеевич, ВУНЦ ВВС «ВВА» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Разработка полунатурного стенда-имитатора для тестирования 

АФАР на базе МАП САПР Engee-РТС 

к.т.н. Балакин Дмитрий Александрович,  

ООО «ЦИТМ «Экспонента» 

8 11:50-12:10  Повышение точности контроля тока коммутации в статических 

ключах постоянного тока 

к.т.н. Букашев Фёдор Игоревич,  

АО «Группа компаний «Электронинвест» 
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9 12:10-12:30  Разработка элементов распределённой системы электропитания. 

Вызовы и пути развития 

Торговин Алексей Александрович, АО «ГК «Электронинвест» 

10 12:30-12:50  Описание антенны на основе модулированной метаповерхности 

через множитель антенной решётки 

к.ф.-м.н. Лемберг Константин Вячеславович, ФИЦ КНЦ СО РАН 

11 12:50-13:10 Аддитивные технологии в микроэлектронике и приборостроении 

Антонов Дмитрий Николаевич, ООО «ОНСИНТ» 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Система автоматизированного управления установки электронно-

лучевой литографии 

к.т.н. Терентьев Алексей Игоревич, НИУ МИЭТ 

2 09:20-09:40 Сравнительный анализ производительности современных семейств 

ПЛИС 

Павлов Константин Юрьевич, YADRO 

3 09:40-10:00 Имплантируемые системы нейромодуляции для реабилитационной 

индустрии 

к.т.н. Пожар Кирилл Витольдович, НИУ МИЭТ 

4 10:00-10:20 Резервирование каналов передачи данных Российской орбитальной 

станции с использованием коммерческих спутниковых систем связи 

Шевченко Роман Алексеевич, АО «Микроволновые системы» 

5 10:20-10:40 Синтез конфигурации антенного полотна с помощью эвристических 

методов оптимизации 

Цитович Алексей Александрович,  

АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

6 10:40-11:00 ОНЛАЙН 

Полётный контроллер FPV-БпЛА для решения задач визуальной 

навигации 

Семёнов Александр Валерьевич, СПб ФИЦ РАН 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 ОНЛАЙН 

Архитектура аппаратной платформы ZyLink для систем 

промышленной автоматизации 

к.т.н. Дашевский Владимир Павлович, СПб ФИЦ РАН 

8 11:50-12:10  Обнаружение электронных средств с узкополосными 

преселекторами нелинейным зондированием в реальном времени 

д.т.н.Семёнов Эдуард Валерьевич, Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения Российской академии наук 
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9 12:10-12:30  ОНЛАЙН 

Компенсация влияния стохастических негативных факторов для 

оперативного построения радиолокационных портретов 

космических аппаратов в крупноапертурных РЛС 

к.т.н. Перлов Анатолий Юрьевич, НИУ МИЭТ 

10 12:30-12:50 ОНЛАЙН 

Гибридная система мониторинга подвижных объектов на основе 

технического зрения и сети UWB-радиомодулей 

д.т.н. Кулешов Сергей Викторович, СПб ФИЦ РАН 

13:00-15:00 Обед 
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Секция № 4 

ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Руководитель секции: 

д.т.н., проф. Шелепин Николай Алексеевич 

 

Заместители руководителя секции: 

д.т.н., проф. Путря Михаил Георгиевич 

к.ф.-м.н. Резванов Аскар Анварович 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Итоги мирового рынка полупроводников 2025 и ключевые события 

в крупнейших компаниях 

д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, НИУ МИЭТ 

2 09:20-09:40 Надёжность силовых полупроводниковых приборов паяной 

конструкции: механизмы деградации, методология ресурсных 

испытаний и конструктивно-технологические пути повышения 

ресурса 

Ставцев Александр Валерьевич, АО «Протон-Электротекс» 

3 09:40-10:00 Статус реализации технологии кремниевого интерпозера  

для технологий 2,5D и 3D-интеграции 

Веретенников Денис Александрович, АО «ЗНТЦ» 

4 10:00-10:20 Технология автоматизированной сборки полупроводниковых 

приборов в малогабаритных металлокерамических корпусах 

Пилипец Иван Васильевич, АО «НИИПП» 

5 10:20-10:40 Состав типовой оценочной схемы для комплексного мониторинга 

ключевых механизмов деградации и прогнозирования надёжности 

конечного продукта 

к.т.н. Соловьёв Андрей Владимирович, АО «НИИМЭ» 

6 10:40-11:00 «Тезис-Интехна»: Передовые решения в области ИС смешанных 

сигналов и измерительных систем 

Шерстяных Дмитрий Вадимович, ЗАО «Тезис-Интехна» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Разработка каталитически-сорбционных технологий очистки  

на основе отечественных катализаторов и сорбентов для создания 

регенерируемых финишных очистителей и установок очистки 

к.х.н. Попенко Виталий Фёдорович, ООО «Элточприбор» 

8 11:50-12:10 ОНЛАЙН 

Исследование процесса формирования плёнок силицида титана  

на кремниевых кантилеверах электросиловой микроскопии 
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Соколов Андрей Максимович, АО «Ангстрем» 

9 12:10-12:30 Аддитивное производство функциональных узлов электроники: 

переход от подложки для монтажа к интегрированной топологии 

Юшин Денис Игоревич, РТУ МИРЭА 

10 12:30-12:50 Сравнение эффективности программирования и скорости 

деградации логических состояний структур энергонезависимой 

памяти SONOS, сформированных на базе транзисторов 1,8В и 5В 

Червонный Дмитрий Владимирович, АО «НИИМЭ» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Оптимизация процесса безмасковой фотолитографии  

для изготовления волноводов тонкоплёночного ниобата лития 

Желтиков Владимир Александрович, Сколтех 

2 09:20-09:40 ОНЛАЙН 

Применение оптимальной картографической проекции Чебышёва 

для решения обратных задач фотолитографии 

д.ф.-м.н. Гаранжа Владимир Анатольевич, ФИЦ ИУ РАН 

3 09:40-10:00 Технология использования многоуровневой SRAF оптимизации 

рисунка ФРМ в конвейере ILT в целях расширения окна процесса 

к.ф.-м.н. Фёдоров Игорь Юрьевич, СБЕР 

4 10:00-10:20 Разработка технологии получения профиля позитивного 

фоторезиста с отрицательным углом наклона стенок 

Телеганов Максим Игоревич, OOO «МАППЕР» 

5 10:20-10:40 Исследование оптических характеристик позитивных i-line 

фоторезистов 

Платонов Данил Дмитриевич, OOO «МАППЕР» 

6 10:40-11:00 Влияние пристенного скольжения на заполнение микро-  

и наноразмерных полостей при наноимпринтной литографии 

к.ф.-м.н. Кравченко Игорь Витальевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Исследование процесса плазменного травления α-Si  

для МЭМС-применений 

Соловьёв Анатолий Александрович, OOO «МАППЕР» 

8 11:50-12:10  Разработка и постановка на производстве медной металлизации  

на основе двойного дамасского процесса для КМОП-технологий 

уровня 130–90 нм и ниже 

Игнатьева Анастасия Валерьевна, НМ-Тех 
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9 12:10-12:30  Измерение величины адгезии и механических свойств  

Low-K диэлектриков в технологическом цикле производства 

КМОП-изделий 

Волоховский Александр Дмитриевич, НМ-Тех 

10 12:30-12:50  Применение аддитивных технологий в микроэлектронике 

Лавренов Владимир Александрович, НИУ МИЭТ 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Гетероструктурные AlGaAs/GaAs n-p-n-транзисторы типа АТ701 

для высоковольтной быстродействующей электронной аппаратуры 

Прокофьев Сергей Михайлович, АО «Орбита» 

2 09:20-09:40 Разработка и постановка отечественной высоковольтной  

BCD-технологии для нужд автомобильной электроники  

и беспилотных систем 

Лапин Александр Евгеньевич, НМ-Тех 

3 09:40-10:00 Мощные СВЧ транзисторы АО «НИИЭТ» для средств связи, 

радиолокации и РЭБ 

к.т.н. Семейкин Игорь Валентинович, АО «НИИЭТ» 

4 10:00-10:20 Производство ЭКБ на нитриде галлия на кремнии: практические 

результаты и перспективы 

Шаймарданова Оксана Ринатовна, АО «ЗНТЦ» 

5 10:20-10:40 Особенности конструкции и технологии производства кристаллов 

для кремниевой силовой ЭКБ. Технология лазерного отжига  

и её применение в силовой электронике 

Романов Дмитрий Александрович, ООО «ССТ» 

6 10:40-11:00 Формирование буферного стоп-слоя для кремниевых приборов  

с использованием передовой технологии имплантации, лазерного 

отжига и радиационно-термической обработки 

Вренев Ярослав Андреевич, ООО «ССТ» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Применение полуметаллов для высокочастотных транзисторов 

Дирака 

Желюков Илья Михайлович,  

ООО «Научные приборы и системы» 

8 11:50-12:10  Смена парадигмы: почему SiC вытесняет Si в силовой электронике 

Иванов Владимир Игоревич, ООО «ТТМ» 

9 12:10-12:30 Особенности технологических процессов изготовления 

малошумящих транзисторов на основе AlGaN/GaN  

HEMT X – диапазона частот 
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к.ф.-м.н. Шутов Дмитрий Геннадьевич, АО «НПП «Пульсар» 

10 12:30 - 12:50 Дискуссия 

13:00-15:00 Обед 

Заочные доклады 

1 Процесс электрохимического осаждения для сквозных межсоединений (TSV) – 

ключ к развитию полупроводниковой промышленности 

Суханов Дмитрий Александрович, ООО «Остек-ЭК» 

 

 

Трек обзорно-дискуссионных заседаний 

«Доверенные ПАК и ЭКБ для критической гражданской 

инфраструктуры» 

30 сентября – 2 октября 2026 года, ФТ «Сириус» 

 

Руководитель трека: 

д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 

 

Заместитель руководителя трека: 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

 

Программа находится в стадии разработки 
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Секция №6 

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ 

 

Руководитель секции: 

к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович 

 

Заместитель руководителя секции: 

к.т.н. Куликов Дмитрий Васильевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Методика повышения устойчивости цифрового проекта  

к динамическому IR drop в базисе отечественной технологии 90 нм 

к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович, АО «НИИМЭ» 

2 09:20-09:40 Использование математических моделей при проектировании 

сигма-дельта АЦП  

к.т.н. Куликов Дмитрий Васильевич, АО «НИИМА «Прогресс» 

3 09:40-10:00 Прямые и обратные задачи моделирования элементов 

энергонезависимой памяти ReRAM, FeRAM, MRAM  

д.ф.-м.н. Ревизников Дмитрий Леонидович, ФИЦ ИУ РАН 

4 10:00-10:20 Полнофункциональная система автоматизированного 

проектирования ЭКБ для создания ячеек энергонезависимой памяти 

ReRAM, FeRAM и MRAM  

к.т.н. Гаврилов Евгений Сергеевич, ФИЦ ИУ РАН 

5 10:20-10:40 Модуль параметрической оптимизации топологии СВЧ ИС  

на основе ЭМ моделирования 

к.т.н. Белоусов Антон Олегович, ТУСУР 

6 10:40-11:00 Опыт проектирования СнК в отечественном маршруте разработке 

цифровых СБИС  

к.т.н. Коршунов Андрей Владимирович, МНТЦ МИЭТ 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Подсистема схемотехнического проектирования и библиотеки 

элементов для отечественной САПР СВЧ интегральных схем  

к.т.н.Коколов Андрей Александрович, ТУСУР 

8 11:50-12:10 Разработка независимого от языковой модели САПР приложения 

для генерации кода параметризованных ячеек с возможностью 

адаптации под отечественные продукты  

Тюрин Антон Вячеславович, АО «НИИМЭ» 

9 12:10-12:30 Программное обеспечение для проектирования и управления 

проектами по разработке доверенной ЭКБ 
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Аряшев Сергей Сергеевич, АО «НПЦ СпецЭлектронСистемы» 

10 12:30-12:50 Методы повышения выхода годных печатных плат на этапе 

предпроизводственной подготовки 

Попов Сергей Николаевич, ЭРЕМЕКС 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Развитие инструментов функциональной верификации: 

современные подходы и практический опыт 

Малышев Никита Максимович, ЭРЕМЕКС 

2 09:20-09:40 Программные решения для обеспечения ускорения проектирования 

микроэлектронных изделий 

к.т.н. Калашников Вячеслав Сергеевич, НМ-Тех 

3 09:40-10:00 Демонстратор технологии интеллектуального синтеза цифровых 

СБИС 

к.ф.-м.н.Камкин Александр Сергеевич, ИСП РАН 

4 10:00-10:20 Учёт эффекта подложки, деградации подвижности, насыщения 

скорости и контактных сопротивлений при компактном 

моделировании тока насыщения МОП-транзистора 

к.ф.-м.н.Турин Валентин Олегович, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева 

5 10:20-10:40 Оценка деградации заряда в МОП-транзисторах с плавающим 

затвором при импульсном тепловом воздействии 

к.т.н. Попов Дмитрий Александрович, НИУ ВШЭ 

6 10:40-11:00 Системное моделирование и макетирование как единый этап 

разработки аналоговых трактов радиотехнических систем 

к.т.н. Балакин Дмитрий Александрович, 

ООО ЦИТМ «Экспонента» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Валидация TCAD-модели процесса легирования структур МОПТ 

КНС с толщиной приборного кремния 0,3 мкм по данным измерений 

электрических параметров тестовых транзисторов 

к.т.н. Силкин Денис Сергеевич, НИУ ВШЭ 

8 11:50-12:10  Разработка импортозамещающих программных средств физической 

верификации топологий интегральных схем,  

Михайлов Алексей Сергеевич,  

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

9 12:10-12:30 Маршрут корпусирования цифровых интегральных схем  

с применением технологии проволочного монтажа 

Федоткин Алексей Сергеевич, МФТИ 
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10 12:30-12:50 Особенности реализации программного модуля схемотехнической 

оптимизации в отечественной САПР СВЧ интегральных схем 

к.т.н. Самуилов Александр Андреевич, ТУСУР 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Разработка первой импортонезависимой российской САПР 

цифровых СБИС 

д.т.н. Тельпухов Дмитрий Владимирович, ООО «Альфачип» 

2 09:20-09:40 Базовая версия САПР аналоговых ИС: опыт отечественной 

разработки 

Зинченко Андрей Владимирович, АО «НПО «КИС» 

3 09:40-10:00 Разработка САПР, юридические и координационные вопросы 

разработки в рамках государственного контракта 

Иванова Елена Николаевна, АО «НПО «КИС» 

4 10:00-10:20 Базовая версия САПР сверхвысокочастотных монолитных  

и гибридных интегральных схем 

Когай Алексей Владимирович, АО «НПО «КИС» 

5 10:20-10:40 Исследование и анализ метода снижения энергопотребления 

цифрового проекта на основе применения SRPG элементов  

в базисе технологии КМОП 90 нм 

Копейкин Дмитрий Юрьевич, АО «НИИМЭ» 

6 10:40-11:00 Исследование паразитных стабильных состояний ячеек 

статического ОЗУ 

Переверзев Леонид Евгеньевич, ООО «Альфачип» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Программные инструменты анализа целостности сигналов, падения 

напряжения на шинах питания и электромиграционного эффекта 

для маршрута проектирования цифровых СБИС 

Переверзев Леонид Евгеньевич, ООО «Альфачип» 

8 11:50-12:10  Решение задач обработки топологии и подготовки данных  

для проектирования фотошаблонов 

к.т.н. Рыжова Дарья Игоревна,  

АО «Международный научно-технологический центр МИЭТ» 

9 12:10-12:30 Компактные модели полупроводниковых элементов, учитывающие 

необратимые процессы воздействия ЭСР 

Шмаков Андрей Николаевич, АО «НИИМЭ» 

10 12:30-12:50 Опыт разработки САПР интегральных схем 

д.т.н. Шеховцов Дмитрий Витальевич, НКК 
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Секция №7 

СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ 

 

Руководитель секции: 

к.т.н., доц. Миннебаев Вадим Минхатович 

 

Заместители руководителя секции: 

д.т.н., проф.Панасенко Пётр Васильевич 

к.т.н. Мухин Игорь Игоревич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Особенности разработки и применения синтезаторов частоты 

дециметрового диапазона 

Балобанов Евгений Сергеевич, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

2 09:20-09:40 Малогабаритный пассивный детекторный приёмник C-диапазона 

Богомолов Евгений Сергеевич, АО «Завод «ПРОТОН» 

3 09:40-10:00 Разработка решений для передающих усилительных трактов 

базовых станций LTE/5G с применением отечественной ЭКБ 

Долгов Сергей Петрович, ООО «НПП «Радар-Прибор» 

4 10:00-10:20 Результаты исследования разогрева мощных СВЧ МИС  

в импульсных режимах работы 

Дудинов Константин Владимирович,  

АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

5 10:20-10:40 Технологический маршрут GaN-on-Si 0,25 мкм для малосерийного 

контрактного производства СВЧ МИС: параметрическая проверка, 

схемная верификация и первый MPW-запуск  

к.ф.-м.н. Занавескин Максим Леонидович,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

6 10:40-11:00 Разработка интегральных микросхем на нитриде галлия  

на технологическом процессе GaN/SiC с топологической нормой 

0,25 мкм в АО «ОКБ-Планета» 

к.т.н. Желаннов Андрей Валерьевич, АО «ОКБ Планета» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Разработка набора инструментов проектирования (PDK) СВЧ МИС 

на основе технологии GaAs pHEMT-0,25 

Осипов Андрей Михайлович, ЗАО «НПП «Планета-Аргалл» 

8 11:50-12:10 Малошумящий AlGaN/GaN HEMT X-диапазона с повышенной 

устойчивостью к уровню входной мощности 

к.ф.-м.н. Торхов Николай Анатольевич, АО «НПП «Пульсар» 



 

41 

 

9 12:10-12:30 Модели СВЧ-транзисторов в современных комплексных 

инструментах проектирования GaN-усилителей 

к.т.н. Попов Артём Александрович, 50ohm Technologies 

10 12:30-12:50 Разработка перспективной отечественной технологии изготовления 

транзисторов мм-диапазона длин волн с ft более 100 ГГц 

Иванова Наталья Евгеньевна, Отделение СВЧПЭ  

им. В.Г. Мокерова НИЦ «Курчатовский институт» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Автоматизированный измерительный комплекс для исследования 

характеристик СВЧ транзисторов на полупроводниковой пластине 

к.т.н. Шеерман Фёдор Иванович, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет 

2 09:20-09:40 Практические особенности при разработке и внедрении  

LOAD-PULL 

Суконкин Сергей Александрович, ООО «ПЛАНАР» 

3 09:40-10:00 Измерение амплитудного шума на этапах разработки  

и производства радиоэлектронных с устройств с применением 

анализатора RSH Tech PSA 

Румянцев Кирилл Викторович, ООО «РШ Тех» 

4 10:00-10:20 Разработка и исследование буферного усилителя мощности  

в диапазоне частот 0,1–2 ГГц на гетероструктурах нитрида галлия 

Калинин Борис Вячеславович, ООО «Микровейв АйСи» 

5 10:20-10:40 Монолитные перестраиваемые полосовые фильтры  

со сверхширокой перестройкой центральной частоты для диапазона 

частот 1,5–40 ГГц. 

Филатов Данила Олегович, ФГУП «НПП «Гамма» 

6 10:40-11:00 Разработка и экспериментальное исследование 6-разрядного 

дискретного фазовращателя S-диапазона на основе 180 нм КМОП 

технологии  

Помазанов Алексей Владимирович, ТУСУР 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Монолитная интегральная схема усилителя мощности X-диапазона 

на основе 0,25 мкм GaN техпроцесса 

Саури Антон Давидович, НИЯУ МИФИ 

8 11:50-12:10  Предельные мощностные характеристики КМОП СВЧ ЭКБ  

для применений в ППМ АФАР X-диапазона частот 

Гусев Сергей Сергеевич, АО «НИИМЭ» 
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9 12:10-12:30 Результаты апробации импортозамещенных материалов  

в серийном производстве модулей СВЧ 

к.т.н. Кузьмина Юлия Васильевна, 

АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

10 12:30-12:50 Разработка СВЧ МИС SPDT-переключателя 

Перепелица Дмитрий Георгиевич,  

ООО «Систематика Консалтинг» 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Разработка ферритового циркулятора для приёмо-передающих 

модулей L-диапазона 

Сковородников Сергей Викторович, СДС-Электроникс 

2 09:20-09:40 Новые технологии в российской акустоэлектронике 

к.т.н. Дорофеева Светлана Сергеевна, ООО «БУТИС»  

3 09:40-10:00 Результаты использования резонаторной структуры для уточнения 

параметров GaAs подложки на примере полосового фильтра  

с фиксированной центральной частотой 

Дрозденко Евгений Сергеевич, ФГУП «НПП «Гамма» 

4 10:00-10:20 Разработка СВЧ-фильтра с использованием технологий 

аддитивного производства 

Ярославский Михаил Игоревич, ООО «СТЦ» 

5 10:20-10:40 ИИ для проектирования СВЧ ИС в 2026 году: от трендов 

к промышленному использованию 

к.т.н. Калентьев Алексей Анатольевич, 50ohm Technologies 

6 10:40-11:00 Внедрение ИИ-агентов для автоматизации подготовки научно-

технической документации предприятий радиоэлектронной отрасли 

к.т.н. Будяков Алексей Сергеевич, ООО «Новые технологии» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Анализ зондирующих сигналов радара с синтезированной 

апертурой антенны пространственно-временным методом 

Лычагин Александр Юрьевич, АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

8 11:50-12:10  Время реагирования как ключевая проблема серийного 

производства 

Халфин Тимур Маликович, ООО «БУТИС» 

9 12:10-12:30 Сравнительный анализ точности расчёта копланарных линий 

передачи для СВЧ МИС: 2D BEM -инструмента и полноволнового 

3D-симулятора ANSYS HFSS 

Кухарук Вячеслав Степанович, ЭРЕМЕКС 

13:00-15:00 Обед 
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Заочные доклады 

1 Монтаж СВЧ-кристаллов – как сохранить воздушные мосты 

Воробьёв Сергей Александрович, ООО «Остек – ЭК» 
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Секция №8 

МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ 

 

Руководитель секции: 

д.т.н., проф. Тимошенков Сергей Петрович 

 

Заместитель руководителя секции: 

к.ф.-м.н. Дюжев Николай Алексеевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Разработка и развитие многофункциональных МЭМС 

д.т.н. Тимошенков Сергей Петрович, НИУ «МИЭТ» 

2 09:20-09:40 Исследование и разработка технологии инкапсуляции МЭМС 

элементов в слоях кремниевой пластины 

к.т.н. Коломийцев Алексей Сергеевич, Южный федеральный 

университет 

3 09:40-10:00 Технологические аспекты формирования герметизируемого объёма 

для применения в МЭМС 

Юркин Никита Олегович, OOO «МАППЕР» 

4 10:00-10:20 Калориметрические сенсоры для использования в тяжёлых условиях 

эксплуатации 

к.т.н. Самотаев Николай Николаевич, НИЯУ МИФИ 

5 10:20-10:40 Вывод контактов через стекло (TGV) в инерциальных МЭМС 

к.т.н. Фёдоров Максим Вячеславович, АО «ГИРООПТИКА» 

6 10:40-11:00 Корпусирование МЭМС-кристаллов на основе анодированных 

алюминиевых подложек 

к.т.н. Соловьёв АлександрАнатольевич, РТУ МИРЭА 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Современный уровень и перспективы развития датчиков индукции 

магнитного поля АО «ЗНТЦ» на основе анизотропных 

магниторезистивных преобразователей 

к.т.н. Полевиков Валерий Викторович, АО «ЗНТЦ» 

8 11:50-12:10 Бесконтактные датчики тока ЗНТЦ 

Бычков Алексей Анатольевич, АО «ЗНТЦ» 

9 12:10-12:30 Разработка метода герметизации отверстий поликристаллическим 

кремнием при инкапсуляции МЭМС-структур 

к.т.н. Петрова Софья Владимировна, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ЮФУ 

10 12:30-12:50 Влияние размера рабочей камеры на перемещение и развиваемую 

силу взрывного актюатора 
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Шлепаков Павел Сергеевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Исследование преломляющей оптики в рентгеновской 

литографиик.ф.-м.н. Дюжев Николай Алексеевич, АО «РЕТИКЛ» 

2 09:20-09:40 Исследование процессов формирования жертвенного слоя оксида 

кремния в технологии тонкоплёночной инкапсуляции МЭМС 

Житяева Юлия Юрьевна, Южный федеральный университет 

3 09:40-10:00 Детекторы ионизирующего излучения и ядерная электроника  

для обработки сигналов 

Решетова Надежда Сергеевна, ООО «СофтЭксперт» 

4 10:00-10:20 Микромеханический СВЧ-переключатель с несколькими 

подвижными электродами 

д.т.н. Уваров Илья Владимирович,  

НИЦ «Курчатовский институт», ЯрГУ им. П. Г. Демидова 

5 10:20-10:40 Разработка гидроакустического модуля на основе 

электрохимического преобразователя 

к.ф.-м.н. Криштоп Владимир Григорьевич, АО «ИнфоТеКС» 

6 10:40-11:00 Установка УМКА для автоматического монтажа 

полупроводниковых кристаллов и её применение при производстве 

МЭМС 

Лисов Владимир Станиславович, Совтест АТЕ 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Квантовая магнитометрия на основе датчиков  

из монокристаллических алмазных пластин с NV-центрами 

д.ф.-м.н. Есеев Марат Каналбекович, Северный Арктический 

федеральный университет 

8 11:50-12:10  Исследование устойчивости диэлектрической мембраны  

МЭМС-преобразователя состава газа с использованием 

измерительных и расчётных методов 

Николаева Анастасия Владимировна,  

НПК «Технологический центр» 

9 12:10-12:30 Двухпараметрический кремниевый сенсор фазового перехода 

жидкость-лёд и её температуры 

к.ф.-м.н. Воронова Наталья Владимировна, АО «НИИМЭ» 

10 12:30-12:50 Магниторезистивный датчик с перпендикулярной 

чувствительностью 

Грушевский Егор Алексеевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

13:00-15:00 Обед 
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02.10.2026 

1 09:00-09:20 ОНЛАЙН 

Разработка микроэлектронного сенсора давления с использованием 

технологии тонкоплёночных термопар 

к.ф.-м.н. Чиненков Максим Юрьевич, НИУ МИЭТ 

2 09:20-09:40 Способ пассивной температурной компенсации смещения нуля 

сенсора давления (варианты) 

Прокофьев Сергей Михайлович, АО «Орбита» 

3 09:40-10:00 ОНЛАЙН 

Проектирование и системное моделирование МЭМС-гироскопа  

с частотным выходом на основе методов синтеза моделей 

пониженного порядка 

к.ф.-м.н. Лукин Алексей Вячеславович, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого 

4 10:00-10:20 Подавление низкочастотных шумов считывания пьезорезистивных 

полимерных композитов: роль межфазной поляризации Максвелла 

– Вагнера – Силларса 

Братьков Станислав Дмитриевич, РТУ МИРЭА 

5 10:20-10:40 Перколяция и туннельный пьезорезистивный отклик полимерного 

композита с проводящим наполнителем 

Нетреба Анастасия Юрьевна, РТУ МИРЭА 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №9 

ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Руководитель секции: 

к.т.н. Бирюков Михаил Георгиевич 

 

Заместитель руководителя секции: 

к.ф.-м.н. Алексеев Алексей Николаевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Разработка оборудования для односторонней жидкостной 

химической обработки полупроводниковых пластин с чаком 

Бернулли 

Змеев Сергей Викторович, АО «НИИПП» 

2 09:20-09:40 Система обнаружения конечной точки для процессов химико-

механической планаризации  

Плотников Дмитрий Сергеевич, АО «Нанотроника» 

3 09:40-10:00 Текущий уровень разработки производственно-ориентированного 

отечественного эпитаксиального и планарного оборудования  

для сложных полупроводников  

к.ф.-м.н. Петров Станислав Игоревич, АО «НТО» 

4 10:00-10:20 Установка эпитаксии карбида кремния на подложках карбида 

кремния диаметром 150 мм методом химического газофазного 

осаждения (CVD)  

д.т.н. Бородин Владимир Алексеевич, АО «ЭЗАН» 

5 10:20-10:40 Элементная база газосмесительных систем и системы 

автоматического управления современного газофазного 

эпитаксиального оборудования: требования и возможности 

к.ф.-м.н. Заварин Евгений Евгеньевич,  

НТЦ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ РАН 

6 10:40-11:00 Отечественные устройства подачи парогазовых смесей  

в специальное технологическое оборудование  

к.т.н. Сажнев Сергей Викторович, ООО «Элточприбор» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Высокоразрешающая рентгеновская литография с использованием 

преломляющей оптики на основе составных линз Френеля 

д.т.н. Аваков Сергей Мирзоевич, ОАО «Планар» 

8 11:50-12:10 Разработка установки электронно-лучевой литографии  

с проектными нормами 150 нм  

Лебедева Наталия Ивановна, АО «НПП «ЭСТО» 
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9 12:10-12:30 Сравнительный анализ технологий мультилучевых электронно-

лучевых систем литографии для малосерийного производства 

микроэлектроники 

Дорофеев  Владислав Петрович,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

10 12:30-12:50 Современные системы безмасковой 2D- и 3D-литографии  

к.т.н. Мандрик Иван Владимирович, Диполь 

11 12:50-13:10 Обзор оборудования для декапсуляции и анализа отказов 

электронных компонентов на примере изделий отечественного 

производства в корпусах SOT-23, SOT-89, SOT-323, SOD-323  

и TO-92 

Боровков Сергей Николаевич, ООО «ИТЦ «Затвор» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Повышение воспроизводимости высокотемпературных процессов  

в производстве микроэлектроники за счёт современного 

оборудования 

Зюбер Денис Игоревич, ООО «САВТЭК» 

2 09:20-09:40 Основные результаты разработки новых видов технологического 

оборудования  

ЕрицянГеоргийСпартакович, АО «НИИТМ» 

3 09:40-10:00 Статус разработки ионных ускорителей для среднетокового  

и высокоэнергетического имплантеров  

к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич, ИЯФ 

4 10:00-10:20 Базовые технологические процессы, реализуемые на линейке 

серийного отечественного технологического оборудования  

для производства ЭКБ  

НовиковСергейАндреевич, АО «НТО» 

5 10:20-10:40 Современное вакуумное оборудование для нанесения тонких плёнок 

различных материалов методами физического распыления (PVD)  

к.х.н. Овцын Александр Андреевич, АО «НИИТМ» 

6 10:40-11:00 Система машинного зрения для формирования цифровой карты 

заполненности кассеты полупроводниковых пластин 

ЧелапкинДанилГеннадьевич, АО «НПП «ЭСТО» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Установка анодной посадки  

Прокофьев Сергей Михайлович, АО «Орбита» 

8 11:50-12:10 Разработка системы лазерного термического отжига структур 

Ni/SiC для формирования омических контактов  
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Афонюшкин Андрей Андреевич, Лазерный центр 

9 12:10-12:30 Автоматизированные модули загрузки-выгрузки, транспортные 

системы. Установки автоматизированного контроля пластин на их 

базе 

Воробьёв Иван Александрович, GN tech 

10 12:30-12:50 Силовая электроника на основе нитрида галлия: проект 

модернизации кристального производства  

Соболев Александр Михайлович, АО «Контракт Холдинг» 

11 12:50-13:10 Камера локального обеспыливания для контроля и измерений 

кремниевых пластин 200 мм 

Богословский Вячеслав Александрович, ООО «ИТЦ «Затвор» 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Физико-математическое описание особенностей работы атомно-

силового микроскопа применительно к решению задач метрологии 

и инспекции в микроэлектронной отрасли 

к.ф.-м.н. Трусов Михаил Александрович,  

ООО «Активная фотоника» 

2 09:20-09:40 Разработка растрового электронного микроскопа: от концепции  

до получения изображения 

Гордиенко Александр Максимович, АО «Нанотроника» 

3 09:40-10:00 Обеспечение точности позиционирования ±1,5 мкм  

в автоматических зондовых станциях для пластин диаметром  

до 300 мм 

Малышев Роман Анатольевич, Совтест АТЕ 

4 10:00-10:20 Система обеспечения единства измерений комплексных 

коэффициентов отражения и комплексных коэффициентов передачи 

микроэлектронных структур на пластине в диапазоне частот до 110 

ГГц 

д.т.н. Малай Иван Михайлович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

5 10:20-10:40 Импортозамещение компонентов и оборудования в производстве 

ультрачистой воды. Практические результаты внедрения ГОСТ Р 

71994-2025: опыт первого года 

Сафонова Дарья Андреевна, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» 

6 10:40-11:00 Современное оборудование межоперационного контроля  

для кристального производства 

Новожилов Илья Андреевич, Диполь 

11:00-11:30 Кофе-брейк 
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7 11:30-11:50 Проект по организации производства оборудования  

для производства многослойных керамических компонентов  

по технологиям LTCC/HTCC в РФ 

Хохлун Андрей Ростиславович, ООО «Акмикротех» 

8 11:50-12:10  ОНЛАЙН 

Применение корреляционных методов для диагностики 

проволочных соединений 

к.т.н. Голицын Александр Андреевич,  

Институт физики полупроводников СО РАН 

9 12:10-12:30  Разработка отечественного оборудования для проведения 

электрохимических процессов 

Запетляев Валентин Михаилович, ТБС 

10 12:30-12:50 Метрологический суверенитет микроэлектроники:  

от лабораторных СЗМ к промышленному контролю на пластинах до 

300 мм 

Дроботов Дмитрий Дмитриевич, ООО «Активная фотоника» 

11 12:50-13:10 Эффективный контроль параметров ЭКБ в интервале температур 

Глазунов Роман Вячеславович, ООО «ОТК», T°Lab 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №10 

НЕЙРОМОРФНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Руководитель секции: 

к.т.н. Тельминов Олег Александрович 

 

Заместители руководителя секции: 

д.т.н., проф. Ронжин Андрей Леонидович 

д.т.н. Мещеряков Роман Валерьевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Российский нейроморфный процессор: текущий статус  

и ближайшие перспективы 

д.ф.-м.н. Дёмин Вячеслав Александрович,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

2 09:20-09:40 Нейрогибридные системы: технологии «Мозг-на-чипе»  

и нейроуправление 

д.ф.-м.н. Казанцев Виктор Борисович,  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

3 09:40-10:00 На пути к опытно-промышленной технологии мемристорной памяти 

и вычислений в памяти 

к.ф.-м.н. Михайлов Алексей Николаевич, 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

4 10:00-10:20 Гетерогенная вычислительная система управления платформой 

сервисного обслуживания сельскохозяйственных беспилотных 

летательных аппаратов  

д.т.н. Ронжин Андрей Леонидович, СПб ФИЦ РАН 

5 10:20-10:40 Критерии оценивания программно-аппаратных платформ, 

реализующих нейроморфные вычисления и технологии 

искусственного интеллекта  

д.т.н. Мещеряков Роман Валерьевич, ИПУ РАН 

6 10:40-11:00 Применение технологий искусственного интеллекта в системе 

автоматизированного проектирования для создания ячеек 

энергонезависимой памяти ReRAM, FeRAM и MRAM 

д.ф.-м.н. Абгарян Каринэ Карленовна, ФИЦ ИУ РАН 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Термодинамические основы отказоустойчивости мультибитной 

резистивной памяти, предназначенной для реализации «вычислений 
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в памяти» в нейроморфных архитектурах 

д.ф.-м.н.Андреева Наталья Владимировна, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

8 11:50-12:10 Аппаратная реализация аналоговой свёрточной нейронной сети  

с обучением методом обратного распространения ошибки на основе 

базовых функциональных блоков 

д.т.н. Рындин Евгений Адальбертович, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

9 12:10-12:30 Безкалибровочные стохастические вычисления на основе SOT-MTJ 

устройств для применения в системах с периферийным 

искусственным интеллектом 

д.ф.-м.н. Самардак Александр Сергеевич,  

Дальневосточный федеральный университет 

10 12:30-12:50 Технология формирования мемристивных структур нейроморфных 

интегральных схем на промышленной линии компании Росатом 

Квантовые технологии 

Салынский Николай Алексеевич,  

«Росатом. Квантовые технологии» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Аналоговые оптические ускорители для задач искусственного 

интеллекта 

к.ф.-м.н. Страупе Станислав Сергеевич, СБЕР 

2 09:20-09:40 Биоморфные роботы на основе модульных шагающих движителей 

д.т.н. Горобцов Александр Сергеевич, ВолГТУ 

3 09:40-10:00 ОНЛАЙН 

Ключевые аспекты разработки программного стека 

специализированных тензорных ускорителей 

к.т.н.Ефимов Евгений Николаевич, ХайТэк LinQ 

4 10:00-10:20 Программно-аппаратное моделирование искусственных нейронных 

сетей на макете вычислительного ядра на базе мемристоров 

к.т.н.Щаников Сергей Андреевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

5 10:20-10:40 Нейроморфные вычисления «в сенсоре» на базе органических  

и гибридных мемристоров 

к.ф.-м.н. Емельянов Андрей Вячеславович,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

6 10:40-11:00 Стабильность электрофизических характеристик и синаптических 

функций при механическом изгибе кроссбар-массивов мемристоров 

на основе парилена 

к.ф.-м.н. Швецов Борис Сергеевич, 

НИЦ «Курчатовский институт» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 
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7 11:30-11:50 Прозрачные мемристорные структуры на основе оксида титана  

для нейроморфных систем искусственного зрения 

к.т.н. Смирнов Владимир Александрович,  

Южный федеральный университет 

8 11:50-12:10  Разработка библиотеки для инференса нейронных сетей  

на аналоговых платформах,  

к.т.н. Щепетов Денис Сергеевич, ФИЦ ИУ РАН 

9 12:10-12:30 Резистивное переключение мемристоров на основе слоёв LiNbO3 

и нанокомпозита Tix(LiNbO3)100-x с функциональным электродом из 

3d-металла  

к.ф.-м.н. Николаев Сергей Николаевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

10 12:30-12:45 Синаптическая пластичность нейроподобных мемристивных 

структур на основе тонких плёнок BaTiO3 для аппаратной 

реализации in-sensing систем ИИ 

к.т.н. Томинов Роман Викторович, Южный федеральный 

университет 

11 12:45-13:00 Синтез тонких плёнок LiNbO3 и BaTiO3 для нейроморфных 

применений 

к.т.н. Вакулов Захар Евгеньевич, 

Южный федеральный университет 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 

09:00 - 09:15 

Применение мемристорных нейроморфных вычислительных 

архитектур для детектирования изменённых состояний человека по 

речевому сигналу 

к.ф.-м.н. Демарева Валерия Алексеевна,  

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

2 

09:15 - 09:30 

Гибридные квантово-классические нейронные сети для анализа 

поверхностных дефектов в материалах  

к.ф.-м.н. Бастракова Марина Валерьевна,  

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

3 

09:30 - 09:45 

Численное моделирование токовых состояний нитридных 

мемристоров кинетическим методом Монте-Карло  

к.ф.-м.н. Чернодубов Даниил Андреевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

4 

09:45 - 10:00 

Детекция болевого ощущения по вызванным потенциалам спинного 

мозга методами машинного обучения  

к.ф.-м.н. Рябкин Дмитрий Игоревич, НИУ МИЭТ 
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5 

10:00 - 10:15 

Комбинированный метод обработки сжатых данных  

по Хаффману-Бенфорду  

к.т.н. Краснюк Андрей Анатольевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

6 

10:15-10:30 

Нейроморфный процессор «Алтай-3» для энергоэффективного 

исполнения искусственных нейронных сетей  

Канглер Валерий Михайлович, ООО «МОТИВ НТ» 

7 

10:30-10:45 

ОНЛАЙН 

Перспективы применения квантовых технологий для определения 

авторского инварианта текстовых документов 

Труханович Илья Александрович, Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники 

8 

10:45-11:00 

Подход сквозного проектирования вычислительной системы  

от гибридной элементной базы до поведения робота  

к.т.н. Тельминов Олег Александрович, АО «НИИМЭ» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

9 11:30-11:45 Помехоустойчивая классификация на основе гибридных квантово-

классических нейронных сетей 

д.ф.-м.н. Иванченко Михаил Васильевич,  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

10 11:45-12:00 Современные подходы в реализации Vision Transformer  

для аппаратного ускорения нейронных сетей на ПЛИС 

к.т.н. Золотарев Алексей Алексеевич, РТУ МИРЭА 

11 12:00-12:15 Перспективы отрицательного дифференциального сопротивления  

в углеродных наностенках для нейроморфных вычислений  

к.ф.-м.н. Чернодубов Даниил Андреевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

12 12:15-12:30 ОНЛАЙН 

Память нейросети: семантика моделей Элмана-Джордана 

рекуррентной сети, ограниченная машина Больцмана, резервуарные 

вычисления 

к.ф.-м.н. Матюшкин Игорь Валерьевич, АО «НИИМЭ» 

13 12:30-12:45 ОНЛАЙН 

Повышение эффективности предсказания задержки критического 

пути с помощью эмбеддингов числовых признаков  

при ограниченном объёме обучающей выборки  

Дашиев Максим Вадимович,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

14 12:45-13:00 ОНЛАЙН 

Методология и средства разработки решений на основе краевого 
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искусственного интеллекта с выполнением на программируемой 

логике  

Алябьев Константин Александрович, Университет ИТМО 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №11 

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Руководитель секции: 

академик РАН, д.ф.-м.н., проф. Горбацевич Александр Алексеевич 

 

Заместители руководителя секции: 

д.ф.-м.н. Богданов Юрий Иванович 

к.т.н. Глейм Артур Викторович 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Перспективы использования квантовых коммуникаций 

Одиноков Алексей Васильевич, АНО ЦРКТ 

2 09:20-09:40 Квантовые космические коммуникации 

д.ф.-м.н. Кулик Сергей Павлович, МГУ им. М.В. Ломоносова 

3 09:40-10:00 Современные тенденции развития высокоскоростных линий 

лазерной связи и технологии генерации квантовых ключей 

к.т.н. Мурашкин Вячеслав Владимирович, АО «НПК «СПП» 

4 10:00-10:20 ОНЛАЙН 

Орбитальные лаборатории МКА «Импульс-1» и ПН «Маяк»: 

Технические барьеры на пути к квантовому распределению 

ключей из космоса 

Левашов Сергей Дмитриевич, КуСпэйс Технологии 

5 10:20-10:40 Практический опыт ООО «СТЦ» в создании и эксплуатации 

группировок малых космических аппаратов 

Боровлев Иван Юрьевич, ООО «СТЦ» 

6 10:40-11:00 Квантовая угроза. Актуальное состояние и перспективы 

к.ф.-м.н. Науменко Антон Павлович, ООО «СФБ Лаб» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 

11:30-11:50 

Системы квантового распределения ключей в свободном 

пространстве с использованием квантовых состояний 

орбитального углового момента 

к.ф.-м.н. Сыч Денис Васильевич,  

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 

8 
11:50-12:10 

Услуги и сервисы Магистральной квантовой сети 

Соколов Владислав Валерьевич, ОАО «РЖД» 

9 

12:10-12:30 

Разработка устройства сопряжения мультивендорной 

магистральной сети квантового распределения ключей 

Крамской Николай Николаевич, ООО «СТЦ» 

10 12:30-12:50 Сети квантового распределения ключей для интернета вещей 
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к.ф.-м.н. Егоров Владимир Ильич,  

ООО «СМАРТС-Кванттелеком» 

13:00-15:00 Обед 

11 15:00-15:20 Преодоление экономического барьера на пути трансфера 

технологии КРК: от городских сетей до космических платформ 

к.ф.-м.н. Шаховой Роман Алексеевич, КуРэйт 

12 15:20-15:40 Межуниверситетская квантовая сеть: текущее состояние  

и перспективы развития 

к.ф.-м.н. Велихов Василий Евгеньевич,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

13 15:40-16:00 Мировой опыт стандартизации квантовых сетей 

Ханенков Сергей Вячеславович, ПАО Ростелеком 

14 16:00-16:20 Перспективы развития сервисно-ориентированных сетей 

квантового распределения ключей для защищённой цифровой 

инфраструктуры 

Сантьев Алексей Альбертович, ООО «СМАРТС-Кванттелеком» 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Докладчик уточняется 

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 

2 09:20-09:40 Квантовые вычисления с одиночными нейтральными атомами: 

статус и перспективы масштабирования 

к.ф.-м.н. Страупе Станислав Сергеевич, СБЕР 

3 09:40-10:00 Масштабирование квантовых вычислений на основе ионов  

в ловушках 

к.ф.-м.н. Лахманский Кирилл Евгеньевич, РКЦ 

4 10:00-10:20 Квантовый кудитный вычислитель на основе ионов 171Yb+ 

к.ф.-м.н. Заливако Илья Владимирович, Физический институт 

им. П. Н. Лебедева РАН 

5 10:20-10:40 Разработка квантовых компьютеров на нейтральных атомах 

рубидия и иттербия 

к.ф.-м.н. Головизин Артём Алексеевич, ФИАН 

6 10:40-11:00 Circuit-QED симулятор расширенной модели Бозе–Хаббарда  

для квантовой спиновой динамики 

к.ф.-м.н. Дудинец Иван Васильевич,  

Российский Квантовый Центр 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Защита сверхпроводниковых кубитов от релаксации на основе 

связанных состояний в континууме 
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д.ф.-м.н. Горбацевич Александр Алексеевич,  

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 

8 11:50-12:10  Высокоточный контроль оптических квантовых чипов 

д.ф.-м.н. Богданов Юрий Иванович,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

9 12:10-12:30 Фундаментальные ограничения на приготовление состояний 

кубита 

д.ф.-м.н. Печень Александр Николаевич, МИАН 

10 12:30-12:50 HUBO-формулировка задачи коммивояжёра: сжатие квантовых 

цепей и ускорение DCQO 

к.ф.-м.н. Ремнев Михаил Анатольевич, Cloud.ru 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:30 Сенсоры на основе центров окраски в алмазе 

д.ф.-м.н. Акимов Алексей Владимирович,  

Российский квантовый центр 

2 09:30-10:00 Внутрирезонаторные частотные гребёнки и квантовое сжатие  

в оптических микрорезонаторах  

д.ф.-м.н. Биленко Игорь Антонович,  

Российский квантовый центр 

3 10:00-10:30 

 

Высокоиндуктивные среды в квантовых устройствах 

к.ф.-м.н. Малеева Наталия Андреевна, Университет МИСИС 

4 10:30-10:50 Разработка сверхкомпактного цифрового лазерного гироскопа 

к.ф.-м.н. Сошенко Владимир Владимирович, ФИАН 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

 11:30-11:50 Оптическая атомная магнитометрия для высокочувствительных 

измерений в условиях магнитного поля Земли 

к.ф.-м.н. Бражников Денис Викторович, СО РАН 

 11:50-12:10  Аппаратно-программные решения обнаружения и характеризации 

ОДМР-определяемых одиночных и групповых дефектов  

для создания квантовых зондов на основе NV-центров в алмазе 

Веселовский Роман Александрович, НИЯУ МИФИ 

 12:10-12:30 Использование провала Манделя для квантовой фотометрии 

Мещеряков Всеволод Алексеевич, ИЦН МФТИ 

 12:30-12:50 Применение ультракоротких лазерных импульсов в оборудовании 

квантового распределения ключей 

к.ф.-м.н. Попов Владимир Геннадьевич, АО «ИнфоТеКС» 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №12.1 

ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ. 

ОПТО- И ФОТОЭЛЕКТРОНИКА 

 

Руководитель секции: 

д.т.н., проф. Попов Сергей Викторович 

 

Заместитель руководителя секции: 

д.ф.-м.н., доц. Якушев Максим Витальевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Сверхрешётки второго рода для оптоэлектронных применений: 

эпитаксиальное выращивание, структура и оптические свойства 

д.ф.-м.н. Кривобок Владимир Святославович, ФИАН 

2 09:20-09:40 Квантово-каскадные детекторы для спектрального диапазона 8 мкм 

к.ф.-м.н. Дюделев Владислав Викторович,  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

3 09:40-10:00 Характеристики поглощения ИК излучения МЭМС-структурой 

микроболометрического матричного детектора 

Шилейко Никита Аркадьевич, АО «ОКБ «Астрон» 

4 10:00-10:20 Криостатирование: современные решения и тенденции. Разработка 

МКС типа «Сплит-Стирлинг» 

Оганесян Николайос Норикович, АО «ОКБ «Астрон» 

5 10:20-10:40 Исследование времени жизни OLED структур и характерные 

особенности для прогнозирования срока службы устройств 

к.т.н. Нуриев Александр Вадимович, АО «ЦНИИ «ЦИКЛОН» 

6 10:40-11:00 Численное моделирование характеристик тепловой пеленгации 

оптического канала с ФПУ на основе микроболометрических 

матричных детекторов 

Соколов Константин Владимирович, АО «ОКБ «Астрон» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Анализ коэффициента ИК-поглощения в неохлаждаемых 

микроболометрических приёмниках ИК-излучения 

Ткаченко Алексей Вячеславович, OOO «МАППЕР» 

8 11:50-12:10 Прицельная система для круглосуточного наблюдения  

без перепристрелки 

Агринский Михаил Владимирович, АО «ОКБ «Астрон» 

9 12:10-12:30 Эволюционный спринт: от простой «тепловизионной гляделки» к 

комплексу дальней тепловизионной разведки 

к.т.н. Шатунов Дмитрий Юрьевич, АО «ОКБ «Астрон» 
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10 12:30-12:50 Современный уровень отечественных технологий формирования  

и активации тонкоплёночного геттера для неохлаждаемых 

матричных микроболометрических детекторов 

Бетрозов Сослан Батразович, АО «ОКБ «Астрон» 

13:00-15:00 Обед 

11 15:00-15:20 Гетерогенные технологии планарной фотоники 

к.ф.-м.н. Тархов Михаил Александрович,  

Институт Нанотехнологий микроэлектроники РАН 

12 15:20-15:40 Расчётно-экспериментальная оценка влияния криогенных 

температур на электрические параметры матричных  

ИС считывания КНИ 0,35 

Болтунов Денис Владимирович,  

НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

13 15:40-16:00 Сверхбыстродействующие фотоприемники терагерцового и 

инфракрасного диапазонов на основе графена  

Свинцов Дмитрий Александрович,  

НЦМУ «Центр перспективной микроэлектроники» 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Современное состояние исследований и разработок в области 

матричных фотосенсоров на основе коллоидных квантовых точек 

к.х.н. Попов Виктор Сергеевич, АО «НПО «Орион» 

2 09:20-09:40 Разработка ультрафиолетового дефектоскопа с электронно-

оптическим преобразователем на основе алмазного фотокатода 

Саченков Василий Алексеевич, АО «Завод ПРОТОН» 

3 09:40-10:00 Расчётно-технологический подход оценки разрешающей 

способности матричного фотоприёмника 

к.т.н. Четвергов Михаил Владимирович, АО «НПП «ЭЛАР» 

4 10:00-10:20 Сегментные дисплеи на основе галогенидных перовскитов 

Меш Максим Владимирович, АО «СКТБ Кольцова» 

5 10:20-10:40 Постростовая обработка HgCdTe/CdZnTe гетероструктур 

жидкофазного синтеза для создания матричных фотодетекторов ИК 

диапазона 

к.т.н. Трофимов Александр Александрович, АО «НПО «Орион» 

6 10:40-11:00 Планаризация интегральных схем для повышения совместимости 

технологии при создании фотосенсоров на основе низкоразмерных 

структур 

Кондрахин Александр Сергеевич, АО «НПО «Орион» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 
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7 11:30-11:45 Зависимость характеристик длинноволнового  

QWIP-фотоприёмника от температуры охлаждения 

Трухачёв Антон Владимирович, АО «НПО «Орион» 

8 11:45-12:00 Малогабаритная микрокриогенная система для МФПУ  

с повышенной рабочей температурой фоточувствительных 

элементов 

к.т.н. Некрасов Глеб Игоревич, АО «НПО «Орион» 

9 12:00-12:15 Разработка новых методов формирования и пассивации 

фоточувствительных структур на основе InSb 

к.т.н. Мирофянченко Андрей Евгеньевич, АО «НПО «Орион» 

10 12:15-12:30 ОНЛАЙН 

Применение методов рентгеновской топографии и дифрактометрии 

высокого разрешения для исследования микродефектов  

в антимониде индия 

к.т.н. Мирофянченко Екатерина Васильевна,  

АО «НПО «Орион» 

11 12:30-12:45 Особенности геометрии микроструктуры микроканальной 

пластины и её влияние на электронно-оптические параметры 

Гусалов Азамат Ирбекович, ООО ВТЦ «Баспик» 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Перспективные охлаждаемые матричные фотоприёмные устройства 

средневолнового и длинноволнового диапазона спектра 

д.ф.-м.н. Болтарь Константин Олегович, АО «НПО «Орион» 

2 09:20-09:40 Разработка и проектирование БИС считывания матричных ИК 

фотоприёмников с цифровым выводом сигнала из холодной зоны 

Кузнецов Антон Николаевич, АО «НПО «Орион» 

3 09:40-10:00 Квантовое моделирование конструкции короткопериодных 

сверхрешёток второго типа на основе антимонидов для ИК 

фотоприёмных устройств 

к.ф.-м.н. Климов Евгений Александрович, АО «НПО «Орион» 

4 10:00-10:20 Метод определения координат быстродвижущегося объекта по его 

теневым проекциям на линейных оптико-электронных сенсорах 

к.т.н. Литманович Дмитрий Михайлович, НИУ МИЭТ 

5 10:20-10:40 Термочувствительные материалы для сенсорных элементов 

неохлаждаемых микроболометрических приёмников ИК-излучения 

Рудаков Григорий Александрович, ИНМЭ РАН 

6 10:40-11:00 Влияние облучения быстрыми нейтронами на ватт-амперные 

характеристики гетероструктур AlGaInP с различной шириной 

запрещённой зоны 



 

62 

 

к.т.н. Орлова Ксения Николаевна,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:45 Эпитаксиальный рост барьерно-диодных гетероструктур 

InAsSb/Al(As)Sb для MWIR- и перспективных  

LWIR-фотоприёмников 

Клековкин Алексей Владимирович, ФИАН 

8 11:45-12:00 ОНЛАЙН 

Долговременные источники питания на основе AlGaAs/GaAs, GaInP 

фотоэлектрических преобразователей  

и радиолюминесцентных монокристаллов силиката циркония 

Прудченко Ксения Константиновна, ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

(Ioffe Institute) 

9 12:00-12:15 Перспективы использования микроболометрических ФПУ  

для многозональных оптико-электронных систем 

Шилейко Никита Аркадьевич, АО «ОКБ «Астрон» 

10 12:15-12:30 Обеспечение технологической независимости в области 

охлаждаемых ИК-детекторов: стратегия поэтапной локализации  

и механизмы кооперации с отечественными производителями 

Матузин Евгений Игоревич, ВП ПИТ 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №12.2 

ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОТОНИКА,  

ВОЛОКОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕВХНОЛОГИИ 

 

Руководитель секции: 

к.т.н. Старцев Вадим Валерьевич 

 

Заместитель руководителя секции: 

к.т.н. Наумов Аркадий Валерьевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:30 Фотонные вычисления на основе дизайна дифракционных 

нейронных сетей 

д.т.н. Сойфер Виктор Александрович, Самарский университет 

2 09:30-09:50 Мощные квантово-каскадные лазеры среднего инфракрасного 

диапазона 

д.ф.-м.н. Соколовский Григорий Семёнович,  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

3 09:50-10:10 Кремниевые интерпоузеры – перспективное направление 

проектирования оптоэлектронных приборов 

Певчих Константин Эдуардович,  

АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» 

4 10:10-10:30 Контрактное изготовление фотонных интегральных схем: 

результаты MPW запуска и развития технологий 

к.т.н. Родионов Илья Анатольевич, МГТУ им. Баумана 

5 10:30-10:50 Селективная МОС-гидридная эпитаксия изолирующих слоёв 

фосфида индия для интегральной фотоники среднего ИК диапазона 

к.ф.-м.н. Лундин Всеволод Владимирович,  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

6 11:30-11:45 Оптимизация теплового рассеяния в структурах квантово-

каскадных лазеров 

к.ф.-м.н. Черотченко Евгения Дмитриевна,  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

7 11:45-12:00 Ускорение и удешевление цикла производства ФИС за счёт 

применения машинного зрения в зондовом оптическом 

тестировании. 

к.ф.-м.н. Орликовский Николай Александрович, Сколтех 

8 12:00-12:15 Мощные СЛД спектрального диапазона 1,3–1,6 мкм 
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Штрайх Роберт Сергеевич,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

9 12:15-12:30 ОНЛАЙН 

Источники мощных суб-нс лазерных импульсов для систем 

дальнометрии и ЛИДАРов автономных транспортных средств 

к.ф.-м.н. Шашкин Илья Сергеевич,  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

10 12:30-12:45 Линейки и решётки лазерных диодов спектрального диапазона  

800–810 нм с улучшенной эффективностью 

к.т.н. Гультиков Никита Владимирович,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

11 12:45-13:00 Радиофотонные средства измерений для интегральной фотоники, 

волоконных и лазерных технологий 

к.т.н. Тесленко Андрей Александрович, АО «Акметрон» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Фотонные интегральные схемы в высокоскоростных системах 

передачи и обработки информации 

д.ф.-м.н. Шипулин Аркадий Владимирович, Сколтех 

2 09:20-09:40 Микрооптические гироскопы: современное состояние 

Гребеник Елизавета Александровна,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

3 09:40-10:00 Быстрое прототипирование интегрально-оптических устройств – 

инструмент перехода от идеи к промышленной реализации 

к.т.н. Денисов Алексей Алексеевич, Сколтех 

4 10:00-10:20 Компонентная база оптических систем связи на основе фосфид 

индиевой платформы 

к.ф.-м.н. Гуляев Дмитрий Владимирович, ИФП СО РАН 

5 10:20-10:40 Оптический матричный умножитель 64×64 с использованием 

серийных компонентов волоконной оптики 

Шамплетов Никита Олегович, Мальт Систем 

6 10:40-11:00 Библиотека проектирования для материальной платформы 

кремний-на-изоляторе Центра исследовательской инфраструктуры 

Сколтеха 

к.ф.-м.н. Москалев Дмитрий Николаевич, ООО «Дифра Лаб» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:45 ОНЛАЙН 
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Учёт и моделирование источников оптических потерь при 

проектировании фотонных интегральных схем в программном 

обеспечении Difra 

к.ф.-м.н. Салгаева Ульяна Олеговна, ООО «Дифра Лаб» 

8 11:45-12:00 ОНЛАЙН 

Оптимизация термоэлектрического охладителя в оптических 

трансиверах и СРО-системах  

к.ф.-м.н. Ершова Любовь Борисовна, ООО «РМТ» 

9 12:00-12:15 Skoltech LUMOS: интеграция фотонных технологий в лётный 

образец космического аппарата 

Малахов Кирилл Максимович, Сколтех 

10 12:15-12:30 Снижение темпа нагрева ионов в планарных ловушках, 

совмещённых с фотонными интегральными схемами 

Шишкин Антон Владиславович, Сколтех 

11 12:30-12:45 Предельная чувствительность микрооптических гироскопов 

Силантьев Илья Владимирович,  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Пиксельные архитектуры современных OLED микродисплеев с 

кремниевой СБИС управления. 

Стахарный Сергей Алексеевич, ООО «Технологии органической 

и печатной электроники» 

2 09:20-09:40 Специфика макетирования радиофотонных трактов передачи 

информации 

Бутько Алексей Дмитриевич, АО «НИИ «Экран» 

3 09:40-10:00 Создание высокочувствительного бета радиометра на основе тайл 

технологии 

к.ф.-м.н. Каракаш Александр Иванович, ООО «НПП «Доза» 

4 10:00-10:20 Экспериментальные образцы оптических приёмных и передающих 

модулей для скоростей до 10 Гбит/с на отечественной 

полупроводниковой базе 

к.т.н. Коряковцев Артём Сергеевич, ТУСУР 

5 10:20-10:40 Снижение обратных отражений, потерь и паразитных резонансов 

СВЧ-сигналов при корпусировании сверхширокополосных 

интегрально-оптических модуляторов 

к.ф.-м.н. Парфенов Михаил Владимирович,  

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

6 10:40-11:00 Спектральное и пространственное разрешение как инструмент 

диагностики фотонных интегральных схем: бриллюэновский 
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анализ оптического спектра и когерентная рефлектометрия в 

частотной области 

Васильева Алёна Юрьевна,  

ООО «Специальные Системы. Фотоника» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Специализированное программное обеспечение для автоматизации 

исследовательских экспериментов PANDA Photonic Suite 

Новиков Евгений Сергеевич, ООО «ИННФОКУС» 

8 11:50-12:10  Кремниевые микронные фотонные интегральные схемы как основа 

локальных бортовых сетей летательных аппаратов 

Байшев Олег Дмитриевич,  

АО «Российские космические системы» 

9 12:10-12:30 Макет радиофотонного радара на основе быстро перестраиваемого 

двухлазерного СВЧ-генератора 

Сафина Наиля Айратовна, МФТИ 

10 12:30-12:50 Системы проектирования (САПР) для магистральной оптической 

связи и особенности проектирования многодиапазонных ВОЛС 

Старых Димитрий Дмитриевич, ООО «Т8» 

13:00-15:00 Обед 

Заочные доклады 

1 Ниобат лития на изоляторе: технологическая платформа для фотонных устройств 

Белых Артём Игоревич, ООО «ОСТЕК-ЭК» 
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Секция №13 

МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ,  

ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ 

И ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ 

 

Руководитель секции: 

член-корр. РАН, д.ф.-м.н. Рощупкин Дмитрий Валентинович 

 

Заместитель руководителя секции: 

д.т.н. Бокарев Валерий Павлович 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Исследование процесса распространения поверхностных 

акустических волн методами рентгеновской дифрактометрии  

и топографии на источнике синхротронного излучения  

д.ф.-м.н.  Рощупкин Дмитрий Валентинович, ИПТМ РАН 

2 09:20-09:40 СВЧ акустоэлектронные сенсоры на алмазной подложке  

с различными операционными модами для исследования свойств 

жидкостей и суспензий  

д.ф.-м.н. Сорокин Борис Павлович, НИЦ «Курчатовский 

институт» 

3 09:40-10:00 Влияние угла разориентации подложки на морфологию 

поверхности и примесный состав гомоэпитаксиальных CVD 

алмазных слоёв  

к.ф.-м.н. Кан Василий Евгеньевич, АО «Диатек-Т» 

4 10:00-10:20 Микроскопия высокого разрешения для контроля изделий 

микроэлектроники  

к.ф.-м.н. Шахова Ярослава Эдуардовна, Сколтех 

5 10:20-10:40 Эпитаксиальные структуры 4H-SiC диаметром до 150 мм  

для силовых приборов диапазона 1700-3300 В  

к.т.н. Федотов Сергей Дмитриевич, АО «ЭПИЭЛ» 

6 10:40-11:00 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора 

легирующих элементов для снижения коэрцитивного поля  

в сегнетоэлектрическом AlN  

к.ф.-м.н. Чуприк Анастасия Александровна, МФТИ 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Физическая химия поверхности и её применение в технологии 

микро- и наноэлектроники.  

д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, АО «НИИМЭ» 



 

68 

 

8 11:50-12:10 Создание пористого высокоомного слоя в пластинах кремния  

для радиационно-стойких микросхем 

к.ф.-м.н. Беклемишева Анна Владимировна,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

9 12:10-12:30 Функциональные оксидные полупроводниковые материалы  

д.х.н. Винник Денис Александрович, МФТИ 

10 12:30-12:50 Биосовместимые композиты на основе одностенных углеродных 

нанотрубок и белкового покрытия для тканевой инженерии  

Покровская Анастасия Рудольфовна, МФТИ, Физтех 

13:00-15:00 Обед 

11 15:00-15:20 ОНЛАЙН 

Новое аналитическое оборудование для анализа энергонезависимых 

материалов с переменной фазовой структурой 

к.ф.-м.н. Толкач Никита Михайлович,  

ООО «Активная фотоника» 

12 15:20-15:40 Тепловизоры Optris в микроэлектронике: контроль температурных 

режимов и выявление дефектов 

Антонов Александр Владимирович, Теккноу 

13 15:40-16:00 Индустриальная модель подготовки кадров для научного 

приборостроения: опыт интеграции вузовской науки, молодёжных 

лабораторий и высокотехнологичного производства 

к.т.н. Муратова Екатерина Николаевна,  

ООО «Активная фотоника» 

14 16:00-16:20 ОНЛАЙН 

Источник внешнего магнитного поля и магнитооптический модуль 

для сканирующей зондовой микроскопии магнитных материалов 

Новиков Иван Александрович, ООО «Активная фотоника» 

15 16:20-16:40 Генератор изображения электронного литографа с гауссовским 

пучком – РЭМ 

к.ф.-м.н. Казьмирук Вячеслав Васильевич, ФГБУН ИПТМ РАН 

16 16:40-17:00 Анодный материал на основе кремния для тонкопленочного  

литий-ионного аккумулятора 

д.ф.-м.н. Рудый Александр Степанович,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Разработка и серийное освоение технологий производства 

материалов для корпусирования микросхем  

к.т.н. Пахомов Кирилл Сергеевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

2 09:20-09:40 Участие ФИЦ ПХФ и МХ РАН в разработке материалов  

для электроники  
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к.х.н. Малков Георгий Васильевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

3 09:40-10:00 Разработка технологий реакторного синтеза компонентов 

фоторезистов для DUV литографии: фотогенераторы кислот  

и функциональные мономеры  

к.х.н. Аккуратов Александр Витальевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

4 10:00-10:20 Формирование тонких плёнок позитивного резиста ELP-20  

иего характеристики в электронно-лучевой литографии 

д.ф.-м.н. Зайцев Сергей Иванович, ИПТМ РАН 

5 10:20-10:40 Влияние способа экспонирования на чувствительность резиста  

для электронно-лучевой литографии  

к.ф.-м.н. Князев Максим Александрович, ИПТМ РАН 

6 10:40-11:00 Разработка комплексной модели поведения фоторезистов 

с химическим усилением  

к.ф.-м.н. Шишлянников Антон Валерьевич, АО «НИИМЭ» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Производство и разработка фоторезистов 

Бурикова Анна Сергеевна, ООО «Фраст-М» 

8 11:50-12:10  Модификация метода определения параметров химически 

усиленных фоторезистов с помощью измерений потерь их 

толщины  

Литаврин Михаил Владимирович, АО «НИИМЭ» 

9 12:10-12:30  Масштабируемый синтез и свойства диарилйодониевых солей для 

KrF-фоторезистов 

к.х.н. Кузнецов Илья Евгеньевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

10 12:30-12:50  Прямой и инверсный дизайн бинарного сополимера  

для электронно-лучевой литографии на основе ПMMA-подобных 

систем  

к.ф.-м.н. Кравченко Игорь Витальевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Технологии глубокой очистки и синтез высокочистых базовых 

материалов для микроэлектроники и фотоники  

д.т.н. Мочалов Леонид Александрович,  

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

2 09:20-09:40 Лазерно-индуцированное изготовление нанокомпозитов 

наноматериал/полимер для элементов гибкой и растягивающейся 

электроники  

к.х.н. Липовка Анна Анатольевна, НИ ТПУ 
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3 09:40-10:00 Гибкие нейроимплантаты на основе парилена для систем 

биосенсорики и нейромодуляции  

к.т.н. Марков Александр Геннадьевич,  

Сеченовский Университет 

4 10:00-10:20 Влияние структуры меламинофенолформальдегидной смолы  

на свойства материала для очистки пресс-форм при корпусировании  

к.х.н. Курбатов Владимир Геннадьевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

5 10:20-10:40 ОНЛАЙН 

ПАВ для безметального проявителя и освоение  

его микротоннажного производства  

к.х.н. Тарасов Александр Евгеньевич, ФИЦ ПХФ и МХ РАН 

6 10:40-11:00 Влияние особенностей массопереноса на точность теплофизической 

модели резистивного переключения металлооксидного мемристора 

к.т.н. Бобылев Андрей Николаевич, ТюмГУ 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 ОНЛАЙН 

Полевая эмиссия электронов гибридных 2D алмазографитовых 

гетероструктур с беспримесным электронным обогащением 

д.т.н. Яфаров Равиль Кяшшафович, ИРЭ 

8 11:50-12:10  Контроль металлических загрязнений на поверхности кремниевых 

пластин на уровне 1·10⁸ атомов/см² 

Голованёва Дарья Данииловна, АО «НИИМЭ» 

9 12:10-12:30  ОНЛАЙН 

Исследование методами спектроскопии кристаллического 

совершенства синтетических объёмных алмазов 

к.ф.-м.н. Толкач Никита Михайлович,  

ООО «Активная фотоника» 

10 12:30-12:50 Методика и аппаратная часть для реализации 3D-CD измерений 

полупроводниковых структур для нужд современной 

микроэлектроники 

к.ф.-м.н. Кузнецов Евгений Владимирович,  

ООО «Активная фотоника» 

13:00-15:00 Обед 
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Секция №14 

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Руководитель секции: 

д.т.н., проф.Исаев Вячеслав Михайлович 

 

Заместитель руководителя секции: 

Верник Пётр Аркадьевич 

 

30.09.2026 

1 09:00-09:20 Подходы к решению научно-технических и экономических проблем 

отечественного производства пассивных электронных компонентов 

Верник Пётр Аркадьевич,  

Консорциум «Пассивные электронные компоненты» 

2 09:20-09:40 Анализ потребностей в разработках пассивной ЭКБ и основные 

проблемы в постановке ОКР для отечественного производителя 

Ена Андрей Сергеевич, ФГБУ «ВНИИР» 

3 09:40-10:00 Основные направления развития отечественных коаксиальных 

пассивных радиокомпонентов 

д.т.н. Исаев Вячеслав Михайлович,  

АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

4 10:00-10:20 ОНЛАЙН 

Моделирование пассивной элементной базы (дроссели, 

конденсаторы) для фильтров электромагнитных помех  

в авиационно-космических системах 

д.т.н. Дмитриков Владимир Фёдорович, Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

5 10:20-10:40 Применение аддитивных технологий в производстве пассивных 

электронных компонентов из керамики: текущее состояние  

и перспективы развития 

к.т.н. Смирнов Андрей Владимирович, РТУ МИРЭА 

6 10:40-11:00 Стратегия оптимизации номенклатуры и функциональной полноты 

отечественных керамических конденсаторов в обеспечении 

конкурентоспособности направления 

Рузич Евгений Николаевич, АО «НИИ «Гириконд» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Мировой дефицит чип-конденсаторов. Структурная трансформация 

рынка MLCC под влиянием искусственного интеллекта 

Романов Владимир Геннадьевич, ООО «Кулон» 
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8 11:50-12:10 Материаловедческие и технологические инновации, как драйвер 

национальной микроэлектроники: возможности и ограничения 

Кузьмин Роман Алексеевич, АО «НИИ «Гириконд» 

9 12:10-12:30 Проблемные вопросы разработки, применения и развития 

отечественных керамических конденсаторов 

Махин Денис Владимирович, ООО «Кулон» 

10 12:30-12:50 Перспективные направления развития отечественного производства 

электрических соединителей в рамках импортозамещения 

Галинович Сергей Александрович, АО «Завод Атлант» 

13:00-15:00 Обед 

01.10.2026 

1 09:00-09:20 Материаловедческие и технологические вызовы при создании 

отечественных керамических конденсаторов с BME-электродами 

Коршак Мария Николаевна, АО «НИИ «Гириконд» 

2 09:20-09:40 Аддитивное изготовление пассивных электронных компонентов 

методом аэрозольной печати: возможности, ограничения  

и перспективы 

к.т.н. Ефимов Алексей Анатольевич, МФТИ, Физтех 

3 09:40-10:00 Многослойные керамические подложки как многофункциональный 

пассивный компонент для применения в низкочастотных, 

высокочастотных и силовых электронных устройствах  

с перспективой интеграции в одном объёме электрических  

и оптических линий связи 

Косевской Владимир Анатольевич,  

АО «НПЦ СпецЭлектронСистемы» 

4 10:00-10:20 ОНЛАЙН 

Резистивные элементы и межсоединения на основе технологии 

сухой аэрозольной печати 

к.т.н. Лизунова Анна Александровна, МФТИ 

5 10:20-10:40 Проблемные вопросы массового производства кварцевых 

резонаторов и генераторов 

Валов Юрий Витальевич, АО «Завод «Метеор» 

6 10:40-11:00 Перспективы создания систем накопления энергии на основе 

суперконденсаторов и модулей на их основе для отраслей 

промышленности 

Широких Сергей Леонидович, АО «Элеконд» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:50 Перспективы создания систем накопления энергии на основе 

суперконденсаторов и модулей на их основе для отраслей 

промышленности 
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Харанжевский Евгений Викторович, АО «Элеконд» 

8 11:50-12:10  Прототип ячейки гибкого асимметричного суперконденсатора 

Митина Алёна Александровна, ИПТМ РАН 

9 12:10-12:30  ОНЛАЙН 

Статус разработки материалов и оборудования для производства 

пассивных компонентов 

к.т.н. Мазилин Иван Владимирович, АО Росатом Наука 

10 12:30-12:50  Кремниевые 3D-конденсаторы в реализации 2.5D/3D-интеграции  

и их применение в СВЧ электронике 

Лукянчиков Максим Владимирович, АО «НИИМЭ» 

13:00-15:00 Обед 

02.10.2026 

1 09:00-09:20 Возможности создания технологических процессов интегральных 

пассивных устройств в интересах развития отечественной  

СВЧ-электроники 

Баландин Дмитрий Александрович,  

НИЦ «Курчатовский институт» 

2 09:20-09:40 Анализ методологии измерения пассивных компонентов системы 

диаграммообразования радиолокационой станции  

с синтезированной апертурой антенны при комплексной 

полунатурной отработке 

Лычагин Александр Юрьевич, АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

3 09:40-10:00 Основные проблемы при разработке и производстве композитных 

пьезокерамических преобразователей для систем акустической 

дефектоскопии и датчиков ультразвуковой диагностики. 

к.ф.-м.н. Храмцов Алексей Михайлович, АО «НИИ «Элпа» 

4 10:00-10:20 Влияние паразитных параметров пассивной ЭКБ на работу 

высокочастотных цепей: механизмы и методы минимизации ESL  

и ESR 

Гордеев Пётр Сергеевич, АО «НИИ «Гириконд» 

5 10:20-10:40 Подпружиненные контакты для беспаячного тестирования  

в условиях массового производства СВЧ-компонентов 

Ковалев Сергей Васильевич, СДС-Электроникс 

6 10:40-11:00 Условия и режимы герметизации металлокерамических корпусов 

для ПАВ-фильтров 

Нагаев Николай Александрович, АО «ЗПП» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 
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7 

11:30-11:50 

Формирование тонкоплёночных резистивных структур на основе 

композиции Si–C–Cr с регулируемым температурным 

коэффициентом сопротивления 

Новичков Максим Дмитриевич, АО «НИИЭМП» 

8 
11:50-12:10 

Математическое обеспечение метода прямой печати чернилами 

Ковригин Антон Евгеньевич, РТУ МИРЭА 

9 

12:10-12:30 

Технология получения высокостабильных тонкоплёночных 

резисторов с линейной зависимостью сопротивления  

от температуры 

Новичков Максим Дмитриевич, АО «НИИЭМП» 

10 

12:30-12:50 

Тенденции развития отечественного производства пассивных 

электронных компонентов в условиях внешних и внутренних 

ограничений 

Коршук Вадим Алексеевич,  

Консорциум «Пассивные электронные компоненты» 

13:00-15:00 Обед 
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Сессия стендовых докладов 

Российского форума «Микроэлектроника 2026» 

 

 

ПРЕДКОНФЕРЕНЦИЯ №2 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА  

И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1 Влияние параметров плазмы на процесс синтеза массива углеродных нанотрубок 

Рязанов Роман Михайлович, НПК «Технологический центр» 

2 Специализированное программное обеспечение для визуализации результатов 

TRAN-анализа в SPICE-симуляторах 

Данилкин Данила Алексеевич, НИУ МИЭТ 

3 Физико-технологические закономерности формирования шероховатости линий 

при фотолитографии и их влияние на воспроизводимость критических размеров 

Гуляев Никита Дмитриевич, НИУ МИЭТ 

4 Технологические подходы к снижению LER-эффекта в производстве 

наноэлектронных устройств 

Салахов Иван Дмитриевич, НИУ МИЭТ 

5 Программа для экстракции SPICE-параметров FinFET транзисторов 

Жегалов Николай Владимирович, НИУ МИЭТ 

6 Предиктивное моделирование LER- и LWR-эффектов 

Цыкин Роман Денисович, НИУ МИЭТ 

 

СЕКЦИЯ №1 «НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ» 

          

1 Комплекс «НАП Синхро-1Т» для формирования шкалы времени по сигналам ГНСС 

в условиях помех 

Долгих Игорь Олегович, ФГУП «ВНИИФТРИ» 

 

СЕКЦИЯ №3 «ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 

1 Блочно-модульное построение управляющей, приёмо-передающей  

и навигационной аппаратуры автономных мобильных объектов 

к.т.н. Малыгин Денис Владимирович, Астрономикон 

2 Исследование системы нейростимуляции с замкнутым контуром управления  

на основе регистрации вызванных потенциалов 

Коняева Анастасия Павловна, НИУ МИЭТ 
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3 О выборе корректирующих функций при интермодуляционном методе нелинейного 

зондирования сверхширокополосными сигналами 

Безрукова Ирина Владимировна, Институт сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук 

4 Синтез гибридных тонкоплёночных метаповерхностей с орбитальным угловым 

моментом для управления обратным рассеянием 

Азаров Максим Вадимович, НИУ МИЭТ 

 

СЕКЦИЯ №4 «ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И 

НАНОЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

1 Конструктивно-технологические решения для отечественной микросхемы 

мониторинга и балансировки ячеек Li-Ion аккумуляторов 

Зимин Андрей Евгеньевич, АО «Росатом РДС» 

2 Исследование влияния параметров процесса атомно-слоевого осаждения  

на стехиометрию тонких плёнок нитрида кремния для использования  

в энергонезависимой памяти 

к.ф.-м.н. Зюзин Сергей Сергеевич, АО «НИИМЭ» 

3 Разработка метода двукратной литографии с маской разрезов для формирования 

затворных структур КМОП-технологий уровня 28 нм 

к.ф.-м.н. Тихонова Елена Дмитриевна, АО «НИИМЭ» 

4 Создание серийного производства многослойной Ni/Al-фольги для локальной пайки 

на основе СВС-реакции 

Дмитриева Евгения Николаевна, АО «Росатом РДС» 

5 Проблемы обеспечения стабильности базовых технологий 250-90 нм  

в современных условиях и процессов проектирования СБИС на их основе 

к.т.н. Королёва Анна Николаевна, АО «НИИМЭ» 

6 Ионные источники Пеннинга с холодным катодом для ионной имплантации в SiC-

технологии 

к.т.н. Четвергов Михаил Владимирович, АО «НПП «ЭЛАР» 

 

 

СЕКЦИЯ №6 «СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ» 

 

1 Верификация TCAD-модели AlGaN/GaN HEMT по результатам статических  

и СВЧ-измерений 

Моховиков Денис Максимович, ТУСУР 

2 Импортозамещение Altium Designer. Опыт работы ОКБ Аэрокосмические системы 

с отечественной EDA-системой САПР Макс.EDA 
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Петров Максим Михайлович, АО «Цифровая мануфактура» 

3 Программное обеспечение для расчёта электрических параметров СВЧ линий 

передачи с произвольным поперечным сечением 

д.т.н. Комнатнов Максим Евгеньевич, ТУСУР 

 

СЕКЦИЯ №7 «СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ» 

 

1 Экспериментальное исследование характеристик полевых  

GaN HEMT-транзисторов в различных температурных режимах 

Цунваза Дамир, НИЯУ МИФИ 

 

СЕКЦИЯ №8 «МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ» 

 

1 Испытания экспериментального образца гидроакустического модуля 

к.ф.н. Горина Елена Владимировна, МФТИ 

2 Разработка алгоритмов гидроакустического модуля 

Дудкин Павел Валентинович, МФТИ 

3 Низкочастотный электрохимический сейсмодатчик с углеродными электродами 

к.ф.-м.н. Зайцев Дмитрий Леонидович, МФТИ 

4 Аналоговый вибрационный МЭМС гироскоп, функционирующий на основе 

эффекта инерции стоячих волн в кольцевом резонаторе 

к.т.н. Баранов Александр Александрович, ФГУП «ЦНИИХМ» 

5 Особенности конструкции и технологии изготовления микромеханического 

датчика ударного воздействия 

к.т.н. Суздальцев Сергей Юрьевич, ФГУП «ЦНИИХМ» 

6 Снижение эрозии микромеханических элементов при их формировании методом 

глубокого анизотропного реактивного ионного травления в рабочем слое структуры 

«кремний над полостью» 

к.т.н. Обижаев Денис Юрьевич, ФГУП «ЦНИИХМ» 

7 Коррекция неортогональности измерительных осей трёхосевого цифрового 

микромеханического акселерометра 

к.т.н. Жукова Светлана Александровна, ФГУП «ЦНИИХМ» 

 

 

СЕКЦИЯ №9«ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

 

1 Установка измерения рассовмещения топологических слоёв на кремниевых 

пластинах диаметром 150, 200 мм 

Немов Илья Николаевич, АО «НАНОТРОНИКА» 
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2 Формирование лазерными импульсами наносекундной длительности контрастных 

кодирующих структур оптических энкодеров на подложке из нержавеющей стали 

Тыртышный Валентин Александрович, МФТИ, Физтех 

3 Инновационные методы технохимической обработки в производстве 

микроэлектроники 

Кабаев Никита, АО «Завод ПРОТОН» 

4 Волоконные лазеры с преобразованием частоты в диапазоне 193-488 нм. 

Двухфотонная полимеризация в нано- и микромасштабе 

Чупров Андрей Евгеньевич, ООО «Специальные Системы. Фотоника» 

5 Специализированное лазерное оборудование для производства микроэлектронных 

приборов 

ВиркоДенисВикторович, ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» 

 

СЕКЦИЯ №10 «НЕЙРОМОРФНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

1 Энергоэффективная процедура программирования устройств мультибитной 

резистивной памяти 

к.т.н. Мазинг Дмитрий Сергеевич, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2 Нежелательные взаимовлияния ячеек и метод их компенсации в мемристорно-

селекторном кроссбар-массиве 

Неустроев Александр Александрович, ТюмГУ 

3 Искусственный интеллект в системах управления лазерами на свободных 

электронах с режимом рекуперации энергии 

Дорофеев Владислав Петрович, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

4 Мемристорные структуры на основе аморфного кремния с слоем оксида циркония, 

сформированным методом магнетронного напыления 

Ичёткин Дмитрий Владимирович, НИЦ «Курчатовский институт» 

 

СЕКЦИЯ №11 «КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1 Разработка метода раздельного получения магнитного и электрического полей  

с помощью одиночного 15NV-центра в синтетическом алмазе 

Калошин Михаил Михайлович, НИЯУ МИФИ 

 

 

СЕКЦИЯ № 12.1 «ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ  

И ФОТОНИКИ. ОПТО- И ФОТОЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1 Модернизация фотоприёмного устройства для ИК-аппаратуры 
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Фазилов Давид Эльгарович, АО «МЗ «САПФИР» 

 

СЕКЦИЯ №12.2 «ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ  

И ФОТОНИКИ. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОТОНИКА, ВОЛОКОННЫЕ  

И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1 Формирование планарных электродов из ITO методом жидкостного травления 

для изготовления ионных ловушек 

Тюлькова Анастасия Александровна, Сколтех 

2 Способ измерения дистанции до препятствий на пути полёта беспилотного 

летательного аппарата 

Шулекин Сергей Фёдорович, АО «ГИРООПТИКА» 

3 Наземный лазерный терминал для перспективных свободнопространственных  

и квантово-защищённых каналов связи 

Стрижак Даниил Валерьевич, МФТИ 

 

СЕКЦИЯ №13 «МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ, 

ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ» 

 

1 Особенности синтеза, замещённого марганцем гексаферрита бария  

для применения в СВЧ электронике 

к.ф.-м.н. Гудкова Светлана Александровна, МФТИ 

2 Влияние диэлектрического экрана на распределение поля в гальванической ячейке 

к.ф.-м.н. Лоскутов Валентин Валентинович,  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

3 Реактивное магнетронное напыление сегнетоэлектрических плёнок на основе 

замещённого нитрида алюминия 

к.ф.-м.н. Савичев Илья Алексеевич, МФТИ 

4 Прототипы твердотельных тонкоплёночных литий-ионных аккумуляторов 

Курбатов Сергей Валерьевич, НИЦ «Курчатовский институт» 

5 Оксид галлия β-Ga2O3: объёмные кристаллы, подложки, эпитаксиальные 

структуры, приборы 

д.ф.-м.н. Романов Алексей Евгеньевич, Университет ИТМО 

6 Плазмостимулированное атомно-слоевое осаждение оксидов гафния, тантала  

и кремния для использования в элементах хранения ReRAM-памяти 

к.ф.-м.н. Ганыкина Екатерина Андреевна, АО «НИИМЭ» 

7 Особенности формирования структуры и фазового состава металлического припоя 

на основе сплава золота с оловом 

к.т.н. Божко Сергей Алексеевич, OOO «МАППЕР» 
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8 Методика получения нитрида алюминия высокотемпературным разложением 

комплексных соединений 

Потылицын Максим Егорович, НИЦ «Курчатовсучачёвкий институт» 

9 Молекулярные неорганические загрязнения в воздухе чистых помещений (ВМЗ): 

методика отбора и анализа с пределом обнаружения менее 1 ppt 

Глинский Андрей Сергеевич, АО «НИИМЭ» 
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Деловая программа 

Российского форума «Микроэлектроника 2026» 

 

 

28 сентября 

15:00-16:30 Зал 

№17 

Актуальные 

задачимикроэлектроники 

ШМУ 

29 сентября 

13:00-15:00 Зал 

№17 

Бранч «Цифровой контур 

микроэлектроники: от технологий  

к кадрам» 

ПАО «Элемент», 

АО «НИИМЭ» 

15:00-16:30 Зал 

№12.1 

Управление рисками  

в микроэлектронике:  

от исследования до продукта 

РНФ 

15:00-17:00 Зал 

№12.2 

Кадровое обеспечение электронной 

промышленности 

НИУ МИЭТ 

15:00-16:30 Зал 

№13 

Название Круглого стола уточняется ГК «Элемент» 

15:00-16:30 Зал 

№11 

Перспективные направления 

развития электроники 

ФПИ 

15:00-16:30 Зал 

№16 

Заседание Совета по развитию 

решений в сфере критической 

информационной инфраструктуры 

Госкорпорация 

«Росатом» 

17:00-18:30 Зал 

№11 

Возможности и перспективы 

использования квантовых технологий 

для решения актуальных задач 

микро- и наноэлектроники 

Секция №11, 

Госкорпорация 

«Росатом» 

17:00-18:30 Зал 

№16 

Национальная платформа 

промышленной автоматизации  

и отечественная микроэлектроника: 

АСУ ТП 
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формирование сквозной экосистемы 

доверенной автоматизации 

30 сентября 

09:00-11:00 Зал 

№17 

Бизнес-завтрак «Честный разговор  

о переходе на доверенные решения» 

(закрытое мероприятие) 

Госкорпорация 

«Росатом» 

10:00-11:00 Зал 

№15 

Закрытое мероприятие АО «НИИМЭ» 

15:00-16:30 Зал 

№3 

Отечественная электронная 

компонентная база для беспилотных 

авиационных систем с 

использованием искусственного 

интеллекта 

Минпромторг 

России 

15:00-16:30 Зал 

№6 

Актуальные вопросы создания 

отечественных САПР и маршрутов 

проектирования ЭКБ и электронных 

модулей 

Секция №3, 

Секция №6 

15:00-16:30 Зал 

№7 

Обновление правил мер поддержки 

исследований и разработок ФПИ: 

примеры из практики 

ФПИ 

15:00-16:30 Зал 

№8 

Электронные и квантовые 

технологии на основе 

синтетического алмаза 

НИЯУ МИФИ 

15:00-16:30 Зал 

№9 

Искусственный интеллект  

в микроэлектронике:  

от моделирования к управлению 

производством 

СБЕР 

15:00-16:30 Зал 

№12.2 

Микроэлектроника в космической 

индустрии: пространство для новых 

возможностей 

РНФ 
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15:00-16:30 Зал 

№15 

Создание суверенной аппаратной 

платформы на основе чиплетной 

технологии для высоконагруженных 

вычислений 

АРПЭ 

15:00-16:30 

17:00-18:30 

Зал 

№16 

Постановка технологий  

и взаимодействие с заказчиками 

(Закрытое мероприятие) 

НМ-Тех 

15:00-16:30 Библи

отека 

Презентация новой серии книг «Мир 

микроэлектроники» и первой книги в 

этой серии – «Технологии КМОП 

интегральных схем. Часть 1 

АО «РИЦ 

«ТЕХНОСФЕРА» 

17:00-18:30 Зал 

№7 

Основные научно–технические  

и организационные направления 

консолидации разработчиков ЭКБ 

Секция №7 

17:00-18:30 Зал 

№8 

Широкозонные полупроводниковые 

и родственные материалы 

Отделение 

нанотехнологий и 

информационных 

технологий РАН, 

АО «НИИ 

«Полюс» им. М. 

Ф. Стельмаха» 

17:00-18:30 Зал 

№12.2 

Международное сотрудничество в 

области микроэлектроники: барьеры, 

вызовы и возможности 

РНФ 

17:00-18:30 Библи

отека 

Презентация новой книги 

«Устройства приёма и обработки 

сигналов: микроэлектронные 

высокочастотные устройства 

радиоприёмников систем связи» 

АО «РИЦ 

«ТЕХНОСФЕРА» 

1 октября 

День Курчатовского института 

15:00-16:30 Зал 

№6 

Аппаратная защита информации Ассоциация 

«Доверенная 

платформа» 
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15:00-16:30 Зал 

№8 

Актуальные вопросы создания 

МЭМС 

Секция №8, НИЦ 

«Курчатовский 

институт» 

15:00-16:30 Зал 

№9 

Актуальные вопросы развития 

отечественного электронного 

машиностроения 

Секция №9 

15:00-16:30 Зал 

№11 

Финальный этап отбора работ ФПИ 

на основе запроса руководителей 

приоритетных технологических 

направлений 

ФПИ 

15:00-16:30 Зал 

№12.1 

Научные аспекты создания 

терагерцовой оптоэлектронной 

компонентной базы 

НИЦ 

«Курчатовский 

институт» 

15:00-16:30 Зал 

№14 

Технологии, материалы  

и оборудование для производства 

пассивных электронных компонентов 

Секция №14 

Консорциум 

«Пассивные 

электронные 

компоненты» 

15:00-16:30 Зал 

№15 

Перспективные пьезо-  

и сегнетоэлектрические материалы 

для микро- и наноэлектроники, 

акустоэлектроники, фотоники  

и сенсорики: синтез и применение 

Секция №13 

15:00-16:30 Зал 

№17 

Современные требования 

промышленной чистоты  

в микроэлектронном производстве 

НИЦ 

«Курчатовский 

институт» 

17:00-18:30 Зал 

№8 

Перспективные двумерные 

материалы 

МФТИ 

17:00-18:30 Зал 

№12.1 

Системы технического зрения:  

от компонентной базы  

до промышленного ИИ 

Секция №12 

17:00-18:30 Зал 

№13 

Локализация материалов для 

полупроводниковой электроники 

Департамент 

металлургии и 



 

85 

 

материалов 

Минпромторга РФ 

17:00-18:30 Зал 

№17 

Синхротронное излучение в 

микроэлектронике:диагностика, 

материаловедение, перспективные 

технологии 

НИЦ 

«Курчатовский 

институт» 

 

1. Круглый стол «Актуальные задачи микроэлектроники» 

Дата и время проведения: 28.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №17 

2. Бранч «Цифровой контур микроэлектроники: от технологий  

к кадрам» 

 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 13:00-15:00 

Зал №17 

Организаторы: ПАО «Элемент», АО «НИИМЭ» 

Модератор: 

− Крошин Фёдор Сергеевич, вице-президент ПАО «Элемент» 

 

Цели и задачи 

Цель: обеспечение сквозной интеграции технологической и кадровой 

трансформации микроэлектроники в единый отраслевой контур на базе ИЦК 

«Электроника и микроэлектроника», исходя из понимания, что гибкое 

микроэлектронное производство невозможно без цифрового контура,  

а цифровой контур – без людей, которые умеют с ним работать. 

Задачи: 

− рассмотреть переход к гибким микроэлектронным производствам 

нового типа, предполагающим конфигурируемые маршруты, быструю 

переналадку, в соответствии с поручением Минпромторга, с оценкой 

международного опыта и российских перспектив; 
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− подвести итоги работы Индустриального центра компетенций 

«Электроника и микроэлектроника» за период, включая статус особо 

значимых проектов отрасли; 

− рассмотреть применение цифровых двойников технологических 

процессов и определить пути масштабирования от пилотных решений  

к платформенному продукту для линейки цифровых двойников; 

− сформировать подход к построению цифрового контура 

микроэлектроники как инструмента наблюдаемости и управляемости на базе 

промышленных данных, интеграции информационных систем  

от проектирования до эксплуатации, а также роли отраслевых стандартов 

стека SEMI как фундамента межфабричного обмена данными, с оценкой 

пилотных площадок внедрения; 

− определить архитектуру единого контура промышленных, инженерных 

и научных данных, включая принципы защищённого обмена данными,  

во взаимодействии с ФГАУ ЦИТ Минпромторга; 

− представить опыт практико-ориентированной профессиональной 

переподготовки на базе Учебного центра НИИМЭ как открытой отраслевой 

модели для системной подготовки кадров. Создание Центра компетенций  

и отраслевой экспертизы в рамках ИЦК;  

− обсудить стратегический запрос на разработку комплексной программы 

«Цифровой и кадровый контур гибкого микроэлектронного производства» с 

представлением на рассмотрение профильного департамента Минпромторга в 

срок до декабря 2026 года. 

 

Аннотация 

В 2026 году российская промышленность переходит от этапа замещения 

отдельных зарубежных программных продуктов к построению собственных 

цифровых контуров, где данные становятся основой проектирования, 

производства и принятия инженерных решений. Для микроэлектроники это 

означает кардинальную смену парадигмы: данные превращаются в 

самостоятельный производственный ресурс. Гибкое микроэлектронное 

производство невозможно без цифрового контура,  

а цифровой контур – без людей, которые умеют с ним работать. 

В рамках делового завтрака/бранча будут последовательно рассмотрены 

ключевые вопросы цифровой трансформации отрасли: 

• Software-Defined Manufacturing как вызов отрасли: конфигурируемые 

производственные маршруты, гибкие автоматизированные линии 

производства, быстрая переналадка под новую номенклатуру. Концепция 

единого цифрового контура микроэлектроники на основе ИИ, представленная 
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на ЦИПР-2026, экономический эффект (рост выпуска  

до 14%, снижение себестоимости до 10%) и международный опыт перехода  

к программно-определяемой реконфигурации фабрик. 

• Итоги работы ИЦК «Электроника и микроэлектроника» за период: 

ключевые результаты, платформа ИЦК360 (пилотный проект автоматизации 

ведения ИТ-ландшафта), статус особо значимых проектов отрасли. 

• Цифровой двойник плазмохимического травления RIEMANA  

(TRL-4, Proof of Concept) и путь масштабирования от одного процесса  

к платформенному решению для линейки цифровых двойников. 

• Цифровой контур микроэлектроники как инструмент наблюдаемости  

и управляемости на базе промышленных данных: контур данных и контур 

моделей, Run-to-Run контроль, предиктивная аналитика, цифровая 

квалификация оборудования, интеграция информационных систем  

от проектирования до эксплуатации, опора на отраслевые стандарты стека 

SEMI как фундамент межфабричного обмена данными, пилотные площадки: 

НЗПП и «Микрон». 

• Архитектура Единого контура промышленных, инженерных и научных 

данных: промышленный сбор данных, хранение и версии моделей, физико-

химическое моделирование, среда для разработки новых моделей, прикладные 

сервисы; защищённый обмен данными по принципу многоуровневого 

доступа. 

• Software-Defined Manufacturing в микроэлектронике: переход  

от автоматизации планирования (MES/APS) к программно-определяемой 

реконфигурации производства, конфигурируемые производственные 

маршруты, гибкие автоматизированные линии производства. 

• Существующие образовательные возможности НИИМЭ и модель 

практико-ориентированной профессиональной переподготовки: 

переподготовка на базе цифровых инструментов доступная всем 

предприятиям – участникам ИЦК.  Модель «производство → данные → 

учебный кейс → трудоустройство», индивидуальные образовательные 

маршруты. Инициатива создания Центра компетенций и отраслевой 

экспертизы как институциональной основы системной переподготовки кадров 

отрасли. 

• Обсуждение и принятие итогового документа: предложений  

в резолюцию форума «Микроэлектроника 2026» по цифровому и кадровому 

контуру. 

В обсуждении примут участие представители Минпромторга Росссии,  

ГК «Элемент», АО «НИИМЭ», СБЕР, АО «Микрон»,  

ООО «НМ-Тех», которые поделятся опытом реализации проектов цифровой 

трансформации и кадрового обеспечения в современных условиях. 

Приглашены к выступлению: 
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− Шпак Василий Викторович, заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации, председатель отраслевого комитета 

«Электроника и микроэлектроника». Вводное слово «Стратегический 

контекст развития микроэлектроники, национальная платформа 

промышленных данных как основа для внедрения ИИ, меры государственной 

поддержки» 

− Хазов Олег Юрьевич, председатель ИЦК «Электроника  

и микроэлектроника», президент ГК «Элемент». Тема выступления 

«Концепция Software-Defined Manufacturing как вызов отрасли, единый 

цифровой контур микроэлектроники на основе ИИ» 

− Городилов Михаил Валерьевич, секретарь ИЦК «Электроника  

и микроэлектроника». Тема доклада «Итоги работы ИЦК за период, 

платформа ИЦК360, статус особо значимых проектов отрасли» 

− Оксаниченко Фёдор Владимирович, научный сотрудник  

АО «НИИМЭ». Тема доклада «Цифровой двойник плазмохимического 

травления RIEMANA (TRL-4, Proof of Concept), путь масштабирования  

к платформенному решению» 

− Белоусов Сергей Александрович, руководитель центра 

технологического партнерства СБЕР. Тема доклада «Цифровой контур 

микроэлектроники как инструмент наблюдаемости и управляемости на базе 

промышленных данных» 

− Кравцов Александр Сергеевич, генеральный директор АО «НИИМЭ». 

Тема доклада «Архитектура Единого контура промышленных, инженерных  

и научных данных: стандарты, безопасность, принципы построения» 

− Ранчин Сергей Олегович, генеральный директор АО «Микрон». Тема 

доклада «Software-Defined Manufacturing в микроэлектронике:  

от автоматизации к реконфигурации» 

− Евстигнеев Сергей Владимирович, директор центра проектирования 

перспективных продуктов ООО «НМ-Тех». Тема доклада «Гибкие 

автоматизированные производственные линии. Создание гибких линий 

производства электроники и внедрение комплексных систем управления 

производственными комплексами» 

− Поликарпова Лилиана Владимировна, заместитель генерального 

директора по организационному развитию АО «НИИМЭ». Тема доклада  

«Практико-ориентированная профессиональная переподготовка, компетенции 

Учебного центра НИИМЭ как оператора национального проекта «Кадры», 

инициатива создания Центра компетенций и отраслевой экспертизы» 

 

3. Круглый стол «Управление рисками в микроэлектронике: 

от исследования до продукта» 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 15:00-16:30 
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Зал №12.1 

Организатор: Российский научный фонд (РНФ) 

Цели и задачи 

Цель круглого стола – обсудить управление рисками на разных стадиях 

жизненного цикла технологий, рассмотреть опыт реализации грантовой 

поддержки в области микроэлектроники, представить основные результаты,  

а также сформулировать предложения по совершенствованию механизмов 

управления такими проектами и эффективных моделей взаимодействия науки, 

бизнеса и государства. 

 

Задачи круглого стола:  

 

− представить актуальную государственную политику в области развития 

микроэлектроники и определить роль грантовых инструментов  

в её реализации; 

− представить ключевые результаты проектов, поддержанных РНФ  

в области прикладной микроэлектроники; 

− обсудить механизмы взаимодействия между фундаментальной наукой, 

прикладными исследованиями и промышленными предприятиями в рамках 

грантовых проектов; 

− выявить барьеры, препятствующие коммерциализации результатов 

прикладных исследований и предложить пути их устранения; 

− обсудить корпоративные подходы к постановке технологических задач 

и балансированию между операционной деятельностью и инновационным 

развитием; 

− рассмотреть модели управления рисками на разных стадиях жизненного 

цикла технологий – от фундаментальных исследований  

до серийного производства; 

− оценить возможности и ограничения частных инвестиций  

в высокорисковые проекты в области микроэлектроники; 

− сформировать предложения по совершенствованию механизмов 

грантовой поддержки с учётом отраслевых рисков и долгосрочных 

технологических приоритетов. 

 

Аннотация 
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Микроэлектроника традиционно является одной из наиболее 

наукоёмких и стратегически значимых отраслей, где временной разрыв между 

фундаментальным открытием и промышленным внедрением может 

составлять десятилетия. Однако именно прикладные исследования выступают 

тем мостом, который соединяет лабораторные эксперименты  

с серийным производством, а научные идеи – с реальными продуктами  

и технологиями. 

С 2023 года Российский научный фонд обеспечивает грантовую 

поддержку прикладных научных исследований по направлению 

«Микроэлектроника» в рамках федерального проекта «Подготовка кадров  

и научного фундамента для электронной промышленности». Поддержано 

более 100 проектов, направленных на развитие технологий производства 

электронной компонентной базы, специальных материалов, средств 

проектирования, а также комплектующих для специального технологического 

оборудования. 

Настоящий круглый стол объединит представителей федеральных 

органов исполнительной власти, отраслевого экспертного сообщества, 

руководителей и ведущих специалистов российских компаний 

микроэлектронной отрасли, а также грантополучателей РНФ  

и представителей научных организаций. Такой состав участников позволит 

рассмотреть проблематику грантовой поддержки прикладной науки с разных 

сторон: от стратегического планирования и государственной политики  

до реальных кейсов реализации проектов и оценки их практической 

значимости. 

Участники обсудят ключевые результаты уже выполненных проектов: 

какие технологические задачи удалось решить, какие заделы созданы  

и насколько они востребованы промышленностью. Особое внимание 

планируется уделить вопросам взаимодействия науки и бизнеса: как грантовая 

поддержка стимулирует кооперацию между академическими институтами и 

промышленными предприятиями, какие форматы сотрудничества наиболее 

эффективны и что препятствует полноценному трансферу технологий. 

Отдельной темой станут барьеры, с которыми сталкиваются 

исполнители прикладных проектов: сложности с доступом  

к экспериментальным установкам и промышленному оборудованию, 

длительность циклов разработки, несоответствие сроков грантовых проектов 

производственным циклам, недостаток инжиниринговых компетенций  

и сложности с патентованием и коммерциализацией результатов. Участники 

круглого стола попытаются выработать конкретные предложения  

по совершенствованию грантовых механизмов, которые позволят повысить 

эффективность поддержки и ускорить внедрение результатов  

в промышленность. 
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Приглашены к выступлению: уточняется 

4. Круглый стол «Кадровое обеспечение электронной промышленности» 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 15:00-17:00 

Зал №12.2 

Организатор: Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Модератор: 

− д.т.н., профессор РАН Переверзев Алексей Леонидович, проректор  

по инновационному развитию НИУ МИЭТ 

 

Цели и задачи 

Обсуждение результатов анализа кадрового обеспечения отраслевых 

предприятий, предпринимаемых мер для оперативного устранения дефицитов 

кадров и компетенций, развития передовых инженерных школ, а также опыта 

внедрения в образовательный процесс технологических сервисов, таких как 

MPW и на обмен опытом создания с участниками из дружественных стран. В 

итоге будут сформулированы рекомендации по корректировке существующих 

мер поддержки и инициатив в области подготовки кадров.  

 

Аннотация 

 

Обсуждение результатов деятельности Базового центра подготовки 

кадров для микроэлектроники: 

− результаты исследования кадровой потребности предприятий с учетом 

реализации комплексных аналитических программ Минпромторг; 

− формирование механизмов ускоренной подготовки кадров 

микроэлектроники.  

Развитие передовых инженерных школ, учебных дизайн-центров и 

технологического сервиса MPW.  

В обсуждении примут участие представители Минпромторг, 

профильных университетов, промышленных предприятий и объединений, 

которые поделятся опытом решения проблем кадрового обеспечения с 

современных условиях. 

 

Приглашены к выступлению: 

 

− Шпак Василий Викторович, заместитель министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 
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− Ионов Сергей Александрович, заместитель директора базового центра 

подготовки кадров для микроэлектроники 

− Шеерман Фёдор Иванович, доцент кафедры Компьютерных систем  

в управлении и проектировании ТУСУР 

− д.т.н., профессор РАН Переверзев Алексей Леонидович, проректор  

по инновационному развитию НИУ МИЭТ, директор ПИШ МИЭТ. 

− д.т.н., доцент Старостин Николай Владимирович, директор ПИШ ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского; 

− д.т.н. Бессонов Виктор Борисович, проректор – директор  

ПИШ «Электроника и электротехника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

− к.т.н. Пашков Алексей Николаевич, директор ПИШ РТУ МИРЭА, 

заместитель начальника НПК-9 по научной работе АО «НПП «Исток»  

им. Шокина» 

− Assoc. Prof. Dr. Pham Ngoc Linh, Vice President of VUSTA  

− Поликарпова Лилиана Владимировна, заместитель генерального 

директора по организационному развитию АО «НИИМЭ» 

− Царапкин Сергей Фёдорович, исполнительный директор ООО «НМ-

Тех»; 

− Максимов Евгений Викторович, директор по развитию экосистемы  

и образовательных инициатив YADRO 

− Липкин Евгений Борисович, генеральный директор «НИЦ 

Радиоэлектроники МГТУ им. Н. Э. Баумана», генеральный директор АНО 

«Экспертный центр развития производственных систем» 

− Щукина Ирина Александровна, вице-президент по корпоративному 

управлению, имущественным и правовым вопросам ГК «Элемент». 

 

5. Название Круглого стола уточняется 

 

Организатор: ГК «Элемент» 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №13 

6. Круглый стол «Перспективные направления развития электроники»  

 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №11 

Организатор: Фонд перспективных исследований (ФПИ) 
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Модератор:  

− Заблоцкий Алексей Васильевич, руководитель Центра перспективной 

электроники Фонда перспективных исследований 

 

Цели и задачи 

 

Информирования сообщества о ключевых работах по развитию технологий 

электронной промышленности. 

 

Аннотация 

В ходе круглого стола будет рассказано о проектах Фонда 

перспективных исследований в области микроэлектроники, оптоэлектроники, 

силовой электроники, технологий корпусирования ЭКБ, применения 

искусственного интеллекта при проектировании СБИС и т.д. 

Для участия будет необходимо подписать согласие о неразглашении 

информации. Фото- и видеосъемка, аудиозапись и др. в ходе мероприятия 

запрещается. Участие возможно только для граждан Российской Федерации. 

 

Приглашены к выступлению:  

АО «ОКБ «Астрон», АО «НПО «Орион», АО «Гирооптика»,  

АО «Дизайн центр «Союз», АО НПЦ «Элвис», АО «Микрон»,  

Институт системного программирования РАН, НИЦ «Курчатовский 

институт» – НИИСИ, Институт физики микроструктур РАН – филиал  

ИПФ им. А. В. Гапонова-Грехова РАН. 

 

7. Заседание Совета по развитию решений в сфере критической 

информационной инфраструктуры 

 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №16 

 

Организатор: Госкорпорация «Росатом»  

 

Модератор: 

− Тихонов Андрей Иванович, ответственный секретарь Совета, президент 

Ассоциации «Доверенная платформа»  
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Цели и задачи 

Обсудить перспективы и планы развития микроэлектронной отрасли 

Российской Федерации в сфере критической информационной 

инфраструктуры, выработать протокольные решения. 

 

Аннотация 

Заседание Совета проводится под председательством президента РАН 

Красникова Г. Я. в формате докладов с демонстрацией презентационных 

материалов и обсуждения с возможностью участия в дискуссии любого 

участника мероприятия. 

Тема заседания – «Перспективы и планы развития и применения 

Доверенного Искусственного Интеллекта и нейронных вычислений».  

Планируемое количество участников заседания Совета 50–60 человек, в 

том числе представители Администрации Президента Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, 

государственных корпораций, ассоциаций и бизнес-сообщества.  

Продолжительность мероприятия 2 часа. 

По итогам заседания будет сформирован протокол за подписью 

председателя Совета, президента РАН Красникова Г. Я. 

 

 Приглашены к выступлению:состав докладчиков находится в работе 

8. Круглый стол «Возможности и перспективы использования квантовых 

технологий для решения актуальных задач микро-  

и наноэлектроники» 

 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 17:00-18:30 

Зал №11 

 

Организаторы: Секция № 11, Госкорпорация «Росатом»  

Модераторы: 

− д.ф.-м.н., профессор, академик РАН Горбацевич Александр Алексеевич, 

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, НИУ МИЭТ,  

АО «НИИМЭ» 

− Авилова Марина Михайловна, директор департамента по квантовым 

технологиям, Госкорпорация «Росатом» 
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Аннотация 

В ходе круглого стола участникам будут представлены: 

− статус создания квантовых вычислителей на базе лидирующих 

физических платформ в России и в мире, возможности использования уже 

созданных квантовых вычислительных устройств для запуска квантовых 

алгоритмов и решения прикладных задач, а также перспективы развития 

квантовых вычислений на горизонте до 2030 г.; 

− актуальная информация о российских проектах, связанных  

с разработкой и улучшением характеристик прототипов квантовых 

компьютеров, их подсистем и модулей, элементной и электронно-

компонентной базы; 

− перспективы применения квантовых вычислений для решения 

вычислительных задач в сфере микро- и наноэлектроники в целях разработки 

и освоения новых материалов, технологий и процессов, обеспечивающих 

переход к более быстродействующим, компактным и энергоэффективным 

устройствам и процедурам при одновременном снижении производственных 

затрат; 

− применение квантовых вычислений в сочетании с традиционными 

технологиями для достижения высокого экономического эффекта  

в перспективе. 

 

Приглашены к выступлению: 

− к.ф.-м.н. Солнцева Екатерина Борисовна, директор по квантовым 

технологиям Госкорпорации «Росатом» 

− академик РАН Колачевский Николай Николаевич, и. о. директора 

ФИАН, научный руководитель дорожной карты «Квантовые вычисления» 

Госкорпорации «Росатом» 

− к.ф.-м.н. Страупе Станислав Сергеевич, руководитель сектора 

квантовых вычислений Центра квантовых технологий  

МГУ им. М. В.Ломоносова, руководитель научной группы Российского 

квантового центра 

− Лахманский Кирилл Евгеньевич, руководитель научной группы 

Российского квантового центра 

− Родионов Илья Анатольевич, директор НОЦ Функциональные 

Микро/Наносистемы МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» 

− Фёдоров Алексей Константинович, руководитель научной группы 

Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой 

инженерии Университета МИСИС 
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− к.ф.-м.н. Малеева Наталия Андреевна, Университет МИСИС 

 

Специальные требования уточняются. 

 

9. Круглый стол «Национальная платформа промышленной 

автоматизации и отечественная микроэлектроника: формирование 

сквозной экосистемы доверенной автоматизации» 

 

Дата и время проведения: 29.09.2026, 17:00-18:30 

Зал №16 

 

Организаторы: Рабочая группа по открытой АСУ ТП,  

АНО «Открытые системы автоматизации» 

 

Модератор:  

− Арнаутов Антон Георгиевич, ответственный секретарь Рабочей группы 

по открытой АСУ ТП 

 

Цели и задачи 

 

Цель: формирование сквозной экосистемы доверенной промышленной 

автоматизации через синхронизацию требований Национальной платформы 

промышленной автоматизации (НППА) на принципах открытой архитектуры 

и возможностей отечественной электроники и микроэлектроники.  

Основные задачи:  

− консолидация и масштабирование рынка: найти механизмы 

объединения разрозненных запросов сотен промышленных предприятий  

в единый крупносерийный заказ для отечественных полупроводниковых 

фабрик; 

− преодоление дефицита ЭКБ: оценить готовность рынка 

микроэлектроники закрыть потребности Открытой АСУ ТП в установленные 

сроки импортозамещения объектов КИИ, определив пути ликвидации 

дефицита специализированных компонентов (микросхем питания, 

интерфейсов, ЦАП/АЦП); 

− технологическая стандартизация: сформировать долгосрочные  

(на 5–7 лет) требования НППА к аппаратному обеспечению и обсудить 
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целесообразность создания открытых референсных дизайнов ПЛК на базе 

российских процессоров; 

− обеспечение доверенности и надёжности: выработать подходы  

к аппаратной безопасности КИИ и гарантировать жизненный цикл  

и поддержку компонентов на горизонте 10–15 лет; 

− развитие экосистемы и кадров: определить пути бесшовной интеграции 

программного обеспечения НППА и российских архитектур, создания единых 

испытательных полигонов и преодоления дефицита системных инженеров. 

 

Аннотация 

 Переход к Открытой АСУ ТП и жёсткие регуляторные сроки 

импортозамещения на объектах критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) ставят перед российской промышленностью 

принципиально новый вызов. Создание по-настоящему независимых систем 

автоматизации невозможно без построения сквозной экосистемы, 

связывающей воедино программное обеспечение Национальной платформы 

(НППА) и отечественную электронную компонентную базу (ЭКБ). В рамках 

круглого стола ключевые игроки рынка – разработчики платформы, дизайн-

центры, производители контроллеров и конечные заказчики – обсудят 

стратегию перехода от разрозненных точечных решений к серийному 

производству. Ключевым экономическим барьером остаётся ценовая 

конкуренция с параллельным импортом. Решением должно стать превращение 

индивидуальных запросов сотен заводов в единый консолидированный 

крупносерийный заказ для полупроводниковых фабрик, подкреплённый 

мерами комплексной господдержки сквозных проектов.  

В технологическом блоке дискуссии центральное место займет 

архитектурный выбор (RISC-V, «Эльбрус», «Байкал» или 

специализированные микроконтроллеры) для нужд автоматизации, а также 

фиксация требований НППА к «железу» на 5–7 лет вперед, что позволит 

дизайн-центрам точнее планировать разработку. Участники оценят риски 

аппаратной независимости ПО и востребованность открытых референсных 

дизайнов (Reference Designs) для типовых схем ПЛК и модулей ввода-вывода 

под управлением НППА. Особое внимание будет уделено «проблеме 

периферии»: если базовые процессоры уже присутствуют на рынке,  

то дефицит отечественных промышленных микросхем питания, интерфейсов 

(Ethernet, RS-485) и ЦАП/АЦП требует немедленного решения. Технический 

успех экосистемы зависит от бесшовной интеграции операционных систем 
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реального времени (ОСРВ) и ПО НППА с архитектурой российских чипов без 

потери производительности. Для этого необходимо создание единой тестовой 

среды и полигонов. Наконец, безопасность КИИ требует обеспечения 

доверенности на уровне кремния (защита  

от недокументированных возможностей) и долгосрочной доступности 

компонентов на протяжении 10–15 лет. Итогом круглого стола станет 

выработка подходов к совместному развитию рынка, технологий  

и преодолению кадрового дефицита системных инженеров  

на стыке ИТ, электроники и микроэлектроники. 

Приглашены к выступлению: 

− Шпак Василий Викторович, заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

− Арнаутов Антон Георгиевич, ответственный секретарь Рабочей группы 

по открытой АСУ ТП, директор «АНО «Открытые системы автоматизации» 

− Алексеев Сергей Владимирович, директор АНО 

«АПКИС»,председатель правления АНО «Открытые системы автоматизации» 

− Бережанский Никита Васильевич, руководитель направления 

разработки аппаратного обеспечения АО «Айсорс» 

− Гилязов Михаил Сергеевич, директор по работе с ключевыми 

заказчиками «Группа компаний Рубитех» 

− Думин Антон Сергеевич, ИТ-директор «Газпром нефти» 

− Евдокимов Андрей Сергеевич, генеральный директор АО «Байкал 

Электроникс» 

− Киреев Ильяс Владимирович, технический директор АО «Позитив 

Текнолоджис» 

− Лопухов Иван Владимирович, генеральный директор ООО 

«Контролнекст Технолоджи Рус» 

− Менделевич Владимир Анатольевич, генеральный директор  

АО «НВТ-Системы» 

− Мисурагин Виталий Евгеньевич, заместитель генерального директора 

АО НПО «КИС» 

− Емченко Олег Сергеевич, заместитель Генерального директора АО 

«НПФ «Доломант»  

− докладчик уточняется, ГК «Элемент» 

 

10. Бизнес-завтрак «Честный разговор о переходе на доверенные 

решения» (закрытое мероприятие) 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 09:00-11:00 
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Зал №17 

Организатор: Госкорпорация «Росатом» 

 

Модератор:  

− Смазнов Константин Андреевич, заместитель директора  

по технологическому развитию Госкорпорации «Росатом» 

 

Цели и задачи 

 

Цель: обсудить возможность перехода на доверенные решения  

с применением российской микроэлектроники к 2030 году. 

 

Задачи: 

 

− открыто обсудить текущий статус перехода на доверенные решения,  

а также работу, которую проводят субъекты КИИ для выполнения требований 

постановления Правительства Российской Федерации № 1912; 

− оценить уровень осведомленности организаций микроэлектронной  

и радиоэлектронной промышленности в потребностях субъектов КИИ; 

− определить готовность участия ассоциаций в анализе потребности 

субъектов КИИ на предмет избыточности запрашиваемых характеристик; 

− определить механизмы, необходимые для создания 

высокотехнологичных доверенных решений, в том числе инструмент 

«форвардных контрактов»; 

− довести до участников мероприятия информацию по действующим 

системам стандартизации и оценки соответствия в области обеспечения 

технологической независимости КИИ, а также получить от них обратную 

связь;  

− заслушать мнения профильных ФОИВ по мерам, направленным  

на обеспечение технологической независимости КИИ;  

− сформировать перечень вопросов и предложений по их реализации  

для включения в проект доклада Президента Российской академии наук  

Г. Я. Красникова в Правительство Российской Федерации по итогам Форума. 

 

Приглашены к выступлению:  

 

− Минобрнауки России 

− Минпромторг России 

− Минцифры России 
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− РАН 

− Минэнерго России 

− НИЦ «Курчатовский институт» 

− Госкорпорация «Росатом» 

− Госкорпорация «Роскосмос» 

− НИЯУ МИФИ 

− Ассоциация «Доверенная платформа» 

− Ассоциация КП ПОО 

− Ассоциация АНО КВТ 

− АКРП – Консорциум дизайн центров 

− АО «НПО «КИС» 

− АНО «Телекоммуникационные технологии» 

− АО «МЦСТ» 

− ООО «Т1» 

− СБЕР 

− ГК «Аквариус» 

− ООО «Группа компаний Ядро» 

− АО «Лаборатория Касперского» 

− ФГАНУ «ЦИТиС» 

− ГК «Элемент» 

− АО «НИИМЭ» 

− АО «ЦНИИмаш» 

− АО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС» 

− АО «ИВК» 

− АНО «Цифровая экономика» 

− АНО НТЦ ЦК 

 

11.  Закрытое мероприятие 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 10:00-11:00 

Зал №15 

Организатор: АО «НИИМЭ» 

12. Круглый стол «Отечественная электронная компонентная база 

для беспилотных авиационных систем с использованием искусственного 

интеллекта» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-18:00 

Зал №3 
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Организатор: Минпромторг России 

 

Модератор: 

 

− Крошин Фёдор Сергеевич,вице-президент по стратегическим проектам 

ГК «Элемент» 

 

Цели и задачи 

 

Цель круглого стола – сформировать согласованный профиль 

требований к отечественной СБИС бортового edge AI для локального 

инференсав беспилотных авиационных системах и определить состав 

промышленной кооперации, необходимой для создания, программной 

поддержки, испытанийи серийного применения такого изделия. 

 

Задачи круглого стола: 

 

− определить основные сценарии применения бортового ИИ в БАС: 

техническое зрение, обнаружение и сопровождение объектов, выбор места 

посадки, навигация при ограниченной доступности спутниковых сигналов, 

предотвращение столкновений и обработка целевой информации; 

− установить измеримые требования к производительности, задержке, 

энергопотреблению, температурному режиму, памяти, сенсорным 

интерфейсам, надёжности и информационной безопасности; 

− сформировать предложения по промышленной кооперации и 

проведению пилотных испытаний отечественной СБИС на эталонной 

платформе БАС; 

− представить перспективные технологические решения для аппаратной 

реализации ИИ, включая новые типы памяти, двумерные транзисторные 

структуры и иные направления развития элементной базы; 

− сформировать предложения по развитию отечественной ЭКБ, ПАК 

и программного стека для систем искусственного интеллекта с учётом 

текущего технологического базиса Российской Федерации. 

 

Аннотация 

 

Развитие беспилотных авиационных систем требует переноса всё 

большего числа функций искусственного интеллекта непосредственно на борт 

летательного аппарата. Обнаружение и сопровождение объектов, анализ 

изображений, навигация, оценка обстановки и выбор безопасного места 

посадки должны выполняться в реальном времени, в том числе при отсутствии 

устойчивого канала связи с наземной инфраструктурой. 
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Ключевым элементом такой системы является специализированный 

бортовой процессор edge AI – однокристальное решение, объединяющее 

центральный процессор, нейросетевой ускоритель, средства обработки 

изображений и сигналов, контроллеры памяти и интерфейсы подключения 

камер и других сенсоров. 

В отличие от серверных решений, подобный процессор должен работать при 

жёстких ограничениях по энергопотреблению, массе, габаритам и 

теплоотводу, обеспечивая при этом предсказуемое время обработки данных, 

надёжности устойчивость к внешним воздействиям. 

В рамках круглого стола предлагается рассмотреть требования к 

отечественному бортовому процессору edge AI на основе конкретных 

сценариев применения БАС. Предметом обсуждения станут состав 

вычислительных блоков, производительность нейросетевого ускорителя, 

архитектура памяти, пропускная способность интерфейсов, поддержка 

многокамерных систем, совместимость с программными средствами 

разработки и возможность переноса существующих ИИ-моделей на 

отечественную аппаратную платформу. 

Отдельное внимание будет уделено показателям, определяющим 

практическую применимость процессора. Помимо вычислительной 

производительности, к ним относятся задержка обработки данных, 

энергопотребление на выполнение целевой операции, устойчивость работы 

при предельных температурах, сохранение точности ИИ-моделей после 

квантования, информационная безопасность и возможность контролируемого 

обновления программного обеспечения. 

 

Приглашены к выступлению: 

 

− Евдокимов Андрей Сергеевич, генеральный директор АО 

−  «Байкал Электроникс. Тема «Разработки Байкал Электроникс для БАС 

с ИИ» 

− к.т.н. Тельминов Олег Александрович, начальник отдела перспективных 

исследований АО «НИИМЭ». Тема «Информационная безопасность при 

анализе изображений с многомодальных сенсоров» 

− д.т.н. Маркеев Андрей Михайлович, главный научный сотрудник 

НЦМУ «ЦПМ» МФТИ. Тема «Двумерные транзисторы памяти: материалы, 

устройства и перспективы применения в системах искусственного 

интеллекта»  

− Панков Андрей Андреевич, генеральный директор ООО «ХайТэк». Тема 

«Архитектура и характеристики отечественного ускорителя LinQ для 

встраиваемых систем для локального инференса в беспилотных авиационных 

системах»  
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− к.ф.м.н. Горбачёв Вадим Александрович, начальник подразделения 

ФАУ «ГосНИИАС». Тема «Какие нейросетевые модели должны работать на 

борту: CNN, трансформеры, сенсорное слияние и квантование» 

− к.т.н. Морозеев Юрий Витальевич, заместитель начальника 

подразделения ФАУ «ГосНИИАС» (ВКС) 

− Силантьев Александр Михайлович, начальник лаборатории Сложно-

функциональных блоков НИУ МИЭТ. Тема «Модульная архитектура 

отечественной платформы для EdgeAI»  

− Мохнаткин Алексей Эдуардович, заместитель генерального директора 

по микроэлектронике АО НТЦ «Модуль». Тема «Текущие и перспективные 

решения для БАС» 

 

13. Круглый стол «Актуальные вопросы создания отечественных САПР 

и маршрутов проектирования ЭКБ и электронных модулей» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №6 

Организаторы: Секция №3, Секция №6 

Модераторы: 

 

− к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович, директор по развитию 

систем проектирования АО «НИИМЭ» 

− д.т.н., профессор РАН Переверзев Алексей Леонидович, проректор  

по инновационному развитию НИУ МИЭТ 

 

Цели и задачи 

 

Обсуждение планов создания и внедрения отечественных САПР, 

рассмотрение результатов выполняемых НИОКР и их апробации, обмен 

международным опытом.  

 

Аннотация 

 

Круглый стол направлен на информирование широкого круга 

предприятий отрасли о планах создания и внедрения отечественных САПР 

ЭКБ, а также на обмен опытом создания САПР с участниками  

из дружественных стран. С участием представителей ФОИВ, фондов развития, 

ведущих дизайн-центров и разработчиков САПР планируется обсудить 
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дорожные карты по направлениям, результаты апробации новых 

инструментов и маршрутов проектирования, результаты и планы внедрения 

ИИ, роль САПР в цифровизации процессов разработки и производства 

отечественной ЭКБ.  

К участию привлечены представители Минпромторга России, ФПИ,  

АО «МНТЦ МИЭТ», АО «НПО КИС», АО «НИИМЭ», ООО «Альфачип», 

ООО «НМ-Тех», ООО «Эремекс», АО «Аквариус», ООО «Систематика», ИСП 

РАН, ООО «Интегральные решения», ТУСУР, МГУ, МИЭТ, МФТИ, 

ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука», эксперты из компаний дружественных стран 

и др. 

 

Приглашены к выступлению: 

• Кузьменко Иван Юрьевич, заместитель директора Департамента 

цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации 

• Седов Антон Юрьевич, руководитель лаборатории внедрения САПР АО 

«МНТЦ МИЭТ» 

• Зинченко Андрей Владимирович, главный инженер проекта АО «НПО 

«КИС» 

• Бабак Леонид Иванович, директор Научно-исследовательского 

института микроэлектронных систем (НИИ МЭС) ТУСУР 

• Peter Tong, Китайская народная республика 

• Кириченко Максим Сергеевич, главный разработчик, ООО «Т1» 

• д.т.н, Бычков Игнат Николаевич, заместитель генерального директора 

ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука» 

• Карабан Вадим Михайлович, руководитель проектной группы Центра 

искусственного интеллекта Фонда перспективных исследований 

 

 

14. Круглый стол «Обновление правил мер поддержки исследований  

и разработок ФПИ: примеры из практики» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №7 

Организатор: 

 

Модератор:  
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− Заблоцкий Алексей Васильевич, руководитель Центра перспективной 

электроники Фонда перспективных исследований (ФПИ) 

 

Цели и задачи 

 

Информирование сообщества об обновлении правил и о новых мерах 

поддержки исследований и разработок ФПИ, а также о выработанных 

способах решений типовых «проблемных» ситуаций.  

 

Аннотация 

В ходе круглого стола будут представлены новые меры поддержки  

со стороны ФПИ: 

− финансирование опытно-конструкторских работ;  

− финансирование оперативных экспериментальных работ (до 1 года).   

  

Будет проведено обсуждение обновления правил авансирования работ 

«с первого дня реализации».  

 

Также будет проведено двухстороннее обсуждение типовых «проблемных» 

ситуаций и выработанных способах их решения: 

− перераспределение затрат между статьями расходов; 

− уточнение отдельных параметров или расширение технического 

задания; 

− условия приостановки работ и последующего возобновления;  

− проведение закупок конкурентным способом без публичного раскрытия 

информации и др. 

  

В ходе дискуссии будут собраны предложения по дальнейшему улучшению 

порядка отбора, организации контроля и финансирования проектов ФПИ.  

 

Приглашены к выступлению:  

 

Представители ФПИ, представители организаций-исполнителей проектов 

ФПИ и представители организаций, которые хотели бы получить поддержку 

ФПИ на проведение исследований и разработок в области электроники. 

 

 

15. Круглый стол «Электронные и квантовые технологии на основе 

синтетического алмаза» 
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Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №8 

 

Организатор: НИЯУ МИФИ 

Модераторы:  

− д.ф.-м.н Шевченко Владимир Игоревич,  ректор НИЯУ МИФИ 

− к.т.н Захарченко Роман Викторович, ВРИО директора  

НЦМУ НИЯУ МИФИ 

 

Цели и задачи 

 

Обсуждение актуального состояния, ключевых технологических 

барьеров и перспектив развития отечественных электронных и квантовых 

технологий на основе синтетического алмаза. 

 

Аннотация 

 

Технологии микроэлектроники и фотоники, предназначенные  

для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации, а также 

технологии создания защищённых квантовых систем передачи данных 

относятся к приоритетному направлению научно-технологического развития 

Российской Федерации «Безопасность получения, хранения, передачи  

и обработки информации», установленному Указом Президента Российской 

Федерации от 18 июня 2024 г. № 529. 

Одним из инструментов государственной поддержки исследований  

в данной области является предоставление грантов научным центрам 

мирового уровня. В 2025 году по результатам конкурсного отбора были 

определены десять НЦМУ, один из которых – Центр «Электронные  

и квантовые технологии на основе синтетического алмаза», созданный  

на базе НИЯУ МИФИ в консорциуме с ООО «НДТ». 

Деятельность Центра направлена на формирование научно-

технологического задела в области силовой и СВЧ-электронной 

компонентной базы на основе синтетического алмаза, алмазной фотоники  
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и квантовой сенсорики. Особое внимание уделяется разработке технологий 

получения высококачественных HPHT- и CVD-алмазов, созданию 

эпитаксиальных алмазных структур и электронных приборов на их основе, 

контролируемому формированию и исследованию парамагнитных центров 

окраски, источников одиночных фотонов и NV-центров, а также развитию 

методов магнитометрии, термометрии, визуализации и управления 

спиновыми и зарядовыми состояниями квантовых систем. В рамках 

проводимых исследований создаются многофункциональные программно-

аппаратные платформы для исследования и управления квантовыми 

системами на основе центров окраски в алмазе, применяемые в задачах 

квантовой сенсорики, сканирующей микроскопии и работы  

с многокубитными спиновыми регистрами. 

Круглый стол будет посвящён обсуждению современного состояния  

и перспектив развития электронных, фотонных и квантовых технологий  

на основе синтетического алмаза. Планируется рассмотреть вопросы развития 

технологий получения и исследования синтетического алмаза, создания 

электронной компонентной базы, фотонных и квантовых устройств, развития 

методов квантовой сенсорики и специализированных средств измерения. 

Приглашены к выступлению: 

− Шевченко Владимир Игоревич, ректор НИЯУ МИФИ. Приветственное 

слово 

− Захарченко Роман Викторович, ВРИО директора  

НЦМУ НИЯУ МИФИ. Тема «Электронные и квантовые технологии  

на основе синтетического алмаза. Перспективы развития» 

− Власов Игорь Иванович, руководитель лаборатории углеродной 

нанофотоники ИОФ РАН Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН 

− Терентьев Сергей Александрович, руководитель отделения  

НИЦ «Курчатовский институт» – ТИСНУМ  

− Колядин Александр Владимирович, председатель совета директоров 

ООО «Нью Даймонд Технолоджи» 

− Вихарев Анатолий Леонтьевич, заведующий лабораторией алмазной 

электроники Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН 

− Большедворский Степан Викторович, младший научный сотрудник 

лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физический институт 

имени П. Н. Лебедева РАН 

− Липатов Евгений Игоревич, доцент кафедры квантовой электроники  

и фотоники, ТГУ 
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− Гусев Александр Сергеевич, руководитель лаборатории квантовой 

оптики алмаза НЦМУ НИЯУ МИФИ 

 

К участию в дискуссиях круглого стола приглашены представители 

организаций: 

− ООО «НДТ» 

− МФТИ 

− МГУ им. М. В. Ломоносова 

− ИПФ РАН 

− СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

− ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН 

− Институт физики НАН Беларуси 

− БГУИР 

− НИИСИ РАН 

− ИПФ РАН 

− Российский квантовый центр 

− ОАО «РЖД» 

− АО «НПЦ Алмаз-Фазотрон» 

− АО «ПАО «Светлана» 

− АО «НПП «Алмаз» 

− АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

− АО «Диатек» 

− Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН 

− Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН 

− НИЦ  «Курчатовский институт» 

− Томский государственный университет 

− Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

 

16. Круглый стол «Искусственный интеллект в микроэлектронике:  

от моделирования к управлению производством»  

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №9 

 

Организатор: СБЕР 

 



 

109 

 

17. Круглый стол ««Микроэлектроника в космической индустрии: 

пространство для новых возможностей»» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №12.2 

 

Организатор: Российский научный фонд (РНФ) 

 

Модератор:уточняется 

Цели и задачи 

Цель круглого стола – обсуждение текущего состояния и перспектив 

микроэлектроники для гражданской космической индустрии – от серийных 

отечественных компонентов до прорывных разработок, включая новые 

технологические возможности, которые открывает космос как уникальная 

среда для научных исследований и производства, а также определение роли 

международной научной кооперации в создании долгосрочного 

технологического задела. 

 

Задачи круглого стола:  

 

− представить текущее состояние и ключевые достижения в области 

разработки отечественной микроэлектроники для космической индустрии; 

− оценить перспективные направления развития микроэлектроники  

для космоса: новые материалы, архитектуры и технологические решения; 

− выявить барьеры, препятствующие ускоренному внедрению 

отечественной микроэлектроники в космическую технику и предложить пути 

их преодоления; 

− обсудить механизмы взаимодействия науки, государственных 

заказчиков и частных космических компаний в рамках грантовой поддержки, 

а также потенциал международной научно-технологической кооперации  

в области космической микроэлектроники. 

 

Аннотация 

Космическая индустрия предъявляет к микроэлектронике особые, 

жёсткие требования, которые во многом определяют облик и возможности 

космических аппаратов. Радиационная стойкость, энергоэффективность, 
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надёжность в экстремальных температурных диапазонах и способность 

работать без ремонта и обслуживания на протяжении многих лет – эти 

характеристики являются критическими для электронной компонентной базы, 

используемой в космосе. 

Сегодня созданы и проходят испытания новые серийные отечественные 

компоненты для спутников связи, дистанционного зондирования Земли и 

навигационных систем. Разрабатываются решения  

на основе новых материалов и архитектур, способные для повышения 

производительности и функциональности космических аппаратов  

при снижении массогабаритных характеристик и энергопотребления. 

Какие новые горизонты открывает космическая среда для развития 

микроэлектроники? Размещение центров обработки данных на орбите – это не 

фантастика, а технологическая реальность ближайших десятилетий, 

способная радикально изменить архитектуру глобальных вычислительных 

систем, снизить энергозатраты и обеспечить принципиально новый уровень 

безопасности. Также прорывным направлением является использование 

условий открытого космоса для материаловедческих экспериментов: 

выращивание идеальных кристаллических структур и сверхчистых плёнок 

арсенида галлия в условиях микрогравитации и глубокого вакуума открывает 

путь к созданию материалов с характеристиками, недостижимыми на Земле. 

Это может стать основой для производства солнечных батарей нового 

поколения, сверхбыстрых транзисторов и оптоэлектронных устройств, 

которые изменят облик не только космической, но и наземной 

микроэлектроники. 

Наличие сильных научных школ и взаимодополняющих компетенций  

в России, Китае, Индии и других странах создаёт прочную основу  

для международной научно-технологической кооперации в области 

космической микроэлектроники. Именно через объединение компетенций 

возможно формирование устойчивых международных исследовательских 

коллективов, способных решать конкретные технологические вызовы –  

от разработки новых материалов и микроэлектронных архитектур  

до создания систем связи, навигации и бортовых вычислений нового 

поколения. 

Российский научный фонд последовательно развивает инструменты 

международной грантовой поддержки, включая конкурсы по поддержке 

международных научных коллективов. Это позволяет российским 

исследователям получать доступ к уникальным экспериментальным базам, 

новым методикам и передовым научным школам зарубежных партнёров.  

В области космической микроэлектроники такая кооперация особенно 

востребована, поскольку ни одна страна в одиночку не способна охватить весь 

спектр необходимых компетенций – от физики полупроводников  

до системного проектирования космических аппаратов. 
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Настоящий круглый стол объединит представителей отраслевого 

экспертного сообщества, научных организаций, грантополучателей РНФ  

и зарубежных партнёров, работающих в области космического 

приборостроения и микроэлектроники. Участники сессии обсудят текущее 

состояние, достижения и перспективные направления развития отрасли. 

 

18. Круглый стол «Создание суверенной аппаратной платформы  

на основе чиплетной технологии для высоконагруженных вычислений» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Зал №15 

Организатор: Ассоциация разработчиков и производителей электроники 

(АРПЭ) 

Модераторы: 

− Покровский Иван Александрович, исполнительный директор АРПЭ 

− Дружинин Егор Александрович, технический директор ЗАО РСК 

− Трушкин Константин Александрович, заместитель генерального 

директора АО МЦСТ 

 

Цели и задачи: 

 

1. Оценить технологический задел, созданный российскими 

разработчиками микропроцессоров, микропроцессорных ядер и сложно-

функциональных блоков, определить направления развития и специализации 

компаний. 

2. Согласовать возможности развития вычислительной чиплетной 

платформы, объединяющей решения многих российских дизайн-центров. 

3. Уточнить приоритетные технологические задачи создания и развития 

платформы: стандартизация межчиплетных интерфейсов, средства 

проектирования и верификации, обеспечение кибербезопасности и др. 

4. Согласовать подходы государственного регулирования рынка 

чиплетных микропроцессорных платформ: требования локализации, 

требования доверенности, технические стандарты и др. 

5. Определить механизмы финансирования НИОКР, запуска  

в производство и внедрений платформы в информационную инфраструктуру.  



 

112 

 

6. Инициировать создание межведомственной рабочей группы с участием 

Минпромторга России, РАН, госкорпораций и индустриальных партнёров для 

разработки детального плана мероприятий Проекта. 

 

Приглашены к выступлению: 

 

1. Лачинов Алексей Алексеевич, руководитель направления Центр 

Нанофабрикации («Росатом — Квантовые технологии»), очно 

2. Стоянов Андрей Анатольевич, директор по производству Центр 

Нанофабрикации («Росатом — Квантовые технологии»), очно 

3. д.т.н.Симонов Алексей Сергеевич, заместитель начальника отделения – 

начальник отдела ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», 

очно 

4. Панков Андрей Андреевич, генеральный директор ООО «ХайТэк», очно 

5. Петров Константин Александрович, заместитель руководителя ОРВС НИЦ 

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ, онлайн 

6. Слиняков Альберт Юрьевич, советник губернатора Правительство 

Нижегородской области, очно 

7. Русаков Александр Ильич, сенатор РФ от Ярославской области, член 

Комитета СФ по науке, образованию и культуре, формат участия уточняется 

 

 

19. Закрытый круглый стол «Постановка технологий и взаимодействие  

с заказчиками» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30, 17:00-18:30 

Зал №16 

 

Организатор: ООО «НМ-Тех» 

 

Модераторы:  

− Царапкин Сергей Фёдорович, исполнительный директор  

ООО «НМ-Тех»; 

− Евстигнеев Сергей Владимирович, начальник центра перспективных 

продуктов 

 

Цели и задачи 

 

Цель: демонстрация технологических компетенций, опыта и результатов 

компании в области разработки и производства интегральных схем, а также 
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представление реализованных проектов и решений для потенциальных  

и действующих заказчиков. 

 

Задачи: 

− продемонстрировать накопленный технологический  

и производственный опыт компании; 

− представить ключевые результаты и успешные практические кейсы; 

− продемонстрировать возможности компании в реализации проектов под 

задачи заказчиков; 

− подчеркнуть компетенции в разработке, технологической подготовке  

и постановке изделий на производство; 

− повысить узнаваемость компании как технологического  

и производственного партнёра; 

− установить и развить взаимодействие с потенциальными  

и действующими заказчиками; 

− определить перспективные направления сотрудничества и дальнейшего 

развития проектов. 

 

Аннотация 

Круглый стол посвящён практическим аспектам постановки 

современных технологий производства интегральных схем и взаимодействия  

с заказчиками на различных этапах реализации проектов. 

В рамках мероприятия планируется обсудить эволюцию Process Design 

Kit (PDK) для технологических процессов 250-130 нм, особенности его 

развития и применения при разработке изделий. Отдельное внимание будет 

уделено успешным проектам контрактного производства и заказной 

разработки, включая ключевые факторы их реализации и взаимодействия с 

заказчиками. 

Также участники рассмотрят опыт постановки на производство 

логических интегральных схем с использованием базовых матричных 

кристаллов (БМК), включая особенности разработки, технологической 

подготовки и запуска серийного производства. 

 

Приглашены к выступлению: НИИСИ РАН 

20. Презентация новой серии книг «Мир микроэлектроники» и первой 

книги в этой серии – «Технологии КМОП интегральных схем. Часть 1. От 

возникновения до нанометровых размеров элементов». 
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Автор д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, НИУ МИЭТ 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 15:00-16:30 

Библиотека 

 

Организатор: АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»  

 

Модератор: 

 

− АрзуманянКаринэ Руслановна, директор книгоиздательских программ 

АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА» 

 

Цели и задачи 

 

Издательство «ТЕХНОСФЕРА» совместно с НИУ МИЭТ запускает 

новую книжную серию: «Мир микроэлектроники». Редакционный совет серии 

возглавит академик РАН, д.т.н.Красников Геннадий Яковлевич. Заместитель 

председателя редакционного совета серии «Мир микроэлектроники» – 

академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович. Цель нашей презентации – 

проинформировать сообщество о старте новой серии, книги которой 

обеспечат актуальными знаниями студентов и аспирантов соответствующих 

специальностей в области технологий современных интегральных схем, а для 

специалистов и руководителей промышленных и научных организаций станут 

хорошим справочным материалом и современной базой научно-технических 

знаний по всем разделам микроэлектроники. 

 

Аннотация 

 

В книге Н. А. Шелепина описаны технологические маршруты, то есть 

последовательность технологических операций, которые применялись и 

применяются в процессе обработки кремниевых пластин при производстве 

КМОП ИС от периода становления технологии до реализации 

глубокосубмикронных и нанометровых транзисторов. Особое внимание 

уделено развитию конструктивно-технологических методов формирования 

транзисторных структур, которые разрабатывались в процессе 

масштабирования технологии и обеспечили её развитие до нанометровых 

размеров элементов. В книге можно оперативно найти информацию, 

связанную с особенностями технологий изготовления КМОП СБИС 

различных технологических уровней. 
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Приглашены к выступлению: 

 

− д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, НИУ МИЭТ  

− академик РАН, д.т.н., проф.  Горнев Евгений Сергеевич, заместитель 

руководителя приоритетного технологического направления по электронным 

технологиям, АО НИИМЭ 

− Переверзев Леонид Евгеньевич, технический директор 

ООО «Альфачип» 

− к.т.н.Наумов Аркадий Валерьевич, инженер АО «ОКБ» АСТРОН» 

− к.т.н. Усачёв Николай Александрович, НИЯУ МИФИ / АО «ЭНПО 

СПЭЛС»  

− член-корр. РАН, д.ф.-м.н. Рощупкин Дмитрий Валентинович, директор 

ФГБУН ИПТМ РАН 

− д.ф.-м.н. Хренов Григорий Юрьевичтехнический директор АО «Байкал 

Электроникс» 

 

21. Круглый стол «Основные научно–технические и организационные 

направления консолидации разработчиков ЭКБ для СВЧ-изделий» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 17:00-18:30 

Зал №7 

 

Организаторы: Секция №7, Ассоциация «Консорциум СВЧ» 

Модераторы: 

− к.т.н., доцент Миннебаев Вадим Минхатович, заместитель генерального 

директора АО «Микроволновые системы» 

− Трофимов Дмитрий Сергеевич, председатель правления Ассоциации  

в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум 

разработчиков и производителей СВЧ изделий» 

 

Цели и задачи 

 

Цель: анализ, определение и согласование приоритетных научно-технических 

и организационных направлений консолидации разработчиков  

и производителей ЭКБ для изделий СВЧ-диапазона, выработка предложений 

по формированию единой промышленной и научно-технической политики  

в области радиоэлектронных технологий на период до 2036 года, 
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обеспечивающей опережающее создание отечественной компонентной базы 

для перспективных радиоэлектронных систем. 

 

Задачи: 

 

– выработка механизмов координации и контроля в области ЭКБ с целью 

концентрации всех видов обеспечения СВЧ изделий в целях развития 

радиоэлектронной и электронной промышленности; 

– актуализация перспективных перечней СВЧ ЭКБ в соответствии  

с развитием новых технологий и новых требований к аппаратуре; 

– выработка предложений по корректировке мероприятий КАП «СВЧ-2036». 

 

Аннотация 

 

На круглом столе обсуждаются организационно-технические вопросы:  

 

– переделов, существенно влияющих на рынок гражданской продукции  

и обеспечение безопасности государства; 

– формирование единой промышленной и научно-технической политики  

по технологиям радиоэлектроники на период до 2036 года; 

– механизмы координации и взаимодействия ФОИВ, генеральных 

конструкторов, РПТН, институтов развития, РАН и организаций 

промышленности при планировании и реализации программных мероприятий 

по развитию СВЧ отрасли; 

– проблемные вопросы развития СВЧ ЭКБ на пути от импортозамещения  

к импортонезависимости и глобальной конкурентоспособности; 

– научно-технические направления и организационные формы консолидации 

разработчиков и производителей СВЧ ЭКБ; 

– особенности разработки СВЧ ЭКБ и модулей в условиях отечественного 

контрактного производства. 

 

Приглашены к выступлению: 

 

− Савченко Евгений Матвеевич, руководитель приоритетного 

технологического направления «Технологии радиоэлектроники». Тема 

доклада «Формирование единой промышленной и научно-технической 

политики по технологиям радиоэлектроники на период до 2036 г.» 

− Трофимов Дмитрий Сергеевич, председатель правления Ассоциации  

в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум 

разработчиков и производителей СВЧ изделий». Тема доклада «От 
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импортозамещения к глобальной конкурентоспособности, или что мешает 

развитию СВЧ ЭКБ?» 

− Щербаков Сергей Владиленович, заместитель генерального 

директора— директор по научной работе АО «НПП «Исток» им. Шокина». 

Тема доклада «Основные научно- технические направления консолидации 

разработчиков и производителей СВЧ ЭКБ». 

− Чалый Виктор Петрович, генеральные директор АО «Светлана-Рост». 

Тема доклада «Проблема признания продукции полупроводниковых 

технологий продукцией отечественного происхождения — почему бальная 

система неприменима» 

− Усачёв Николай Александрович, директор дизайн-центра 

приёмопередающей ЭКБ и РЭА АО «ЭНПО СПЭЛС». Тема доклада 

«Особенности разработки GaN СВЧ усилителей в условиях отечественного 

контрактного производства» 

− Харитонович Алексей Игоревич, директор направления развития 

продуктов инженерного моделированияАО «ИТ-холдинг Т1». Тема доклада 

«Таумерикс.СВЧ — новый мультидисциплинарный САПР для инженерного 

анализа СВЧ элементов и антенн». 

 

Участники 

Предприятия Ассоциации «Консорциума СВЧ», АО «НПП «Алмаз», АО 

«НПП «Исток» им. А. И. Шокина», АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «Светлана», АО 

«Завод МАГНЕТОН», АО «Светлана-Рост», АО «НПП «Торий», ФГБУ 

«ВНИИР», НИЦ «Курчатовский институт», АО «ПКК Миландр» и др. 

 

22. Круглый стол «Широкозонные полупроводниковые и родственные 

материалы» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 17:00-18:30 

Зал №8 

 

Организатор: Отделение нанотехнологий и информационных технологий 

РАН, АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха» 

 

Модератор:  

− Сафаралиев Гаджимет Керимович, член-корр РАН 
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Цели и задачи 

 

Цель: Формирование предложений по углублению локализации электронных 

компонентов и систем в современных беспилотных системах. 

 

Задача: Поиск возможностей и компетенций в России для коммерческих 

ориентированных и устойчивых партнёрств в рамках политики локализации 

российского производства беспилотных систем. 

 

Аннотация 

 

В последнее время производители электронного оборудования  

и материалов для микроэлектронной промышленности направляют всё 

больше усилий на поиск разумной альтернативы кремнию. И если нитрид 

галлия (GaN) и карбид кремния (SiC) уже находятся на стадии 

коммерциализации и сегодня они уже используются при изготовлении 

силового энергетического оборудования и других сложных электронных 

устройств, то характеристики других новых материалов (например, оксида 

галлия (Ga2O3) или алмаза и возможность их применения в составе 

электронной аппаратуры) только предстоит оценить. После замещения всей 

основной линейки импортных блоков управления для автотранспорта отрасль 

переходит к локализации на уровне электронных компонентов  

и развитию новых (перспективных) систем, что открывает возможности для 

новых кооперационных цепочек, ранее отсутствовавших в России. 

Результаты проведения секции позволяют сделать вывод, что  

в ближайшей перспективе широкозонные полупроводниковые соединения 

будут являться безусловными фаворитами прикладной микроэлектроники,  

а перспективным направлением в экстремальной электронике будет являться 

использование алмаза, как активного элемента, в сильноточной  

и высоковольтной электронике. 

 

Приглашены к выступлению:  

 

− СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

− ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

− НИЯУ МИФИ 
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− ВНИИАЛМАЗ 

− ДГТУ 

− НИУ МИЭТ 

− АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

− АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» 

− ФИАН им. П. Н. Лебедева 

− МГУ им. М. В. Ломоносова 

− ФГБНУ ТИСНУМ 

− ГНЦ РФ «НПП «Технологический центр» 

− представители органов государственной власти, производителей 

микроэлектроники и дизайн-центров (на согласовании). 

 

23. Круглый стол «Международное сотрудничество в области 

микроэлектроники: барьеры, вызовы и возможности» 

 

Дата и время проведения: 30.09.2026, 17:00-18:30 

Зал №12.2 

Организатор: Российский научный фонд (РНФ) 

 

Модератор: уточняется 

 

Цели и задачи 

 

Цель круглого стола – обобщить практический опыт реализации 

международных научных проектов, поддержанных РНФ, оценить их влияние 

на развитие фундаментальной микроэлектроники, а также выработать 

предложения по совершенствованию механизмов международной кооперации 

и преодолению существующих ограничений. 

 

Задачи круглого стола:  

 

− представить промежуточные и итоговые результаты проектов, 

поддержанных в рамках конкурса международных коллективов; 

− выявить основные барьеры (визовые, логистические, 

институциональные, языковые) и предложить пути их минимизации; 

− обсудить критерии оценки результативности международных 

коллективов с учётом специфики фундаментальных исследований; 

− определить перспективные направления расширения географии и 

тематики конкурса, а также новые форматы партнёрства (двусторонние, 

многосторонние консорциумы); 
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− сформулировать предложения по развитию инструментов поддержки 

международных проектов со стороны РНФ и других институтов развития. 

 

Аннотация 

 

Международное сотрудничество в микроэлектронике сегодня – это не 

только доступ к уникальному оборудованию и технологиям, но и совместная 

постановка задач, междисциплинарный обмен, а также формирование общих 

научно-производственных цепочек. В условиях глобальной конкуренции и 

санкционных ограничений ни одна страна не может охватить весь спектр 

компетенций в одиночку, поэтому кооперация становится критически важным 

фактором развития. 

Конкурс РНФ по поддержке международных научных коллективов уже 

дал первые результаты, но за отчётными показателями скрывается реальная 

практика: как обеспечить продуктивную работу команд из разных часовых 

поясов и юрисдикций, как адаптироваться к меняющейся логистике, 

распределять интеллектуальную собственность и вовлекать молодых 

исследователей. Участники отмечают, что такие проекты открывают доступ к 

новым методикам, совместным публикациям и долгосрочным партнёрствам, 

но одновременно требуют гибких управленческих решений. 

На круглом столе планируется обсудить не только успешные кейсы, но 

и «болевые точки»: взаимодействие с партнёрами из дружественных стран, 

перестройку логистики, синхронизацию исследовательских планов, а также 

вопросы коммерциализации результатов и участия промышленных компаний 

в международных консорциумах. 

Особый акцент будет сделан на экосистемном подходе: поддержка 

международных коллективов должна стать частью стратегии РНФ по 

повышению конкурентоспособности российской науки и технологий. Для 

этого требуется не только финансирование, но и совершенствование 

экспертизы, мониторинга и оценки эффективности таких проектов. 

Круглый стол станет площадкой для прямого диалога между 

грантополучателями, экспертами РНФ, представителями научных 

организаций и индустрии.  

 

Список докладчиков уточняется 

 

24. Презентация новой книги «Устройства приёма и обработки сигналов: 

микроэлектронные высокочастотные устройства радиоприёмников 

систем связи».  

Авторы А. С. Коротков, О. А. Головань 

Серия «Мир радиоэлектроники» 
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Дата и время проведения: 30.09.2026, 17:00-18:30 

Библиотека 

 

Организатор: АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»  

 

− АрзуманянКаринэ Руслановна, директор книгоиздательских программ 

АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА» 

 

Цели и задачи 

 

Познакомить целевую аудиторию с содержанием и ценностью издания, 

рассказать о пользе книги в процессах обучения и решения инженерных задач. 

Актуальность издания, важность вопросов устройств приёма и обработки 

сигналов в контексте развития связи, радиолокации, IoT, 5G/6G и т.п. 

Продемонстрировать, что в книге есть не только теория, но и прикладные 

аспекты: методики расчёта, схемотехнические решения, особенности работы 

с современной элементной базой. 

 

Аннотация 

 

Книга ориентирована на студентов, аспирантов, преподавателей 

технических вузов и инженеров, специализирующихся в области 

микроэлектроники. Изложение материала соответствует содержанию 

дисциплины «Основы построения устройств приёма и обработки сигналов» по 

направлениям подготовки «Радиотехника», «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника». 

Описываются структурные схемы и показатели качества СВЧ тракта 

приёмников, излагаются физические принципы построения и 

функционирования усилительно-преобразовательного тракта устройств 

приема и обработки радиосигналов, схемотехнические решения и методы 

расчета основных узлов приёмника, предназначенных для усиления и 

преобразования частоты, методы моделирования и проектирования устройств 

по заданным показателям качества с использованием современной элементной 

базы. Основной акцент делается на построении основных блоков СВЧ тракта 

приемников в интегральном исполнении. Книга предназначена как для 

студентов при изучении лекционного курса и курсового проектирования, так 

и для специалистов-разработчиков соответствующего профиля. 

 

Приглашены к выступлению: 
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− д.т.н., проф. Коротков Александр Станиславович, директор института 

электроники и телекоммуникаций, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (по видеосвязи) 

− д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 

 

 

25. Круглый стол «Аппаратная защита информации» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №6 

Организатор: Ассоциация «Доверенная платформа» 

Модератор: 

− Тихонов Андрей Иванович, ответственный секретарь Совета, президент 

Ассоциации «Доверенная платформа»  

 

Цели и задачи 

Обсуждение и анализ актуальных вопросов аппаратной защиты 

информации. 

 

Аннотация 

 

На круглом столе состоится экспертное обсуждение ключевых вопросов 

аппаратной защиты информации с точки зрения приоритетов 

технологического суверенитета страны. Реализация на аппаратном уровне 

средств защиты информации – важная часть безопасности информационных 

систем. Необходимыми требованиями безопасности являются применение 

доверенных компонент безопасности, интегральных схем первого уровня, 

доверенного жизненного цикла, доверенной среды исполнения и т.д. 

В свою очередь, использование методов Конструктивной безопасности 

(Secure by Design) к разработке аппаратного и программного обеспечения 

способствует минимизации уязвимостей систем и уменьшению поверхности 

для атак путём проектирования и создания безопасности на каждом этапе 

жизненного цикла информационной системы. 

 

Приглашены к выступлению: 

− ФСТЭК России 

− Кравцов Александр Сергеевич, генеральный директор АО «НИИМЭ» 
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− Сидорин Юрий Юрьевич, руководитель экспертного Комитета 

«Интегрированная безопасность», Ассоциация «Доверенная платформа» 

− Карантаев Владимир Геннадьевич, менеджер по анализу эффективного 

использования аппаратных средств,департамент перспективных технологий, 

АО «Лаборатория Касперского» 

− Дьяков Олег Николаевич, ТУСУР 

− Руткевич Александр Владимирович, генеральный директор  

АО «НПП «Цифровые решения». 

 

26. Круглый стол «Актуальные вопросы создания МЭМС» 

  

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №8 

Организаторы: Секция №8, НИЦ «Курчатовский институт» 

− д.т.н. Уваров Илья Владимирович, ведущий научный сотрудник  

ОФТИ им. К. А. Валиева, НИЦ «Курчатовский институт»  

− д.т.н. Тимошенков Сергей Петрович, директор Института  

НМСТ НИУ МИЭТ 

 

Цели и задачи: 

Объединение заказчиков, разработчиков и представителей 

технологических компаний на одной площадке с целью обсуждения проблем 

создания отечественной элементной базы на основе технологии МЭМС. 

Аннотация: 

Микроэлектромеханические системы прочно заняли нишу на мировом 

рынке электронных компонентов, но доля российских производителей  

на этом рынке невелика. Спрос на изделия МЭМС растёт взрывными темпами 

благодаря всеобщей тенденции к миниатюризации техники  

и развитию автономных беспилотных систем, требующих сверхкомпактных 

инерциальных платформ и других приборов. Разработка и изготовление 

МЭМС – сложный процесс, использующий различные материалы  

и традиционное для микроэлектроники оборудование, а также 

специализированное оборудование для микросистем. Отечественные 

предприятия способны изготавливать чувствительные элементы  

и управляющие интегральные схемы, а также осуществлять их сборку для 

получения конечного продукта. Также в России существуют научные 

коллективы и дизайн-центры, способные предложить оригинальные идеи. Тем 
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не менее, развитие МЭМС в России идёт низкими темпами. Процессу 

препятствует ряд проблем, требующих глубокого понимания, обсуждения  

и решения. Круглый стол направлен на обсуждение возможностей российских 

разработчиков МЭМС (ВУЗовской науки, исследовательских  

и производственных организаций) для перелома сложившейся тенденции 

доминирования иностранных компонентов на отечественном рынке.  

Он будет способствовать кооперации предприятий микроэлектронной отрасли 

с целью создания отечественной элементной базы на основе микросистемной 

техники. В рамках круглого стола докладчики поделятся опытом развития 

тематики МЭМС на предприятиях и в ВУЗах, обсудят основные проблемы и 

наметят пути преодоления трудностей.  

 

Приглашены к выступлению: 

− к.т.н. Козлов Дмитрий Владимирович, начальник сектора 

микромеханики АО «Российские космические системы». Тема доклада 

«Ключевые технологические процессы для развития МЭМС в РФ» 

− д.т.н., профессор Тимошенков Сергей Петрович, директор Института 

НМСТ МИЭТ. Тема доклада: «Актуальные задачи разработки и производства 

МЭМС» 

− к.т.н., доцент Коломийцев Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой 

нанотехнологий и микросистемной техники ЮФУ. Тема доклада 

«Взаимодействие ВУЗовских команд с предприятиями» (уточняется) 

− Манин Павел Александрович, руководитель отделения, филиал  

РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова». Тема доклада «Возможности 

НИИИС в части создания микроэлектромеханических систем» 

 

Вопросы и темы, выносимые на обсуждение, будут интересны как 

представителям научного сообщества, так и специалистам производственных 

компаний. Для участия в обсуждении докладов приглашены представители 

АО «НИИМЭ», НПК «Технологический Центр», АО НИИТМ,  

АО «НПП «Радар ММС», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»,  

АО «ЗНТЦ», ФГУП «ЦНИИХМ». 

 

27. Круглый стол «Актуальные вопросы развития отечественного 

электронного машиностроения» 

 

Организатор: Секция №9 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №9 
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Модераторы: 

− к.т.н. Бирюков Михаил Георгиевич, генеральный директор АО НИИТМ 

− к.ф.-м.н. Алексеев Алексей Николаевич, генеральный директор  

АО «НТО» 

 

Цели и задачи 

Обсуждение актуальной повестки развития отечественного 

электронного машиностроения, формирование предложений по разработке 

специальных инструментов поддержки отрасли.  

Аннотация: 

 

Комплексная программа «Развитие электронного машиностроения  

до 2035 года» действует с 2022 года. В рамках круглого стола планируется 

обсуждение хода реализации программы, перспектив её продления, а также 

внедрения первых результатов разработок на действующие производства.  

Открытая дискуссия будет направлена на обсуждение текущих проблем 

и барьеров развития, а также формирование предложений  

по разработке специальных инструментов поддержки отрасли.  

 

Приглашены к выступлению:  

 

− Петренко Яков Игоревич, руководитель управления развития 

специального технологического оборудования ФГУП «ЦРП». Тема доклада 

«Комплексная программа «Развитие электронного машиностроения до 2035 

года»: статус реализации, узкие места и корректировки целевых показателей»   

− Артемьев Алексей Юрьевич, заместитель директора Департамента 

химической промышленности Минпромторга России. Тема на согласовании 

− Дзодзикова Фатима Константиновна, заместитель директора 

департамента и тяжелого машиностроения Минпромторга России. Тема 

доклада «Меры государственной поддержки электронного машиностроения: 

эффективность инструментов и возможности по донастройке» 

−  Сухорослова Юлия Валерьевна, генеральный директор  

АО «Нанотроника». Тема доклада «Формирование стилевой системы 

специального технологического оборудования: принципы дизайна и опыт 

реализации» 

− Львов Александр Сергеевич, генеральный директор АО «МНТЦ 

МИЭТ». Тема доклада «Формирование стилевой системы специального 

технологического оборудования: принципы дизайна и опыт реализации» 
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28. Круглый стол «Финальный этап отбора работ ФПИ на основе запроса 

руководителей приоритетных технологических направлений» 

Организатор: Фонд перспективных исследований (ФПИ) 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №11 

Модератор: 

− Заблоцкий Алексей Васильевич, руководитель Центра перспективной 

электроники Фонда перспективных исследований 

 

Цели и задачи 

Проведение заслушиваний докладов финалистов отбора работ  

по тематике «Разработка технологий интегральной электроники на основе 

запроса руководителей приоритетных технологических направлений». 

 

Аннотация 

Фонд перспективных исследований проводит отбор работ, 

направленных на разработку отечественной электронно-компонентной базы, 

технологии создания отечественной ЭКБ или аппаратуры на ее основе,  

на базе запросов руководителей приоритетных технологических направлений 

в области: 

− радиофотоника; 

− фотоника и оптоэлектроника; 

− радиоэлектроника. 

 Финальный этап отбора пройдет в виде публичного заслушивания 

и обсуждения докладов заявителей с участием представителей 

соответствующих руководителей приоритетных технологических 

направлений.  

 

Приглашены к выступлению: 

 

Представители организаций-заявителей и представители организаций, 

которые хотели бы получить поддержку ФПИ на проведение исследований  

и разработок в области электроники. 
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29. Круглый стол «Научные аспекты создания терагерцовой 

оптоэлектронной компонентной базы» 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №12.1 

Организатор: НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Модераторы: 

 

− д.ф.-м.н., академик РАН Шкуринов Александр Павлович, руководитель 

отделения НИЦ «Курчатовский институт» (онлайн) 

− к.ф.-м.н. Пономарёв Дмитрий Сергеевич, и.о. руководителя ОСВЧПЭ 

им. В.Г. Мокерова ЦПМ НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Цели и задачи 

 

Обсуждение среди участников Форума состояние научных 

исследований в области производства ЭКБ терагерцовой (ТГц) фотоники и 

оптоэлектроники. Обсуждение предложений в Программу Форума 

«Микроэлектроника 2027», направленных на всестороннее обсуждение этой 

тематики.  

 

Аннотация 

 

Долгое время практическое применение электромагнитных волн 

терагерцового диапазона (частоты: 0,1–10 ТГц, длины волн: 3,0 мм–30 мкм) 

было крайне затруднено из-за отсутствия мощных, компактных и надёжных 

источников электромагнитного излучения этого частотного диапазона. 

Генерация ТГц излучения в крупных установках, таких как лазеры на 

свободных электронах и параметрические генераторы, позволяет проводить 

фундаментальные исследования, но редко применяются для решения 

практических задач в различных сферах жизнедеятельности человека. В 

настоящее время показана возможность применения ТГц техники в решении 

широкого круга фундаментальных проблем физики конденсированного 

состояния и астрофизики, а также важнейших прикладных проблем 

неразрушающего контроля качества материалов, химической и 

фармацевтической продукции, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

проводной и беспроводной связи (поколение сетей 6G and beyond), биофизики, 

ранней неинвазивной, минимально инвазивной и интраоперационной 

диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований 

различной нозологии и локализации, диабета, травматических повреждений и 
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жизнеспособности тканей, терапии воспалительных заболеваний и рака. 

Круглый стол направлен на подготовку предложений в программу форума 

Микроэлектроника 2027, которое направленно на всестороннее обсуждение 

состояния исследований в России в области терагерцовой фотоники и 

оптоэлектроники. Конкретно важным будет обсуждение конкретных путей 

стимулирования и организации работ российскими разработчиками и 

производителями элементной базы ТГц фотоники и оптоэлектроники, которое 

направленно на создание в Российской Федерации технологического 

суверенитета в области ТГц технологий, включая серийное производство 

перспективных генераторов, модуляторов и детекторов ТГц излучения, а 

также систем на их основе. 

 

Приглашены к выступлению: 

 

− к.ф.-м.н. Хабибуллин Рустам Анварович, НИЦ «Курчатовский 

институт» и МФТИ. Тема доклада «Непрерывные квантово-каскадные лазеры 

терагерцового диапазона» (онлайн) 

− д.ф.-м.н., проф. РАН Зайцев Кирилл Игоревич, врио руководителя 

ЦЛФФ ИОФ РАН, тема доклада уточняется. 

Участники конференции «Физика полупроводников и её применения: 

возможности развития в Узбекистане» (Ташкент) и Advanced Laser 

Technologies (ALT’26) в Самарканде (дистанционно). 

 

Вопросы и темы, выносимые на обсуждение, будут интересны как 

представителям научного сообщества, так и специалистам производственных 

компаний. Для участия в обсуждении докладов планируется пригласить 

представителей ООО «Сконтел», ООО «МВЭЙВ», ООО «Авеста», ООО 

«Тидекс», ООО «Биоспек», АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха», ООО 

«Промэнерголаб», ООО «Компания» Азимут Фотоникс» и пр. 
 
 

30. Круглый стол «Технологии, материалы и оборудование  

для производства пассивных электронных компонентов» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №14 

 

Организаторы: Секция №14, Консорциум «Пассивные электронные 

компоненты» 

 

Модераторы:  
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− д.т.н., проф. Исаев Вячеслав Михайлович, руководитель Секции №14, 

заместитель директора по научной работе АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

− Верник Пётр Аркадьевич, заместитель руководителя Секции №14, 

директор Консорциума «Пассивные электронные компоненты» 

 

Цели и задачи 

 

Цель: обсудить стратегическое развитие отечественной подотрасли пассивных 

электронных компонентов (далее – ПЭК), а также в ходе экспертной 

дискуссии наметить пути решения соответствующих научно-технических 

проблем, связанных с разработкой технологий, материалов  

и оборудования для производства ПЭК. 

 

Задачи: 

− организовать экспертное обсуждение перспективных направлений 

развития отечественных ПЭК, соответствующих государственных программ и 

возможностей участия научных и производственных организаций  

в их исполнении;   

− организовать экспертное обсуждение научно-технической 

проблематики разработки и производства ПЭК в разрезе технологий, 

материалов и оборудования; 

− организовать диалог и взаимодействие представителей научных 

организаций, разработчиков, производителей ПЭК и соответствующих 

материалов, оборудования; 

− определить потенциальные направления для использования достижений 

и заделов российских научных организаций в разработке новых и улучшении 

характеристик ПЭК, ранее поставленных на производство; 

− организовать обсуждение перспектив и возможных путей внедрения 

российских научных достижений в практику разработки и производства 

отечественных ПЭК. 

 

Аннотация 

В ходе экспертной дискуссии будут обсуждаться стратегические задачи, 

формирование концепции и государственной программы развития подотрасли 

ПЭК, а также участие научных и производственных организаций в её 

исполнении. В рамках круглого стола будут рассмотрены различные аспекты 

проблематики применения заделов и достижений российской науки в области 
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технологий, материалов и оборудования для импортозамещения  

и улучшения характеристик отечественных ПЭК, а именно резисторов, 

конденсаторов, электрических соединителей, пьезокерамических элементов, 

микросборок и корпусов, моточных и кварцевых изделий, и др.  

 

Тематические блоки: 

− государственные задачи для подотрасли ПЭК, участие научных  

и производственных организаций в их решении; 

− разработка новых востребованных типов и типономиналов ПЭК; 

− текущие, доступные и перспективные технологии производства ПЭК; 

− основные производственные и технологические материалы для ПЭК; 

− оборудование для производства ПЭК, а также для измерений 

(испытаний). 

 

Приглашены к выступлению:  

 

− Комитет по научно-технологическому и инфраструктурному развитию 

Совета по развитию электронной промышленности; 

− ФГБУ «ВНИИР» 

− Фонд перспективных исследований 

− Консорциум «Пассивные электронные компоненты» 

− НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ 

− МФТИ 

− МИРЭА 

− СГТУ имени Гагарина Ю. А. 

− МАИ 

− РХТУ им. Д. И. Менделеева 

− АО «Завод Элекон» 

− АО «Завод «Копир» 

− ООО «Кулон» 

− АО «Элеконд» 

− ООО «НТЦ «СЗЛ» 

− АО «НПЦ СпецЭлектронСистемы» 

− АО «Завод «Метеор» 
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31. Круглый стол «Перспективные пьезо- и сегнетоэлектрические 

материалы для микро- и наноэлектроники, акустоэлектроники, 

фотоники и сенсорики: синтез и применение» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №15 

Организатор: Секция №13 

Модераторы: 

− д.ф.-м.н., член-корр. РАН Рощупкин Дмитрий Валентинович,директор 

ФГБУН ИПТМ РАН  

− д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, начальник отдела АО «НИИМЭ» 

 

Цели и задачи 

 Цель – выработать новое, более глубокое понимание вызовов, стоящих перед 

отечественной наукой и наукоёмкими отраслями промышленности, наметить 

пути и перспективы решения важнейших вопросов построения программы 

создания перспективных полярных материалов и технологий  

для формирования передовой микро- и наноэлектроники, акустоэлектроники, 

фотоники и сенсорики как одного из базовых элементов наукоёмкого 

технологического суверенитета нашего Отечества. 

 

Задачи: 

− Подготовка кадров, базовое образование в Университетах в области 

получения и исследования полярных материалов; 

− Методы и оборудование для производства полярных диэлектрических 

кристаллов; 

− Объёмные монокристаллы и низкоразмерные 1D кристаллы; 

− Развитие методов диагностики и материаловедения полярных 

материалов: электронная микроскопия, рентгеновские методы исследования 

структуры и свойств, атомносиловая микроскопия; 

− Сырьевая база для производства полярных материалов, исходная шихта; 

− Новые подходы в фотонике и сенсорике. 
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Аннотация 

Перспективы развития современной нано- и микроэлектроники связаны 

с созданием гибридных систем пьезоэлектрик/полупроводник, которые 

позволяют интегрировать задачи передачи и обработки и информации  

по электронным и оптическим каналам. Использование пьезоэлектрических 

материалов позволяет ускорить передачу информации между ядрами 

процессоров, создавать пьезогенераторы для питания микросхем  

и процессоров, создавать нейроморфные процессоры. Пьезоэлектрические 

материалы играют важную роль в телекоммуникационных системах для 

обработки и передачи информации в режиме реального времени при 

использовании поверхностных и объемных акустических волн. 

Пьезоэлектрические материалы играют важную роль в развитии сенсорики, 

где необходимо создание датчиков физических величин на прямом 

пьезоэлектрическом эффекте или акустических резонаторах в условиях 

беспроводных коммуникаций. Большое значение пьезоэлектрические 

материалы имеют для развития мобильных сетей 6G и 7G. Для развития 

данных направлений необходим не только поиск новых подходов и решений 

при создании интегральных устройств акустоэлектроники и фотоники,  

но и поиск новых перспективных материалов с уникальными физическими 

свойствами (высокие значения пьезоэлектрических модулей и высокие 

значения скоростей акустических волн). Большое развитие данное 

направление может получить с использованием низкоразмерных  

1D материалов (наностержни ZnO и AlN) и развитием технологий 

миниатюризации акустоэлектронных устройств с использованием процессов 

электроннолучевой и ионнолучевой литографии. Возможность гибридизации 

пьезоэлектрических и полупроводниковых материалов в перспективе откроет 

новую эру в микроэлектронике. Этой задаче посвящена работа 13 секции 

форума «Микроэлектроника 2026» «Материалы микро- и наноэлектроники, 

диагностика материалов и элементов электронной компонентной базы»,  

на которой будут расширены горизонты познания и заложены основы 

отечественного научного и технологического прорыва. 

Поиск перспективных материалов и подходов при создании устройств 

микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоники и сенсорики на основе 

систем пьезоэлектрик/полупроводник позволит создавать энергоэффективную 

элементной базы на основе низкоразмерных материалов и структур, что 

найдет свое отражение в работе секции №13 «Материалы микро- и 
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наноэлектроники, диагностика материалов и элементов электронной 

компонентной базы». Ведущие специалисты отрасли  

и исследователи-разработчики подготовили интересные доклады и готовы  

к широкой дискуссии с аудиторией заинтересованных слушателей. 

Также поиск новых материалов неразрывно связан с развитием методов 

материаловедения и диагностики материалов и элементной базы 

микроэлектроники, так как только такой подход позволяет исследовать 

физические свойства материалов и определить их место в современной 

электронике. 

Приглашены к выступлению: 

− к.т.н. Машинин Олег Всеволодович,генеральный директор  

ООО «БУТИС» 

− д.ф.-м.н., проф. Сорокин Борис Павлович, заведующий лабораторией 

физической акустики и акустоэлектронных устройств 

НИЦ «Курчатовский институт» 

− Грачёв Сергей Николаевич, заместитель директора Департамента 

металлургии и материалов Минпромторга России  

− д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, начальник отдела АО «НИИМЭ» 

ИПТ. Тема доклада «Низкоразмерные 1D пьезоэлектрические кристаллы, 

объемные монокристаллы LiNbO3 и их производные» 

− профессор Винник Денис Александрович, заведующий кафедрой, 

заведующий лабораторией МФТИ, ФИЗТЕХ 

− д.ф.-м.н. Фёдоров Фёдор Сергеевич, доцент Центра фотоники  

и фотонных технологий Сколковского института науки и технологий  

− д.ф.-м.н., член-корр. РАН Рощупкин Дмитрий Валентинович,директор 

ФГБУН ИПТМ РАН  

− Зенкевич Андрей Владимирович, руководитель лаборатории МФТИ 

 

32. Круглый стол «Современные требования промышленной чистоты  

в микроэлектронном производстве» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 15:00-16:30 

Зал №17 

 

Организатор: НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Модераторы: 
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− Стельмак Светлана Евгеньевна, первый заместитель директора 

института информационных технологий Центра перспективной 

микроэлектроники НИЦ «Курчатовский институт» 

− Козлов Анатолий Иванович, руководитель отделения 

микроэлектронных технологий Центра перспективной микроэлектроники 

НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Цели и задачи 

 

Ознакомить слушателей с современными требованиями обеспечения 

чистоты на   высокотехнологичных производствах микроэлектроники. Внести 

предложения о необходимости подготовки специалистов для работы в чистых 

производственных помещениях. Предложить курс обучения  

по технологической чистоте и особенностям работы в чистых 

производственных помещениях. А также обратить внимание  

на необходимость проведения испытаний фильтрующих материалов  

с эффективностью более 0,999999 на установке, которая будет создана в ИИТ 

ЦПМ НИЦ «Курчатовский институт». 

 

Аннотация 

 

Обеспечение технологической чистоты является неотъемлемой частью 

любого современного высокотехнологического производства, в том числе,  

в полупроводниковой промышленности. В основе обеспечения чистоты лежат 

основы фильтрации и тонкой очистки воздуха, методики и приборы для 

определения эффективности воздушных фильтров, конструкция  

и технология изготовления фильтров тонкой очистки воздуха, конструкции 

ЧПП. Важной составляющей явилась работа над комплексом международных 

стандартов ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные  

с ними контролируемые среды», которые были приняты как стандарты ГОСТ 

Р ИСО. Все эти стандарты успешно работают и являются основой правильной 

эксплуатации чистых помещений во всех отраслях промышленности, 

особенно, в микроэлектронике. Нам хотелось бы привлечь внимание к 

необходимости подготовки специалистов по технологической чистоте в вузах 

и на специальных курсах и обеспечении технической литературой по этой 

теме. В НИЦ «Курчатовский институт» разработана программа создания 

учебной базы для подготовки специалистов в области технологической 
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чистоты. Важно отметить, что в НИЦ «Курчатовский институт» созданы и 

опробованы не только учебные пособия по курсу технологической чистоты, а 

также реализован такой важный элемент обучения как подготовка учебников.  

 

Приглашены к выступлению: 

 

− Стельмак Светлана Евгеньевна, первый заместитель директора 

института информационных технологий  

ЦПМ НИЦ «Курчатовский институт». Тема доклада «Технология чистоты  

в микроэлектронике» 

− Козлов Анатолий Иванович, руководитель отделения 

микроэлектронных технологий Центра перспективной микроэлектроники 

НИЦ «Курчатовский институт». Тема доклада «Современные требования  

к созданию чистых помещений» 

− Абрамов Андрей Михайлович, директор ООО «АДМ». Тема доклада 

«Концептуальные различия чистых помещений для различных 

высокотехнологических отраслей промышленности» 

− Представитель АО «Микрон» (выступающий и тема доклада 

уточняются) 

− Представитель филиала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС  

им. Ю. Е. Седакова» (выступающий и тема доклада уточняются) 

 

Вопросы и темы, выносимые на обсуждение, будут интересны как 

представителям научного сообщества, так и специалистам производственных 

компаний: АО «НПП «Исток им. Шокина», АО «Микрон», АО «НИИМЭ», АО 

«НПО «Пульсар» и другим микроэлектронным фабрикам России.  

 

33. Круглый стол «Перспективные двумерные материалы» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 17:00-18:30 

Зал №8 

 

Организатор: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ)  

 

Модераторы:  
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− Иванов Виктор Владимирович, директор Института квантовых 

технологий МФТИ 

− Заблоцкий Алексей Васильевич, руководитель Центра перспективной 

электроники Фонда перспективных исследований (ФПИ) 

 

Цели и задачи 

Обсуждение с участниками Форума перспективных тенденций мирового 

развития микроэлектроники на основе применений новых двумерных 

материалов и технологий, приводящих к новому качеству устройств и 

снижению стоимости производственных затрат. Формирование предложений 

по внедрению инновационных решений в производственные процессы 

предприятий микроэлектроники. 

 

Аннотация 

В последнее время производители микроэлектронных устройств всё 

больше внимания уделяют развитию и освоению новых материалов  

и технологий, обеспечивающих переход к более быстродействующим, 

компактным и энергоэффективным устройствам при снижении стоимости 

производственных затрат. В связи с фундаментальными ограничениями при 

миниатюризации элементов в традиционных кремниевых технологиях, 

актуальным становится двумерные (2D) функциональные материалы, которые 

могут стать основой для нового поколения высокопроизводительных, 

энергоэффективных и компактных устройств микроэлектроники, включая 

транзисторы, сенсоры, память, мемристоры  

и фотонные схемы. Новые тонкоплёночные материалы с размерами слоёв 

менее 10 нм открывают возможности создания высокоэффективных 

элементов памяти, нейроморфных, светоизлучающих и фотоприёмных 

устройств.  

Результаты проведения круглого стола позволят сделать вывод  

о ближайших перспективах разработок и применений новых двумерных 

материалов и обеспечивающих их технологий.   

 

Приглашены к выступлению:  

 

− Вступительное слово – Заблоцкий Алексей Васильевич, ФПИ 

− Свинцов Дмитрий Александрович, МФТИ, тема выступления –  

«Новые функциональные возможности оптоэлектроники, обеспечиваемые 

двумерными материалами» 
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− Тархов Михаил Александрович, ИНМЭ РАН, тема выступления 

уточняется 

− Маркеев Андрей Михайлович, МФТИ, тема выступления – «Двумерные 

дихалькогениды переходных металлов – новые полупроводники для 

микроэлектроники: перспективы и проблемы» 

− Мещанинов Фёдор Павлович, АО «НИИМЭ», тема выступления – 

«Применение методов машинного обучения в задачах предсказания 

электрофизических характеристик элементной базы на примере 

тонкоплёночных транзисторов» 

− Чернов Александр Игоревич, МФТИ, тема выступления –

«Низкоразмерные материалы для передовой микроэлектроники:  

от перестраиваемых ТГц-архитектур до спинтронных ван-дер-ваальсовых 

полупроводников» 
 

34. Круглый стол «Системы технического зрения: от компонентной базы 

до промышленного ИИ» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 17:00-18:30 

Зал №12.1 

Организатор: Секция №12 

Модераторы:  

− д.т.н., проф. Попов Сергей Викторович, руководитель приоритетного 

технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники 

в Российской Федерации, заместитель генерального директора АО «Швабе» 

− д.ф-м.н.Якушев Максим Витальевич, генеральный директор 

Государственного научного центра Российской Федерации АО «НПО 

«Орион» 

 

Цели и задачи 

Развитие отечественных СТЗ – неотъемлемая часть обеспечения 

технологического суверенитета страны. Мировой рынок демонстрирует 

устойчивый рост: прогнозируемый объём превысит 100 млрд долл. к 2033 

году, при этом у нас доминируют зарубежные компании. В России рынок СТЗ 

находится на этапе активного формирования: растёт число новых 

разработчиков компонентной базы для СТЗ, разрабатываются инновационные 

решения, а также формируются направления их применения 
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Мероприятие призвано консолидировать усилия научных и производственных 

организаций для достижения технологического суверенитета России в этой 

критически важной области. Приглашаем всех заинтересованных в развитии 

систем технического зрения присоединиться к этому важному обсуждению. 

 

Аннотация 

В рамках деловой программы Российского форума 

«Микроэлектроника2026», который пройдёт с 27 сентября по 3 октября 2026 

года на площадке Научно-технологического университета «Сириус» 

(Федеральная территория «Сириус») проводится круглый стол «Системы 

технического зрения: от компонентной базы до промышленного ИИ». 

Впервые на Форуме «Микроэлектроника» состоится полноценный круглый 

стол, посвящённый перспективной и критически важной теме, которая 

определяет автономность применения робототехнических средств различного 

назначения, в т.ч. на промышленных производствах. Интерес к теме 

проявляют разработчики сенсоров, производители робототехники, систем 

безопасности, космических систем, а также представители оборонного 

комплекса. 

 

Приглашены к выступлению: 

• Вступительное слово руководителя приоритетного технологического 

направления «Технологии оптоэлектроники и фотоники» заместителя 

генерального директора АО «Швабе» Попова Сергея Викторовича 

• Выступление руководителя Центра перспективных исследований Фонда 

Перспективных исследований Заблоцкого АлексеяВасильевича 

• Выступление академика РАН, профессора физического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова Шкуринова Александра Павловича. Тема «Значение 

терагерцового диапазона для систем технического зрения» 

• Выступление заместителя генерального Фонда Научно-технических 

инициатив и АНО «Платформа НТИ» Малькова Александра Сергеевича 

Выступление временного генерального директора  

ГНЦ РФ АО «НПО «Орион» Якушева Максима Витальевича 

• сообщение генерального конструктора РКС по направлению 

«Автоматические космические системы и комплексы» Ерохина Геннадия 

Алексеевича (или представитель по согласованию). Тема «О системах 

технического зрения космического назначения гражданского применения» 

• Сообщение руководителя приоритетного технического направления 

«Технологии робототехники» Степанова Родиона Олеговича  
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(или представитель по согласованию). Тема «Ключевые требования к СТЗ 

робототехнических комплексов различного применения» 

• Сообщение начальника отдела оптоэлектронной техники ФГБУ 

«ВНИИР» Башкатова Александра Сергеевича. Тема «Вопросы создания  

и совершенствования современной ЭКБ для СТЗ различного применения» 

• Сообщение директора ВНИИОФИ Филимонова Ивана Сергеевича(или 

представитель по согласованию) «Вопросы метрологического обеспечения 

отечественных СТЗ». 

• Сообщение Председателя технического комитета по стандартизации № 

296 «Оптика и фотоника» Хлопониной Ирины Владимировны «Вопросы 

обеспечения стандартизации по направлению «Системы технического зрения» 

в Российской Федерации. 

• Сообщения НПО Орион: 

o «Особенности применения нейросетевых алгоритмов при обработке 

снимков поверхности Земли» 

o «Особенности применения нейросетевых методов для задач 

сегментации изображения поверхности Земли в видимом и ближнем  

ИК-диапазонах» 

o «Современные тренды развития или использования архитектур ИИ. 

Особенности формирования вычислительных ресурсов предприятия  

для создания нейросетевых библиотек обработки изображений» 

• Сообщение «Малогабаритные тепловизионные модули типа «система на 

кристалле» с нейросетевыми алгоритмами» – ОКБ «Астрон» 

• Заключительное слово руководителя приоритетного технологического 

направления «Технологии оптоэлектроники и фотоники» – заместителя 

генерального директора АО «Швабе» Попова Сергея Викторовича 

 

 

35. Круглый стол «Локализация материалов для полупроводниковой 

электроники» 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 17:00-18:30 

Зал №13 

 

Организатор: Департамент металлургии и материалов Минпромторг РФ 

 

Модератор:  

− Грачёв Сергей Николаевич, заместитель директора Департамента 

металлургии и материаловМинпромторга России  
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Цели и задачи 

 

Цель круглого стола — оценить текущее состояние сырьевой базы 

полупроводниковой индустрии, выявить ключевые барьеры при переходе от 

лабораторных разработок к промышленному производству, а также 

сформировать долгосрочные механизмы сквозной кооперации между 

участниками рынка.  

 

Актуальные вопросы для обсуждения: 

 

− поиск, обоснование и разработка перспективных классов материалов для 

полупроводниковой электроники, способных обеспечить опережающее 

развитие отрасли и переход от компенсаторного импортозамещения к 

стратегическому технологическому суверенитету; 

− обеспечение экономической устойчивости и рыночной 

конкурентоспособности отечественных материалов для электронной 

промышленности как инструмент защиты внутреннего рынка в условиях 

деструктивного ценового давления со стороны зарубежных производителей; 

− валидация физико-химических и эксплуатационных свойств 

инновационных отечественных материалов посредством внедрения 

комплексных методик типовых и квалификационных испытаний для 

обеспечения их стандартизации и технологической безопасности при 

интеграции в высокотехнологичные производственные техпроцессы; 

− формирование комплексных предложений по стратегической адаптации 

долгосрочных целевых государственных программ к актуальным вызовам и 

векторам технологического развития электронной индустрии. 

 

Аннотация 

 

В рамках всероссийского форума «Микроэлектроника» состоится 

круглый стол «Локализация материалов для полупроводниковой 

электроники», посвящённый текущему состоянию материальной базы 

отечественной полупроводниковой микроэлектроники и фотоники и 

формированию опережающего задела. 

Ведущие эксперты материаловедческой отрасли, академической науки и 

производственных организаций обсудят обеспечение полупроводникового 

производства высокочистыми веществами и функциональными материалами 

в контексте стратегической устойчивости электронной промышленности. 

Создание замкнутых технологических цепочек внутри страны 

рассматривается как стартовая площадка для перехода к материалам нового 

поколения, которые определят облик индустрии в ближайшее десятилетие. В 

результате проведения круглого стола и консолидации усилий его участников 
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ожидается выработка системных решений, направленных на создание, 

стандартизацию и вывод на внутренний рынок перспективных отечественных 

материалов полупроводниковой электроники с целью обеспечения 

долгосрочного технологического суверенитета и экономической 

устойчивости отрасли. 

 

Приглашены к выступлению:  

 

1. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиоэлектроники». Выступление посвящено механизмам интеграции 

отечественных материалов в сквозные технологические процессы 

микроэлектроники. Особое внимание уделено разработке комплексных 

методик типовых и квалификационных испытаний как основы стандартизации 

и технологического суверенитета отрасли. 

2. ООО «Рокор» представит на обсуждение перспективы разработки 

полупроводника четвертого поколения — оксида галлия (Ga2O3), а также 

решение ключевой технологической проблемы его получения и 

масштабирования — исключение использования иридиевого тигля. 

3. Российский научный фонд в своём докладе представит механизмы 

целевого финансирования прикладных работ под конкретные требования 

квалифицированных заказчиков и промышленных предприятий с акцентом на 

создание готовых технологических решений для отечественной электронной 

промышленности. 

4. АО «НИИ Материаловедения им. Ю.А. Малинина» рассмотрит вопросы 

производства монокристаллов тербий-галлиевого граната и тербий-скандий-

лютеций-алюминиевого граната для лазерных оптических изоляторов, а также 

разработки технологии изготовления полированных пластин фосфида галлия 

(GaP) и технологические барьеры при создании этого материала. 

5. Артемьев Алексей Юрьевич, заместитель директора департамента 

МинпромторгаРоссии 

Тема доклада «Отечественная химия для микроэлектроники: эффективная 

кооперация производителей материалов и разработчиков электронной 

компонентной базы в рамках программ для радиоэлектронной 

промышленности». 

6. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН рассмотрит 

комплексную высокотехнологичную задачу по разработке технологий 

эпитаксиальных многокомпонентных гетероструктур AlInGaAsP на 

подложках InP для волоконно-оптических систем и СВЧ-электроники. 

7. АО «НИИ молекулярной электроники» / НТЦ микроэлектроники РАН 

представит основные особенности создания полупроводниковых 

гетероструктур для производства СВЧ и силовой электроники на основе 

GaNна подложках диаметром до 200 мм, что является ключевым шагом для 



 

142 

 

снижения себестоимости силовых транзисторов и СВЧ-компонентов за счет 

их интеграции в существующие кремниевые полупроводниковые 

производства. 

 

 

36. Круглый стол «Синхротронное излучение в микроэлектронике: 

диагностика, материаловедение, перспективные технологии» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2026, 17:00-18:30 

Зал №17 

Организатор: НИЦ «Курчатовский институт»  

 

Модератор: 

 

− д.т.н. Якунин Сергей Николаевич, первый заместитель Курчатовского 

комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский 

институт» 

 

Цели и задачи 

 

Обсуждение возможностей синхротронного излучения для решения 

прикладных задач микроэлектроники, определение приоритетов и механизмов 

эффективного применения синхротронного излучения в микроэлектронной 

отрасли, включая анализ текущего уровня использования, выявление 

ключевых барьеров, а также выработку предложений по расширению 

кооперации между научными и промышленными организациями и развитию 

необходимой инфраструктуры. 

 

Аннотация 

 

Современные вызовы микроэлектроники требуют развития и 

применения новых методов диагностики и метрологии, недоступных для 

лабораторных установок. Синхротронное излучение становится критически 

важным инструментом, обеспечивающим уникальные возможности в 

ключевых областях: передовая диагностика материалов и структур, 

фундаментальные исследования перспективных устройств, инструментальная 

метрология компонентов литографического оборудования, а также 

технологии формирования структур. Круглый стол посвящён анализу 

текущего состояния и потенциала применения синхротронного излучения, 

обмену опытом между научными и промышленными организациями, а также 

выработке практических рекомендаций по расширению кооперации и 
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интеграции синхротронных центров в технологические цепочки 

отечественной электронной промышленности. 

 

Приглашены к выступлению:  

 

− Чхало Николай Иванович, заведующий отделоминститута физики 

микроструктур РАН  

− к.т.н. Аряшев Сергей Иванович, первый заместитель директора, главный 

конструктор «Курчатовский институт» - НИИСИ 

− Веселов Денис Сергеевич, АО «Нанотроника» 

− Батурин Андрей Сергеевич, ВНИИОФИ 

− Николаев Константин Владимирович, НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Вопросы и темы, выносимые на обсуждение: 

 

• неразрушающие методы контроля, позволяющие проводить 

всесторонний анализ структурного состояния, дефектности, механических 

напряжений и химического состава микроэлектронных изделий для 

обеспечения качества и надёжности; 

• исследования свойств новых материалов и перспективных устройств, 

включая энергонезависимую память, спинтронику, квантовые структуры, а 

также изучение их поведения в рабочих режимах; 

• инструментальная метрология компонентов литографического 

оборудования – оптики, резистов, защитных плёнок, осветительных систем и 

масок – на основе измерений, проводимых в рабочем спектральном диапазоне; 

• технологии формирования структур с использованием синхротронного 

излучения: литографические методы и создание микроструктур, их текущие 

возможности, области применения и ограничения для цифровой 

микроэлектроники; 

• развитие специализированной синхротронной инфраструктуры для 

нужд микроэлектроники, включая создание технологических и 

метрологических станций, механизмы доступа промышленных предприятий, 

кооперацию с научными центрами и формирование отраслевых программ 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 


